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A. Typenverzeichnis A. Summary of the Types 
a. alpha-numerisch a. alpha-numeric 

Seite ·Page Seite ·Page 
BO 127 1 B0439 69 
BO 128 1 B0440 73 
BO 129 BO 441 69 

BO 135 5 BO 442 73 

BO 136 11 BO 643 T 77 
BO 137 5 BO 644 T 81 
BO 138 11 BO 645 T 77 
BO 139 5 BO 646 T 81 
BO 140 11 BO 647 T 77 

BO 165 17 
BO 648 T 81 

BO 166 21 
BO 649 T 77 

BO 167 17 
BO 650 T 81 

BO 168 21 BO 675 85 
BO 169 17 B0676 89 
BO 170 21 BO 677 85 

BO 175 25 BO 678 89 

BO 176 29 BO 679 85 

BO 177 25 BO 680 89 

BO 178 29 BO 681 85 

BO 179 25 BO 682 89 

BO 180 29 BOY42 93 
BO 185 33 BOY43 93 
BO 186 37 BOY44 93 

BO 187 33 
BO 188 37 BOY45 99 

BO 189 33 BOY46 99 

BO 190 37 BOY47 99 

BO 201 T 41 BF 469 T 107 
BO 202 T 47 BF 470 T 111 
BO 203 T 41 BF 471 T 115 
BO 204 T 47 BF 472 T 119 

BO 233 53 BU 126 T 123 
BD 234 57 
BD 235 53 BU 204 129 

BO 236 57 BU 205 129 

BO 237 53 BU 206 129 

BO 238 57 
BU 207 135 

B0433 61 BU 208 135 
B0434 65 BU 209 135 
B0435 61 
BO 436 65 BU 226 T 139 

BU 526 T 143 
B0437 69 
B0438 73 2N 3055 151 

T NeuerTyp 
New type 
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b. nach Anwendungsgebieten 

Allgemein bei hohen Betriebsspannungen 
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 127, BD 128, BD 129 

Allgemein im NF-Bereich 
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 135, BD 137, BD 139 1) 2) 

BD 165, BD 167, BD 169 1) 2) 

BD 175, BD 177, BD 179 1) 2) 
PNP 
BD 136, BD 138, BD 140 1) 2) 

BD 166, BD 168, BD 170 1) 2) 

BD 176, BD 178, BD 180 1) 2) 

Audio-Verstiirker-Treiber- und Endstufen 
12A3 DIN 41 869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 175, BD 177, BD 179 1) 2) 

BD 185, BD 187, BD 189 1) 2) 

PNP 
BD 176, BD 178, BD 180 1) 2) 

BD 186, BD 188, BD 190 1) 2) 

Audio-Treiber und Endstufen 
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 233, BD 235, BD 237 1) 2) 

PNP 
BD 234, BD 236, BD 238 1) 2) 

NF-Endstufen fiir Autoradios 
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 433, BD 435 1) 2) 

PNP 
BD 434, BD 436 1) 2) 

NF-Endstufen 
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BD 437, BD 439, BD 441 1) 2) 

BD 675, BD 677, BD 679, BD 681 2) 

PNP 
BD 438, BD 440, BD 442 1) 2) 

BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 2) 

1) Gepaart lieferbar 
2) Komplementartypen 

VIII 

b. classified according to applications 

Seite ·Page 

Genera/ at high supply voltages 

Genera/ in AF-range 

5 
17 
25 

11 
21 
29 

Audio amplifiers, driver and 
output stages 

25 
33 

29 

37 

Audio driver and output stages 

53 

57 

AF-output for automobil radios 

61 

65 

AF-output stages 

69 
85 

73 

89 

1) Matched pairs available 
2) Complementary types 



14A3 DIN 41869 - JEDEC TO 220 (SOT 78) 
NPN 
BD 201, BD 203 2) 

BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 2) 

PNP 
BD 202, BD 204 2) 

BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 2) 

3B2 DIN 41 872 - JEDEC TO 3 
NPN 
2N 3055 

Spannungsregler, Inverter, getaktete 
Netzgerate 
3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3 
NPN 
BOY 42, BDY 43, BDY 44 
BOY 45, BOY 46, BDY 47 
BU 126 
BU 526 
2N 3055 

Video-B-Endstufen in Schwarz-WeiB- und 
Farbfernsehgeraten 
12A3 DIN 41 869 - JEDEC TO 126 (SOT 32) 
NPN 
BF 469, BF 471 
PNP 
BF 470, BF 472 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz­
WeiB-Fernsehgeraten 
3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3 
NPN 
BU 204, BU 205, BU 206, 

BU 226 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in 
Farbfernsehgeraten 
3B2 DIN 41 872 - JEDEC TO 3 
NPN 
BU 207, BU 208, BU 209 

Schalter hoher Leistung 
3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3 
2N 3055 

2) Komplementartypen 
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41 
77 

47 
81 

151 

Voltage regulator, inverter switching 
regulated power supply 

93 
99 

123 
143 
151 

Video-8-class output stages in black and 
white and colour TV receivers 

Horizontal deflection circuits 
in black and white receivers 

Horizontal deflection circuits 
in colour TV receivers 

High power switches 

2) Complementary types 

107/115 

111/119 

129 
139 

135 

151 
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1. Erlauterungen zu den 
technischen Oaten 

1.1. Allgemeine Angaben 

1.1.1. Typenbezeichnungssystem fUr 
Halbleiter nach Pro Electron 

Die Typenbezeichnung fUr Halbleiter als Ein­

zelelement besteht aus: 

1. Explanation of technical data 

1. 1. General informations 

1. 1.1. Type designation code for semicon­
ductor devices according to Pro Electron 

The type number of semiconductor devices 
consists of: 

Zwei Buchstaben und einem laufenden Kennzeichen 
Two letters followed by a serial number 

Beispiel: B F 457 
Example: 

~~~~~~~~~~~~ -r- ~~~~~~~~~~~---. 

Material 
Material 

Der erste Buchstabe gibt Auskunft uber das 
Ausgangsmaterial: 
A GERMANIUM (Bandabstand 0,6-1,0 eV) 1) 

B SILIZIUM (Bandabstand 1,0-1,3 eV) 1) 

C GALLIUM-ARSENID (Bandabstand 
> 1,3eV) 1) 

R VERBINDUNGSHALBLEITER z. B. 
Kadmium-Sulfid 

Der zweite Buchstabe beschreibt die Haupt­
funktion: 
A DIODE: Gleichrichtung, Schaltzwecke, 

Mischung. 
B DIODE: mit veriinderlicher Kapazitiit. 
C TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Tonfre­

quenzbereich. 
D TRANSISTOR: Leistung, Tonfrequenzbe­

reich. 
E DIODE: Tunneldiode. 
F TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Hoch-

frequenzbereich. 
G DIODE: Oszillator und andere Aufgaben. 
H DIODE: auf Magnetfelder ansprechend. 
K HALLG ENERATOR: in magnetisch off e-

n em Kreis. 
L TRANSISTOR: Leistung, Hochfrequenzbe­

reich. 
M HALLGENERATOR: in magnetisch ge­

schlossenem Kreis. 
N FOTOKOPPLUNGSELEMENTE 
P STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE 

1 ) Die genannten Materialien sind Beispiele. 

Funktion 
Function 

Kennzeichen 
Serial number 

The first letter gives information about the ma­

terial used for the active part of the devices. 
A GERMANIUM (Materials with a band gap 

0.6-1.0 eV) 1) 

B SILICON (Materials with a band gap 
1.0-1.3 eV) ') 

C GALLIUM-ARSENIDE (Materials with a 
band gap> 1.3 eV)') 

R COMPOUND MATERIALS (For instance 
Cadmium-Sulphide) 

The second letter indicates the circuit function 

A DIODE: Detection, switching, mixer. 

B DIODE: Variable capacitance. 
C TRANSISTOR: Low power, audio frequency. 

D TRANSISTOR: Power, audio frequency. 

E DIODE: Tunnel. 
F TRANSISTOR: Low power, high frequency. 

G DIODE: Oscillator, Miscellaneous. 
H DIODE: Magnetic sensitive. 
K HALL EFFECT DEVICE: in an open magne­

tic circuit. 
L TRANSISTOR: Power, high frequency. 

M HALL EFFECT DEVICE: in a closed magne­
tic circuit 

N PHOTO COUPLER 
P DIODE: Radiation sensitive. 

'!The materials mentioned are examples. 
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Q STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENTE 
R THYRISTOR: tur kleine Leistungen. 
S TRANSISTOR: fUr kleine Leistungen, 

Schaltzwecke. 
T THYRISTOR: tur groBe Leistungen. 
U TRANSISTOR: Leistungsschalttransistor. 
X DIODE: Vervielfacher. 
Y DIODE: Leistungsdiode, Gleichrichter, 

Booster. 
Z DIODE: Referenzdiode, Spannungsregler­

diode, Spannungsbegrenzerdiode. 

Das laufende Kennzeichen der Bezeichnung 
besteht aus: 
• einer 3-stelligen Zahl (100 bis 999) tur Bau­

elemente zur Verwendung in Rundfunk­
und Fernsehempfiinger usw. 

• einem Buchstaben und einer 2-stelligen 
Zahl (Y10 bis A99) fUr Bauelemente tur 
professionelle Gerii.te und Anwendungen. 

Ein Zusatzbuchstabe kann verwendet werden, 
wenn das Element nur in einer Hinsicht (elek­
trisch oder mechanisch) vom Grundtyp ab­
weicht. 
Die Buchstaben haben keine feste Bedeutung, 
mit Ausnahme des Buchstabens R, der die ent­
gegengesetzte Polaritii.t zum Grundtyp gibt. 

Das beschriebene Bezeichnungsschema wird 
nur bei Typen angewendet, die bei PRO 
ELECTRON angemeldet sind. 
Einige Typen werden anders bezeichnet 
(JED EC): 
1 N mit zwei bis vier Ziffern 

kennzeichnet eine Diode 
2N mit zwei bis vier Ziffern 

kennzeichnet einen Transistor 

A2 

Q DIODE: Radiation generating. 
R THYRISTOR: Low power. 
S TRANSISTOR; Low power, switching. 

T THYRISTOR: Power. 
U TRANSISTOR: Power, switching. 
X DIODE: Multiplier, e.g. varactor, step recovery. 
Y DIODE: Rectifying, booster. 

Z DIODE: Voltage reference or voltage regu­
lator. Transient suppressor diode. 

The serial number consists of: 

• Three figures, running from 100 to 999, for 
devices primarely intended for domestic 
equipment. 

• One letter (Z, Y, X, etc.) and two figures 
running from 10 to 99, for devices primarily 
intended for professional equipment. 

A version letter can be used to indicate a devia­
tion of a single characteristic, either electrically 
or mechanically. 

The letter never has a fixed meaning, the only 
exception being the letter R, indicating rever­
sed voltage, i. e. collector to case. 

Code for semiconductors, given above is used 
only for types, which are registered at PRO 
ELECTRON. 
Some types have designation code (JEDEC): 

1 N with two-digit to four-digit number 
means diode 

2N with two-digit to four-digit number 
means transistor 



1.1.2. Zahlrichtungen, Zahlpfeile 
Die Zahlrichtung von Spannungen wird ange­
geben entweder 
durch einen Zahlpfeil, der vom MeBpunkt zum 
Spannungsbezugspunkt weist, 
oder 
durch einen Doppelindex, wobei der erste 
Index den MeBpunkt und der zweite Index 
den Bezugspunkt bezeichnet. 

A A 
---0-- ---0--

ju, UAB 

Fig. 1.1. ----0-- ---0--
B B 

Der Zahlenwert der Spannung ist positiv, wenn 
das Potential am Zahlpfeilschaft hoher ist als 
an der Zahlpfeilspitze, d. h. wenn die Potential­
differenz des MeBpunktes (A) gegenuber dem 
Bezugspunkt (B) positivist. 
Entsprechend ist der Zahlenwert der Span­
nung negativ, wenn das Potential amZahlpfeil­
schaft niedriger ist als an der Zahlpfeilspitze, 
d. h. wenn die Potentialdifferenz des MeB­
punktes gegenLlber dem Bezugspunkt negativ 
ist. 
Fur Wechselspannungen wird die einmal ge­
wahlte Zahlrichtung beibehalten. Der Wech­
selcharakter der Spannung kommt durch den 
zeitlichen Wechsel des Vorzeichens ihrer Zah­
lenwerte zur Geltung. 

DieZahlrichtung vonStromenwird durch einen 
Zahlpfeil im Leitungsstrich angegeben. 

A /1 B 
Fig. 1.2. o~~~~---~~-o 

Der Zahlenwert des Stromes ist positiv, wenn 
die in der Zahlpfeilrichtung bewegten La­
dungstrager positiv sind (konventionelle 
Stromrichtung) oder wenn die entgegen der 
Zahlpfeilrichtung bewegten Ladungstrager 
negativ sind. 
Entsprechend ist der Zahlenwert des Strom es 
negativ, wenn die in der Zahlpfeilrichtung 
flieBenden Ladungstrager negativ sind oder 
wenn die entgegen der Zahlpfeilrichtung 
flieBenden Ladungstrager positiv sind. 

1.1.2. Polarity conventions 
The voltage direction is given either: 

through an arrow, which points out from 
measuring to reference point, 
or 
through double subscript, whereby the first 
subscript is termed as the measuring point, 
the second subscript as the reference point. 

A 
---0--

1 u2 = -u1= u •• = -u •• 

----0--
B 

The numerical value of the voltage is positive, 
if the potential at the arrow tail is higher than 
at the arrow head i. e. the potential difference 
from measuring (A) to reference (8) point is 
positive. 
The numerical value of the voltage is nega­
tive, if the potential at the arrow tail is lower 
than at the arrow head i. e. the potential dif­
ference from measuring to reference point is 
negative. 

In case of alternating voltages, once the 
voltage direction is selected, it is maintained 
throughout. The alternating character of the 
quantity is given with the time dependent 
change in sign of it's numerical values. 

The current direction is given through an arrow 
head drawn on the line. 

A 12= -/1 B 
~o,__~~~,. ..... ~~---<O 

The numerical value of the current is positive, 
if the charge of the carriers moving in the 
direction of arrow is positive (conventional 
current direction) or if the charge of the car­
riers moving against this direction is negative. 

The numerical value of the current is nega­
tive, if the charge of the carriers moving in 
the direction of arrow is negative or if the 
charge of the carriers moving against this 
direction is positive. 

A3 
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Fur Wechselstri:ime wird die einmal gewahlte 
Zahlrichtung beibehalten. Der Wechselcha­
rakter des Stromes kommt durch den zeit­
lichen Wechsel des Vorzeichens seiner Zah­
lenwerte zur Geltung. 

Zahlrichtungen bei Bauelementen mit drei 
oder mehr Anschlussen 
Generell gelten folgende Festlegungen: 
Die Stromzahlpfeile weisen in Richtung auf 
das Bauelement. 
Die Spannungszahlpfeile werden so gewahlt, 
daB als Spannungsbezugspunkt die dem Ein­
gang und Ausgang gemeinsame Elektrode 
dient. 
Beispiel: NPN-Transistor in Emitter-, Basis­
und Kollektorschaltung 

's l u,. 
IUBE 

Fig. 1.3. Fig. 1.4. 

Zahlrichtungen bei Vierpolen 
Fur alle Vierpoldarstellungen gelten die im 
nachstehenden Bild festgelegten Zahlrich­
tungen: 

.!.1 

The above general rules are also valid for 
alternating quantities. Once the direction is 
selected, it is maintained throughout. The 
alternating character of the quantity is given 
with the time dependent change in sign of its 
numerical values. 
Polarity conventions for devices with three 
or more terminals 
The following rules are valid: 
Current arrows are always directed towards 
the device. 
Voltage arrows are selected according to the 
basic configuration i. e. the common electrode, 
for the input and the output, is chosen as the 
reference point. 
Example: NPN-transistor in common emitter, 
common base and common collector confi­
guration 

Uce j 's 

's IUBC 

Fig. 1.5. 

Polarity conventions for two-port network 
Here the directions are as shown in the figure. 

l.2 
Vierpol 

Two port 

Fig. 1.6. 

1.1.3. Transistor-Ersatzschaltung 
Die Eigenschaften von Transistoren lassen 
sich durch Ersatzschaltungen beschreiben, 
deren Schaltungselemente (im Gegensatz zu 
den Vierpolkoeffizienten) uber einen gri:iBe­
ren Frequenzbereich als konstant angesehen 
werden ki:innen. lhre Werte hangen ab vom 
Arbeitspunkt und von der Temperatur. 
Am weitesten verbreitet ist die Funktions­
Ersatzschaltung nach Giacoletto, mit der die 
Funktion eines Transistors bei Kleinsignal­
betrieb fUr Frequenzen J< 0, 1 ·fr recht gut 
beschrieben wird. 

A4 

1.1.3. Transistor equivalent circuit 
Transistor characteristics could be explained 
with an equivalent circuit whose circuit ele­
ments (in contrast to four-pole coefficients) 
are considered constant over a wide frequen­
cy range. These parameters are highly bias 
and temperature dependent, therefore; the 
static conditions must be known completely. 
The hybrid-n equivalent circuit developed by 
Giacolleto is a useful representation of cer­
tain transistor types, for its parameters may 
be considered to be frequency dependent 
suchasf<0.1fT 



Ctic 

rbti b !c 
b c 

y~j j •d, jy~ gtie Y~e gee 

gm£!~e 

e e 

Fig. 1.7. 

Mit 

yb'e ~·e + j . (J) • cb'e 

Yee 

und 

~·c + j . (J) • cb'c 

gee + j · w · Cce 

C~e 

erhalt man die Koeffizienten fUr die Admit­
tanzform der Vierpolgleichungen (y-Parame­
ter) in Emitterschaltung: 

1.2. Aufbau der Kurzzeichen 

Kurzzeichen fUr Strome, Spannungen und 
Leistungen 
(Nach DIN 41 785 Blatt 1) 

Bei Stromen, Spannungen und Leistungen 
wird fi.ir das Kurzzeichen selbst entweder ein 
GroBbuchstabe oder ein Kleinbuchstabe ver­
wendet, je nachdem, ob es sich um einen 
zeitlich konstanten Wert (Gleichwert, Mittel­
wert usw.) oder um einen Augenblickswert 
handelt. 

Cce 

one gets they-parameters (admittance coef­
ficients) in common emitter configuration: 

1.2. Arrangement of symbols 

Letter symbols for currents, voltages and 
powers 
(According to DIN 41 875, Sheet 1) 

For currents, voltages and powers basic letter 
symbols are used. These basic symbols are 
having either upper-case (capital) or lower­
case (small) letters. Capital basic letters are 
used for the representation of peak, mean, 
d. c. or root-mean-square values. Small basic 
letters are used for the representation of 
instantaneous values which vary with time. 
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Im Index bedeuten GroBbuchstaben Gesamt· 
werte, Kleinbuchstaben Werte von Wechsel· 
gri:iBen. Die im Index benutzten Buchstaben 
sind so festgelegt, daB aus ihnen die betref· 
fenden Anschliisse des Halbleiterbauelemen· 
tes und die MeBbedingungen zu entnehmen 
sind. 
Das Aufbau·Schema fiir die Kurzzeichen und 
lndizes geht aus der nachstehenden Tabelle 
hervor: 

Kennbuchstabe 

Kleinbuchstabe 

Augenblickswerte 
zeitlich verander· 
licher Gri:iBen 

GroBbuchstabe 

Werte zeitlich 
konstanter G ri:iBen 
(Gleichwerte, Mittel·, 
Effektiv· und 
Scheitelwerte) 

Buchstaben im Index 

Kleinbuchstaben 

Wechselwerte 
(vom arithmetischen 
Mittelwert an 
gezahlt) 

GroBbuchstaben 

Gesamtwerte 
(vom Wert Null 
an gezahlt) 

Kurzzeichen fiir Widerstande, Leitwerte, 
Vierpolkoeffizienten usw. 

Bei Widerstanden, Leitwerten, Vierpolkoeffi· 
zienten usw. werden flir das Kurzzeichen 
selbst GroBbuc.tistaben verwendet, wenn mit 
der KenngrtiBe Eigenschaften von Schaltun· 
gen beschrieben werden, von denen das be· 
treffende Halbleiterbauelement lediglich ein 
Bestandteil ist. Kleinbuchstaben werden be· 
niitzt, wenn die entsprechende KenngrtiBe 
die Eigenschaften des Bauelements selbst 
kennzeichnet. 
Diese Regeln gelten nicht fiir lnduktivitaten 
und Kapazitaten. Bei diesen Gri:iBen wird fiir 
das Kurzzeichen selbst immer ein GroBbuch· 
stabe verwendet. 
Im Index bedeuten GroBbuchstaben GroB· 
i:;ignalwerte bzw. fiir Gleichspannungsbetrieb 
giiltige Werte. Kleinbuchstaben kennzeich· 
nen Kleinsignalwerte bzw. fiir Betrieb mit 
Wechselspannung giiltige Werte. 
Wenn mehr als ein Buchstabe im Index ge· 
braucht wird (h FE· h tel. dann sind die Buch· 

A6 

In subscript (index), capital letters are used 
to represent continuous or total values where· 
as small letters are used to represent the 
varying component alone. 

The following table illustrates the application 
of the rules given above. 

Basic letter 

Lower-case 

instantaneous 
values which 
vary with time 

Upper-case 

maximum (peak), 
average (mean) 
continuous (d. c.) or 
root-mean-square 
(RMS) values 

Subscript(s) 

Lower-case 

varying component 
alone, i. e.: 
instantaneous, root· 
mean-square, 
maximum or average 
values 

Upper case 

continuous (without 
signal) or total 
(instantaneous, 
average or maxi· 
mum) values 

Letter symbols for impedance, admittances, 
four-pole parameters etc. 

In case of impedances, admittances, four· 
pole parameters etc., upper-case basic letters 
are used for the representation of external 
circuits and of circuits in which the device 
forms only a part. Lower-case basic letters 
are used for the representation of electrical 
parameters inherent in the device. 

These rules are not valid for inductances and 
capacitances. Both these quantities are de· 
noted with capital basic letters. 

In index, upper-case letters are used for the 
designation of static (d. c.) values whereas 
the lower-case letters are meant for the 
designation of small-signal values. 

If more than one subscript is used (h FE· h fe) 
then the letter symbols are either all upper· 



staben im Index entweder alle groB oder alle 
klein. 
1st der Index aus Zahlen und Buchstaben 
zusammengesetzt, dann dienen die Buchsta­
ben zur Unterscheidung von GroBsignal- und 
Kleinsignalwerten. 

GroBen, bei denen Abweichungen von den 
genannten Regeln vorkommen, sind in der 
Zusammenstellung der Kurzzeichen getrennt 
aufgefli h rt. 

Das normale Aufbau-Schema flir die Kurz­
zeichen und lndizeszeigtdiefolgendeTabelle: 

Kennbuchstabe 

Kleinbuchstaben 

Halbleiterbau­
element ohne auBere 
Schaltelemente, aus­
genommen lnduk­
tivitaten und Kapazi­
taten 

G roBbuchstaben 

Halbleiterbau­
element mit auBeren 
Schaltelementen, 
auBere Schaltung; 
alle lnduktivitaten 
und Kapazitaten 

Buchstaben im Index 

Kleinbuchstabe 

Wechselwerte 
Kleinsignalwerte 

Beispiele: 

RG 

Generatorwiderstand 

Gp 
Leistungsverstarkung 

hFE 

GroBbuchstaben 

Gleichwerte 
GroBsignalwerte 

Ko 11 ekto r-Basis-G I eichstro mverhaltn is 

'p 
Parallelwiderstand, Dampfungswiderstand 

case or all lower-case. 

If the index has numeric (single, double, etc.) 
as well as letter simbol(s) such as h 21 E or 
h 21 e• the differentiation between static or 
small-signal value is made only by subscript 
letter symbol. 
Other quantities (values) which deviate from 
the above mentioned rules are given under 
the list of letter symbols. 

The following table illustrates the application 
of the rules given above. 

Basic letter 

Lower-case Upper-case 

electrical parameters electrical parameters 
inherent in the of external circuits 
semiconductor and of circuits in 
devices except induc- which the semicon-
tances and capaci- ductor device forms 
tances only a part; all induc­

tances+capacitances 

Lower-case 

Subscript(s) 

Upper-case 

small-signal values static (d. c.) values 

Examples: 

Generator resistance 

Power gain 

DC forward current transfer ratio in common 
emitter configuration 

Parallel resistance, damping resistance 

A? 

I 



1.2.1. Beispiele fi.ir die Verwendung der Kurz­
zeichen 

nach DIN 41785 und IEC 148 

a) Transistor 

1 t 
Gesamtstrom Wechselstrom 

Total current AC value 

Fig. 1.8. 

le 

ohne Signal mit Signal 
without signal with signal 

Gleichstromwert (ohne Signal) 

lcAV 
Mittelwert des Gesamtstromes 

IcM; le 
GroBtwert des Gesamtstromes 

lcEFF 
Effektivwert des Gesamtstromes 

le; lceff 
Effektivwert des Wechselstromes 

fem; le 
Scheitelwert des Wechselstromes 

ic 
Augenblicksgesamtwert 

ic 
Augenblickswert des Wechselstromes 

Es gilt: 

I CM =I CAV +I cm 

I CEFF = yr-f-c_A_v_+_f_c_e_ff 

ic = IcAv + ic 

AB 

1.2.1. Examples of the application of the 
symbols 

according to DIN 41785 and /EC 148 

1--

D. C. value, no signal 

Average total value 

Maximum total value 

RMS total value 

RMS varying component 

Maximum varying component value 

Instantaneous total value 

Instantaneous varying component value 

It is valid: 



b) Diode 

J F 

UFsM+-----------------~ 

UFRM+----------~------.-+--...­
UFwM-t-----------,,.,. 

, ___ 

URwM+----~ 

URRM-t-----"-------+lf--L 

URsM+------------~ 

Fig. 1.9. 

UF 
DurchlaBspannung 

UR 
Sperrspannung 

UFSM 
StoBdurchlaBspannung (nicht periodisch) 

URSM 
StoBsperrspannung (nicht periodisch) 

UFRM 
Periodische SpitzendurchlaBspannung 

URRM 
Periodische Spitzensperrspannung 

UFWM 
ScheiteldurchlaBspannung 

URWM 
Scheitelsperrspannung 

Forward voltage 

Reverse voltage 

Surge forward voltage (non-repetitive) 

Surge reverse voltage (non-repetitive) 

Repetitive peak forward voltage 

Repetitive peak reverse voltage 

Crest working forward voltage 

Crest working reverse voltage 

I 
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1.2.2. Die Symbole und deren Erklarung 

AQL 
Annehmbare Qualitatslage, siehe Kap.3. 

B,b 
Basis, BasisanschluB 

C, c 
Kollektor, KollektoranschluB 

c 
Kapazitaten 
Aus der Transistor-Ersatzschaltung (Abschnitt 
1.1.3.) ist zu erkennen, daB im lnnern eines 
Transistors mehrere Kapazitaten wirksam 
sind. Zusatzlich treten noch durch die Zulei­
tungen zum Transistorelement gegebene Ka­
pazitaten auf. Fiir die Anwendung der Tran­
sistoren spielen die Kapazitaten im allgemei­
nen erst bei hoheren Frequenzen eine Rolle. 
Dabei sind allerdings nicht die Kapazitaten 
der Ersatzschaltung interessant, sondern die 
im Betrieb wirksamen Kapazitaten. Diese !as­
sen sich am besten mit den y-Koeffizienten 
erfassen: 

Ci 
Die KurzschluB-Eingangskapazitat C 11 = Ci 
(manchmal kurz ,,Eingangskapazitat" ge­
nannt) ist der durch den Faktor U · w) dividierte 
lmaginarteil der KurzschluB-Eingangsadmit­
tanzy 11 =Ji. 
Je nach verwendeter Grundschaltung wird 
dem Kurzzeichen der betreffenden Kapazitat 
im Index ein e, b oder c angehangt. 

Cib 
KurzschluB-Eingangskapazitat in Basisschal­
tung 

1 
C 11b = Cib = Jw ·Im (yibl 

Cie 
KurzschluB-Eingangskapazitat in Emitter­
schaltung 

1 
C11e = Cie = JW. Im (yiel 

Co 
Die KurzschluB-Ausgangskapazitat (manch­
mal kurz ,,Ausgangskapazitat" genannt) ist 
der durch den Faktor U · w) dividierte lmaginar­
teil der KurzschluB-Ausgangsadmittanz 

Y22 =Yo· C22 = Co. 

A10 

1.2.2. Symbols and terminology 

Acceptable Quality Level, see section 3. 

Base, base terminal 

Collector, collector terminal 

Capacitances 
From the transistor equivalent circuit (1.1.3.) 
one can notice different capacitances in a 
transistor. In addition, there are capacitances 
between terminals, inside as well as outside 
the case. All these capacitances play an active 
role first at high frequencies. Here the actual 
operating capacitances are important, but not 
the equivalent circuit capacitances. They can 
be best explained with y-coefficients: 

Short-circuit input capacitance C 11 = Ci· 
It is an imaginary part of short-circuit input 
admittance y 11 (= y i> divided by a factor jw. 

The values of capacitances are circuit con­
figuration dependent; therefore, a further sub­
script e, b or c is added with the concerned 
capacitance to designate the orientation. 

Short circuit input capacitance in common 
base configuration. 

Short circuit input capacitance in common 
emitter configuration. 

Short-circuit output-capacitance 
It is an imaginary part of short-circuit output 
admittance y 22 = y 0 , divided by a factor 
(j. w), C22 =Co. 



Cob 
KurzschluB-Ausgangskapazitiit in Basisschal­
tung 

1 
C22b =Cob= )6) ·Im (yob> 

Coe 
KurzschluB-Ausgangskapazitiit in Emitter­
schaltung 

1 
C22e = Coe= )6) ·Im (yoe> 

Cur 
Die Ruckwirkungskapazitiit ist der durch den 
Faktor (-j · w) dividierte lmaginiirteil der Ruck­
wiirtssteilheit Y 12 =yr, Cur= -C12 =-Cr· 

Curb 
Ruckwirkungskapazitiit in Basisschaltung 
(= -Crb) 

1 
-C 12b =Curb=~· Im (yrbl 

Cure 
Ruckwirkungskapazitiit in Emitterschaltung 
(= -Crel 

1 
-c 12e =Cure=~· Im (yre> 

Neben diesen mit den y-Koeffizienten festge­
legten Kapazitiiten gibt es in den Datenbliit­
tern noch Kapazitiitsangaben, die auf einer 
direkten Kapazitiitsmessung beruhen: 

Ccso 
Die Kapazitiit, die zwischen Kollektor und 
Basis bei nicht angeschlossenem Emitter und 
anliegender Kollektor-Basis-Sperrspannung 
meBbar ist, wird als Kollektor-Basis-Kapazitiit 
bezeichnet. 

Es giltder Zusammenhang 

Ccso"" Coe"" Cob 

CEBO 
Die Kapazitiit, die zwischen Emitter und Basis 
bei nicht angeschlossenem Kollektor und an­
liegender Emitter-Basis-Sperrspannung meB­
bar ist, wird als Emitter-Basis-Kapazitiit be­
zeichnet. 

Short circuit output capacitance in common 
base configuration. 

Short circuit output capacitance in common 
emitter configuration. 

Short-circuit reverse transfer capacitance 
is an imaginary part of short-circuit reverse 
transfer admittance y 12 = yr• divided by a 
factor (-j · w), C iir = -C 12 = -Cr· 

Feedback capacitance in common base con- I 
figuration(= -C rb) 

Feedback capacitance in common emitter 
configuration(= -C re) 

There are additional capacitances given in 
data sheets. These are the result of direct 
measurements, given below: 

Capacitance between collector and base 
having open emitter. It can be measured by 
applying reverse bias to its terminals. 

The following relationship is also valid: 

(Different configurations, but approximately 
the same values) 

Capacitance between emitter and base having 
open collector. Measurement is made by 
applying reverse bias to its terminals. 
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Es gilt der Zusammenhang: 

wobei Cie bzw. Coe ebenfalls fiir die an­
liegende Emitter-Basis-Sperrspannung gelten. 

CL 
Lastkapazitiit 

Cp 
Parallelkapazitiit, 
Gehiiusekapazitiit 

d1M 
lntermodulationsabstand 

E,e 
Emitter 

F 
RauschmaB, Rauschzahl 

Die Rauschzahl ist der fiir eine gegebene 
Frequenz und eine gegebene Bandbreite gel­
tende Quotient aus der vom Transistor an 
den Lastwiderstand abgegebenen Rausch­
leistung p 2 und der mit der Leistungsverstiir­
kung GP multiplizierten Eingangsrauschlei­
stung p 1· Die Eingangsrauschleistung stammt 
von dem auf Rauschbezugstemperatur 
(T0 = 290 K) befindlichen Ausgangswider­
stand des Signalgenerators 

F = ____!!_J:_ 
Gp· P1 

Wird dieses Verhiiltnis in dB angegeben, dann 
erhiilt man das RauschmaB: 

F P2 
- = 10·1g ---
dB Gp"P1 

Rauschzahl oder RauschmaB werden fiir 
einen bestimmten Arbeitspunkt, fiir einen 
bestimmten Generatorwiderstand, bei einer 
bestimmten Frequenz oder fiir einen Fre­
quenzbereich angegeben. 

f 
Frequenz 

Fe 
MischrauschmaB 

Jg 
Grenzfrequenz 

fhfe 
hfe-Grenzfrequenz 
(13-G renzfrequenz, fB) 

A 12 

The following relationship is also valid: 

(Different configurations, but approximately 

the same values) 

Load capacitance 

Parallel capacitance, 
Case capacitance 

Signal-to-intermodulation ratio 

Emitter 

Noise figure 

For a given frequency and bandwidth, the 
noise figure is the ratio of the total noise 
power, p 2• delivered to the output termination, 
to the portion <Gp · P1) thereof contributed 
by the input power, P1• given from the signal 
source whose noise temperature is standard 
(T0 = 290 K) at all frequencies. 

If this ratio is given in decibel, then we have: 

Noise figure is given for a specified opera­
ting point, specified generator (source) resi­
stance and specified frequency or frequency 
range. 

Frequency 

Noise figure for mixer 

Cut-off frequency 

hfe-cut-off frequency 
(/3-cut-off frequency, fB) 



Frequenz, bei der die KurzschluBstromver­
stiirkung h fe des Transistors in Emitterschal­
tung auf das 0,707-fache des fUr f = 1 kHz 
geltenden Wertes gesunken ist. 

f1M 
Intermodulation sfrequenz 

!max 
Maximale Schwingfrequenz 

Frequenz, bei der die Leistungsverstiirkung 
des Transistors fUr beidseitige Leistungsan­
passung den Wert 1 annimmt. 

fr 
Transitfrequenz 

Produkt aus dem Betrag der KurzschluB­

Stromverstiirkung h fe und der MeBfrequenz 
fM, bei der hte gemessen wird. Die MeB­
frequenz ist so gewiihlt, daB sie in einem 
Bereich liegt, in dem der Betrag der Strom­

verstiirkung mit ca. 6 db/Oktave abnimmt. 
Die zugehorige Kreisfrequenz wr = 2 · n ·fr 
ist definiert als der Reziprokwert der mittleren 
Laufzeit (transit time) der Minoritiitstriiger 
durch die Basiszone. 

g 
Leitwert 

GG 
Generatorleitwert 

gi 
Ku rzsch I u B-Ei n gangsleitwert 

gib 
KurzschluB-Eingangs-Leitwert in 
Basisschaltung 

gib = Re (yibl 

gie 
KurzschluB-Eingangs-Leitwert in 
Emitterschaltung 

gie = Re (yiel 

go 
Ku rzsch I u B-Ausgan gsleitwert 

gob 
KurzschluB-Ausgangs-Leitwert in 
Basisschaltung 
gob = Re (yobl 

goe 
KurzschluB-Ausgangs-Leitwert in 
Emitterschaltu ng 

goe = Re (yoel 

The frequency at which the modulus of cur­
rent amplification factor (hfe) has decreased 
to 0. 707 times its low frequency (1 kHz) value. 

Intermodulation frequency 

Maximum frequency of oscillation 

Frequency, by which the power gain of a 
transistor due to double matching assumes 
the value of one. 

Gain bandwidth product, 
transistion frequency 

The product of the modulus of the common-

emitter small-signal short-circuit forward cur- I 
rent transfer ratio, and the frequency of 
measurement fM, this frequency being so 
chosen that h fe is decreasing at a slope of 
approximately 6 dB per octave. 
The associated angular frequency 
wr = 2 · n ·fr is defined as the reciprocal 
value of transit time of minority carriers through 
the base region. 

Conductance 

Generator conductance 

Short circuit input conductance 

Input conductance in common base 
configuration, short circuit at output 

gib =Re (Yib) 

Input conductance in common emitter 
configuration, short circuit at output 

gie =Re (YieJ 

Short circuit output conductance 

Output conductance in common base 
configuration, short circuit at input 

gob =Re (Yob) 

Output conductance in common 
emitter configuration short circuit at input 

goe =Re (Yoe) 
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Gpb 
Leistungsverstiirkung in Basisschaltung 

Gpe 
Leistungsverstiirkung in Emitterschaltung 

gr 
KurzschluB-Riickwirkungsleitwert 

hFE 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis (B) 

Verhiiltnis des Kollektorstromes le zum 
Basisstrom ls bei bestimmten Werten der 
Kollektor-Emitter-Spannung U CE und des 
Kollektorstromes le. 
Fiir diese KenngrtiBe wird auch das Kurz­
zeichen B verwendet. 

h 
Die Hybridmatrix ist ein Anordnungsschema 
der h-Koeffizienten 

h = 

Die Koeffizienten der Hybrid (h)-Matrix war­
den iiblicherweise nur fiir Niederfrequenz 
beniitzt. Sie gelten jeweils fiir einen be­
stimmten Arbeitspunkt und eine bestimmte 
Frequenz. Diese Frequenz ist iiblicherweise 
1 kHz, so daB die entsprechenden h-Koeffi­
zienten reelle Werte haben. 
Aus den (reellen) h-Koeffizienten lassen sich 
folgende BetriebsgrtiBen ableiten: 

Fig. 1.10. 

Stromverstiirkung 

!2 h21·GL 
A· = -- = 

I !1 h22+GL 

Spannungsverstiirkung 

!h -h21 
Au= Q"1 = h11(h22+GL)-h12·h21 

Eingangswiderstand 

Q"1 h12·h21 
'in = -- = h11 - -'-=--=-'-

! 1 h22+ GL 
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Power gain in common base configuration 

Power gain in common emitter configuration 

Short circuit reverse conductance 

DC forward current transfer ratio in common 
emitter configuration 

It is the ratio of the collector current, l c to 
the base current, l B· for specified values of 

UcEand le. 

It is also denoted by symbol B. 

Hybrid matrix is an arrangement of h-para­
meters given as follows: 

h-parameters are used mostly in AF range. 
They are valid only for a specified operating 
point and frequency. Usually this frequency 
is 1 kHz and the corresponding h-parameters 
are having real values. 

The following electrical characteristics can be 
calculated from the above mentioned para­
meters. 

Current amplification 

Voltage amplification 

Input resistance 



Ausgangsleitwert 

l2 
gout = -- = h22 

!!2 

Leistungsverstarkung 

Pout 
= -.- = GL. rin · IAuJ2 

Pin 

Output conductance 

Power gain 

h 21 2 
= GL . ----------------

[h 11 (h22+GL)-h12h21J ·(h22+GL) 

Die h-Koetfizienten ( h-Parameter) sind die 
Koeffizienten der Vierpolgleichungen in Hy­
bridtorm: 

hi 
KurzschluB-Eingangsimpedanz 

hi= h11 = (!!1) 
!1 !!2=0 

Je nach verwendeter Grundschaltung wird 
den Kurzzeichen der h-Koetfizienten im Index 
ein e, b oder c angehangt. 

hib 
KurzschluB-Eingangswiderstand in 
Basisschaltung (Kleinsignalwert) 

hie 
KurzschluB-Eingangswiderstand in 
Emitterschaltung (Kleinsignalwert) 

hr 
Leerlaut-SpannungsrUckwirkung 

hr = h12 = (!!1) 
!!2!1=0 

hrb 
Leerlaut-SpannungsrUckwirkung in 
Basisschaltung (Kleinsignalwert) 

hre 
Leerlaut-SpannungsrUckwirkung in 
Emitterschaltung (Kleinsignalwert) 

ht 
KurzschluB-Stromverstarkung 

ht = h21 = -( !2) 
! 1 r!2 = 0 

h-parameters are the coefficients of equa­
tions of two-port network given in hybrid 
form: 

Short circuit input impedance 

Parameter values are circuit configuration de­
pendent; therefore, a further subscript e, b or 
c is used to identify the circuit configuration. 

Short circuit input resistance in common base 
configuration (small signal value) 

Short circuit input resistance in common 
emitter configuration (small signal value) 

Open circuit reverse voltage transfer ratio 

Open circuit reverse voltage transfer 
ratio in common base configuration 
(small signal value) 

Open circuit reverse voltage transfer 
ratio in common emitter configuration 
(small signal value) 

Short circuit forward current transfer ratio 
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htb 
KurzschluB-Stromverstarkung in 
Basisschaltung (Kleinsignalwert) 

hte 
KurzschluB-Stromverstarkung in 
Emitterschaltung (Kleinsignalwert) 

Verhaltnis des Kollektorwechselstromes ic 
zum Basiswechselstrom i b bei wechselstrom­
maBigem KurzschluB zwischen Kollektor und 
Emitter und kleiner Ansteuerung. 
FUr diese KenngriiBe wird auch das Kurz­
zeichen jJ verwendet. 
Die KurzschluBstromverstarkung wird mei­
stens bei 1 kHz und einem im Datenblatt an­
gegebenen Arbeitspunkt gemessen. 

ho 
Leerlauf-Ausgangsadmittanz 

ho = h22 = ( fa) 
lj 22 J 1 = 0 

hob 
Leerlauf-Ausgangsleitwert in 
Basisschaltung (Kleinsignalwert) 

hoe 
Leerlauf-Ausgangsleitwert in 
Emitterschaltung (Kleinsignalwert) 

ls 
Basis-Gleichstrom 

IBM 
Basis-Spitzenstrom 

Is1 
Steuerstrom, Basis 1-Strom - UJT 

Is2 
Ausraumstrom, Basis 2-Strom - UJT 
Der Uber den Basis 2-AnschluB flieBende 
Strom. 

le 
Kol I ekto rg leichstrom 
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Short circuit forward current transfer 
ratio in common base configuration 
(small signal value) 

Short circuit forward current transfer 
ratio in common emitter configuration 
(small signal value) 

It is the ratio of the alternating collector cur­
rent, ic, to the alternating base current, ib, 
for small-signal with output being short-cir­
cuited to a. c. 
It is also known asjJ. 

In technical data sheet this parameter is given 
with 1 kHz sine wave for a specified operating 
point. This quantity is also known as current 
amplification factor. 

Open circuit output admittance 

Open circuit output conductance in 
common base configuration 
(small signal value) 

Open circuit output conductance in 
common emitter configuration 
(small signal value) 

DC base current 

Peak base current 

Control current, base-one current - UJT 

On-Off base current, base-two current - UJT 
Current which flows through the base-two 
terminal. 

DC collector current 



IcBo 
Kollektorstrom bei offenem Emitter 

Ein Reststrom ist der in einer Transistorzu­
leitung flieBende Strom bei Anliegen einer 
Sperrspannung an dem betreffenden An­
schluB und einem weiteren AnschluB. Die 
Beschaltung des dritten AnschluB wird an­
gegeben. 

Kollektor-(Basis-)Reststrom I CBO und Kollek­
tor-Basis-Sperrspannung U CBO bei offenem 
Emitter (IE ~ 0) 

Fig. 1 .11. 

lcEO 
Kollektorstrom bei oftener Basis 

Kollektor-(Emitter-)Reststrom I CEO und Kol­
lektor-Emitter-Sperrspannung U CEO bei 
oftener Basis (I B = 0) 

Fig. 1.12. 

lcER 
Kollektorstrom mil einem Widerstand R BE 
zwischen Emitter und Basis 

Kollektor-(Emitter-)Reststrom I CER und Kol­
lektor-Emitter-Sperrspannung U CER mit ei­
nem Widerstand zwischen Basis und Emitter. 
Bei der Angabe van U CER bzw. I CER ist in den 
Datenblattern der dazu gehorende Wert van 
R BE angefUhrt. Bei groBeren Werten van R BE 
gilt die Sperrspannung U CEO bzw. der Rest­

strom l cEO· 

Fig.1.13. 

Collector cut-off current, with open emitter 

Cut-off current is the reverse current flowing 
through the junction(s) (base-emitter or 
base-collector) of a transistor by applying 
reverse bias across its terminals, the third 
terminal being open circuited or otherwise 
specified. It is also known as leakage current. 

Collector-base cut-off current, I cao. and col­
lector-base voltage, U cao. with open emitter 
i.e. IE= 0 

1cso 

Collector cut-off current, with open base 

Collector-emitter cut-off current, I CEO· and 
collector-emitter voltage, U CEO· with open 
base i. e. I a = 0 

Collector cut-off current, with a resistor Raf 
connected between base and emitter 

Collector-emitter cut-off current, I CER· and 
collector-emitter voltage, UcER· having resi­
stance connected between base and emitter. 
The appropriate value of RaE referring to 
U CER and I CER is also given in technical data 
sheet. For higher values of Raf, the values of 

U CEO and I CEO are valid. 
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ICES 
Kollektorreststrom bei KurzschluB 
Basis-Emitter 

Kollektor-Reststrom ICES= I CBS und Kollek­
tor-Emitter-Sperrspannung U CES bzw. Kol­
lektor-Basis-Sperrspannung U CBS bei Kurz­
schluB zwischen Basis und Emitter. 

Fig. 1.14. 

lcEV 
Kollektorreststrom bei gesperrter 
Emitterdiode 

Kollektor-(Emitter-)Reststrom I CEV und Kol­
lektor-Emitter-Sperrspannung U CEV bei ge­
sperrter Emitterdiode, d. h. Vorspannung in 
Sperrichtung zwischen Basis und Emitter. 

+ 

Fig. 1.15. 

lcEX 
Kollektorreststrom bei in FluBrichtung vor­
gespannter Emitterdiode 

Kollektor-(Emitter-)Reststrom I CEX bei in 
FluBrichtung vorgespannter Emitterdiode. 

Der Wert der Basis-Emitter-Spannung UBE 
ist so gewii.hlt, daB kein nennenswerter Basis­
strom flieBt. 

Fig. 1.16. 
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Collector cut-off current, short circuit between 
base and emitter 

Collector cut-off current, ICES = I CBS· and 
collector-emitter voltage, U CES = U CBS· with 
base emitter short-circuited. 

+ 

Collector cut-off current with reverse 
base emitter voltage 

Collector-emitter cut-off current, I CEV· and 
collector-emitter voltage, U CEV· when the 
applied voltage between base and emitter is 
reverse biased. 

Collector cut-off current with forward 
base-emitter voltage 

Collector-emitter cut-off current, I CEX• when 
the applied voltage between base and emitter 
is forward biased. 
The value of base-emitter voltage, UBE· is so 
selected that no appreciable base current 
flows. 



lcM 
Kollektor-Spitzengleichstrom 

Scheitelwert des Kollektorstromes bei sinus­
fi:irmigem Betrieb tur eine Betriebsfrequenz 
f?. 25 Hz bzw. bei nicht sinusfi:irmigem Be­
trieb tur eine lmpulsfolgefrequenz f?. 25 Hz 
und fi.ir ein Tastverhii.ltnis lp/Tc50,5. 

IE 
Emitterstrom 

IEBO 
Emitterreststrom bei offenem Kollektor 

Emitter-(basis-)Reststrom l EBO und Kollek­
tor-Basis-Sperrspannung U EBO bei offenem 
Kollektor (! c = 0) 

Fig. 1.17. 

IEB10 
Emitter-Sperrstrom - UJT 
Emitterstrom bei anliegender Emittersperr­
spannung -U EB1 und nicht angeschlossener 
Basis 1 

IF 
DurchlaBstrom - UJT 
Emitterstrom bei Betrieb im Sii.ttigungsbereich 
(Emitterstrom groBer als der Talstrom). 

11 
Eingangsstrom 

lk 
KurzschluBstrom 

Ip 
Hockerstrom - UJT 
Emitterstrom bei der Hockerspannung. 

Io 
Ausgangsstrom 

Is 
Speisestrom, Versorgungsstrom 

Iv 
Talstrom - UJT 
Emitterstrom bei der Talspannung. 

DC collector peak current 

It is the maximum collector current with sine 
wave operation, f?. 25 Hz or pulse opera­
tion, f?. 25 Hz having duty cycle tp!T"°' 0.5. 

Emitter current 

Emitter cut-off current, with open collector 

Emitter-base cut-off current, l EBO· and emit­
ter-base voltage, U EBO• with open collector 
i.e. lc = o 

Emitter reverse current - UJT 
Emitter current flow due to reverse voltage, 

- UEB1· having base-two open. 

Forward current - UJT 
Emitter current which flows when the device 
is in saturation region (IE> Iv). 

Input current 

Short circuit current 

Peak point current - UJT 
Emitter current corresponding to peak point 
voltage. 

Output current 

Supply current 

Valley point current - UJT 
Emitter current corresponding to valley point 
voltage. 

A19 

I 



K 
Kelvin 

Lange, AnschluBdrahtlange 

Ls 
Serieninduktivitat 

MA 
Anzugsdrehmoment 

m 
Modulationsgrad 

p 

Lei stung 

P1 
Eingangsleistung 

Pq,PQ 
Ausgangsleistung 

Ptot 
Gesamtverlustleistung 

lnnerhalb des Arbeitsbereiches, der durch die 
maximal zulassigen Strome und Spannungen 
und dem absoluten Grenzwert der Verlust­
leistung festgelegt ist, wird die zulassige Ver­
lustleistung Ptot max durch die maximal zu­
lassige Sperrschichttemperatur tjmax• die im 
Betrieb maximal auftretende Umgebungstem­
peratur tamb bzw. Gehausetemperatur tease 
und den Warmewiderstand RthJA bzw. RthJC 
mit folgenden Gleichungen festgelegt: 

1jmax- lamb 
Ptot max (amb) = 

RthJA 

t jmax - t case 
bzw. Ptot max (case) 

RthJC 

In alien anderen Fallen gilt als Begrenzung 
tur die Verlustleistung der in den Datenblat­
tern angegebene erlaubte Arbeitsbereich 
(siehe Abschnitt 3.4.). 

Py 
Verlustleistung, allgemein 

'BB 
lnterbasiswiderstand 
Widerstand des Halbleitermaterials zwischen 
Basis 1 und Basis 2. 

'bb 
Basisbahnwiderstand 

RBE 
Widerstand zwischen Basis und Emitter 
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Kelvin 

Length, connecting lead length 

Series inductance 

Tightening torque 

Degree of modulation 

Power 

Input power 

Output power 

Total power dissipation 

It is the dispersion of the heat generated 
within a device when a current flows through 
it. The allowable power dissipation, Ptot max• 
which is specified under absolute maximum 
ratings is a function of ljmax• lamb· RthJA and 
RthJC given as follows: 

In addition, power dissipation is limited in 
certain cases through safe operating area 
given in data sheet (see 3.4.). 

Power dissipation, general 

lnterbase resistance 
Resistance of a semiconductor bar measured 
between base-one and base-two. 

Base intrinsic resistance 

Resistance connected between base and 
emitter 



'F 
Gleichstrom-DurchlaBwiderstand 

'f 
Differentieller DurchlaBwiderstand 

RG 
Generatorwiderstand 

'i 
Eingangswiderstand 

RL 
Lastwiderstand 

'p 
Parallelwiderstand, Diimpfungswiderstand 

'q 
Ausgangswiderstand 

RthJA 
Wiirmewiderstand zwischen Sperrschicht 
und Umgebung 

RthJC 
Wiirmewiderstand zwischen Sperrschicht 
und Gehiiuse 

s 
Stehwellenverhiiltnis 

T 
Periodendauer 

T 
Absolute Temperatur, Kelvintemperatur 

OK= -273,15°C 

Einheit: K (Kelvin) 

Zeit 

Temperatur, Celsiustemperatur 
Einheit: °C 

1amb 
Umgebungstemperatur 

Bei merklicher Eigenerwiirmung des Bauele­
mentes: 
Temperatur der Umgebungsluft unterhalb 
des Bauelements im thermischen Gleichge­
wicht. 

Bei unmerklicher Eigenerwiirmung des Bau­
elements: 
Temperatur der Umgebungsluft in unmittel­
barer Umgebung des Halbleiterbauelements. 

DC forward resistance 

Differential forward resistance 

Generator resistance 

Input resistance 

Load resistance 

Parallel resistance, Damping resistance 

Output resistance 

Thermal resistance, junction-ambient 

Thermal resistance, junction-case 

Standing wave ratio (SWR) 

Period 

Absolute Temperature, Kelvin temperature 

Unit: K (Kelvin) 

Time 

Temperature, measured in centigrade 
Unit: °C 

Ambient temperature 

If self-heating is significant: 

Temperature of the surrounding air below 
the device, under conditions of thermal 
equilibrium. 

If self-heating is insignificant: 

Air temperature in the immediate surroundings 
of the device. 
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lamb 
Umgebungstemperaturbereich 
Bei den absoluten Grenzdaten der zulassige 
Bereich der Umgebungstemperatur. 

lease 
Gehausetemperatur 
Temperatur an einer definierten Stelle der 
Gehauseoberflache des Bauelementes im 
thermischen Gleichgewicht. 
Falls nichtanders angegeben giltalsGehause­
temperatur bei Bauelementen im Metallge­
hause die Temperatur der Grundflache des 
Gehauses. 

ld 
Verzi:igerungszeit, siehe Schaltzeiten 
Kap. 1.2.3. 

lf 
Abfallzeit, siehe Schaltzeiten Kap. 1.2.3. 

lfr 
Vorwartserholzeit 
(DurchlaBverzi:igerungszeit) 

lj 
Sperrschichttemperatur 
Raumlicher Mittelwert der Temperatur, den 
die Sperrschicht im Betrieb aufweist. Bei 
Transistoren handelt es sich im wesentlichen 
um die Temperatur der Kollektorsperrschicht, 
da deren Eigenerwarmung am gri:iBten ist. 

TK 
Temperaturkoeffizient 
Quotient aus der relativen Anderung einer 
elektrischen GrbBe und der verursachenden 
Temperaturanderung At bei son st konstanten 
Betriebsbedingungen. 

tL 
Temperatur der AnschluBdrahte in der Halte­
rung im Abstand /vom Gehause 

toff 
Ausschaltzeit, siehe Schaltzeiten, 
Kap. 1.2.3. 

Ion 
Einschaltzeit, siehe Schaltzeiten, 
Kap. 1.2.3. 

Ip 
lmpulsdauer 

~ 
T 
Tastverhaltnis 
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Ambient temperature range 
As an absolute maximum rating: 
The maximum permissible ambient tempera­
ture range. 

Case temperature 
The temperature measured at a specified point 
on the case of a semiconductor device. 

Unless otherwise stated, this temperature is 
given as the temperature of the mounting base 
for transistors with metal can. 

Delay time, see section 1.2.3. 

Fall time, see section 1.2.3. 

Forward recovery time 

Junction temperature 
It is the spatial mean value of temperature 
which the junction has acquired during opera­
tion. In case of transistors, it is mainly the 
temperature of collector junction because its 
inherent temperature is maximum. 

Temperature coefficient 
The ratio of the relative change of an electrical 
quantity to the change in temperature (Lit) 
which causes it, under otherwise constant 
operating conditions. 

Connecting lead temperature in holder at a 
distance I from case 

Turn-off time, see section 1.2.3. 

Turn-on time, see section 1.2.3. 

Pulse duration 

Duty cycle 



tr 
Anstiegszeit, siehe Schaltzeiten, 
Kap. 1.2.3. 

trr 
RUckerholzeit 
(Sperrverzogerungszeit) 

ts 
Speicherzeit, siehe Schaltzeiten, 
Kap. 1.2.3. 

tsd 
Lottemperatur 
Maximal zulassige Temperatur beim Loten 
mit definiertem Abstand vom Gehause und 
festgelegter Dauer. Siehe auch Kap. 2.2. 

tstg 
Lagerungstemperaturbereich 
Temperaturbereich, bei dem ein Bauelement, 
das keiner elektrischen Beanspruchung un­
terworfen ist, gelagert und/oder transportiert 
werden kann, ohne Schaden zu nehmen. 

UBB 
Basisspeisespannung 
(Basisvorsorgespannung) 

UB2B1 
lnterbasisspannung - UJT 
Spannung an der Basis 2 gemessen gegen 
die Basis 1. 

UB1E 
Emitter-Basis 1-Sperrspannung, Emittersperr-
spannung UB1E = -UEB1 - UJT 
Spannung zwischen Emitter und Basis 1, die 
so gepolt ist, daB die Basis 1 positiv gegen 
den Emitter ist. Falls nicht anders angegeben, 
ist die Basis 2 offen gelassen. 

UBE 
Basis-Emitterspannung 

UBEsat 
Basis-Sattig ungsspan nu ng 

Die Basis (-Emitter-) Sattigungsspannung 
UBEsat ist die Basis-Emitter-Spannung, die 
zur Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
U CEsat gehort. 

Rise time, see section 1.2.3. 

Reverse recovery time 

Storage time, see section 1.2.3. 

Soldering temperature 
Maximum allowable temperature for soldering 
with specified distance from case and its 
duration. Refer to section 2.2. 

Storage temperature range 

The temperature range at which the device I 
may be stored or transported without any 
applied voltage. 

Base supply voltage 

lnterbase voltage - UJT 
Voltage measured between base-two and 
base one. 

Emitter base-one reverse voltage, emitter 

reverse voltage U B1 E = -U EB1 - UJT 
Voltage between base-one and emitter, having 
base-two open unless otherwise stated. 

Base-emitter voltage 

Base saturation voltage 

The base-emitter saturation voltage UBEsat 
is the base-emitter voltage which belongs to 
the collector-emitter saturation voltage 

UcEsat. 
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U(BR) 
Durchbruchspannung 
Spannung in Sperrichtung, von der ab eine 
geringe Spannungserhi:ihung einen steilen 
Anstieg des Sperrstromes hervorruft. Sie 
wird angegeben als Spannung bei einem 
bestimmten, in den Datenblattern vermerkten 
Wert des Sperrstromes. 

Beim UJT: Aus der Emitter-Basis 1-Sperrspan­

nung -UEB 1 = Us 1 E folgende Emitter-Basis 1-
Durchbruchspannung U(BR)B 1 E· 

U(BR)CBO 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung, 
Emitter nicht angeschlossen 

U(BR)CEO 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung, 
Basis nicht angeschlossen 

U(BR)EBO 
Emitter~Basis-Durchbruchspannung, 

Kollektor nicht angeschlossen 

U(BR)ECO 
Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung, 
Basis nicht angeschlossen 

Ucs 
Kollektor-Basisspannung 

Ucso 
Kol le ktor-Basis-S perrspan nu ng, 
Emitter nicht angeschlossen 
Allgemein bezeichnet man bei Transistoren 
eine an zwei AnschlUsse gelegte Spannung 

als Sperrspannung, wenn diese so gepolt ist, 
daB die betreffende Sperrschicht in Sperr­
richtung betrieben wird. Dabei wird die Be­
schaltung des dritten Anschlusses getrennt 
angegeben. 

Ucc 
Kollektorversorgungsspannung 

UcE 
Kollektor-Emitter-Spannung 

ucrn 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, 
Basis nicht angeschlossen 

UcER 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
bei einem Widerstand RsE zwischen 
Basis und Emitter 

UcES 
Ko II ekto r-Em itter-Spe rrspan nu ng 
bei KurzschluB Basis-Emitter 
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Breakdown voltage 
Reverse voltage at which a small increase 
in voltage results in a sharp rise of reverse 
current. It is given in technical data sheet 
for a specified current. 

UJT: Emitter base-one breakdown voltage, 
U(BR)B1 E· derived from emitter base-one re­
verse voltage, -UEB1 = UB1F 

Breakdown voltage, collector-base, 
open emitter. 

Breakdown voltage, collector-emitter, 
open base. 

Breakdown voltage, emitter-base, 
open collector. 

Breakdown voltage, emitter-collector, 
open base. 

Collector-base voltage 

Collector-base voltage, open emitter. 

Generally reverse biasing is the voltage app­
lied to any of two terminals of a transistor in 
such a way that one of the junction operates 
in reverse direction, whereas the third terminal 
(second junction) is specified separately. 

Collector supply voltage 

Collector-emitter voltage 

Collector-emitter voltage, open base. 

Collector-emitter voltage with 
a resistor RBE connected between 
base and emitter 

Collector-emitter voltage, short circuit 
between base and emitter 



UcEsat 
Kollektor-Emitter-Sattigu ngsspan nun g 
Die Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 

UcEsat ist als die Kollektor-Emitter-Spannung 
an der Obersteuerungsgrenze fUr einen be­
stimmten Kollektorstrom le definiert. 

UcEsat wird angegeben 
a) als Kollektor-Emitterspannung, bei der die 

Kollektor-Sasisspannung fUr einen be­
stimmten Wert des Kollektorstromes den 
Wert Null annimmt. 

t 

Saturation voltage, collector-emitter 
Collector saturation voltage is the d. c. voltage 
between collector and emitter for specified 
saturation conditions. 

Saturation voltage UcEsat is given: 
a) for a specified value of le. where the base 

emitter voltage equals the collector-emit­
ter voltage, i. e. Uca = O. 

uca=o 

gegeben Ic-1-~t--~~~~~~~~~~­
given 

Fig.1.18. 

b) fUr einen bestimmten Kollektorstrom le 
und einen bestimmten Sasisstrom ls. wo­
bei der dazu gehi:irende Kennlinienpunkt 
unter Serl.icksichtigung der Exemplar­
streuungen mit Sicherheit im Obersteue­
rungsbereich liegt. 

t 

UcEsat 

b) for a specified value of le and Ia. where 
the operating point lies in saturation region 

i. e. UcE < Uca· 

,,,_~~~~~~~~-Is gegeben 
gegeben fc---11----1--.- given 

given 

Fig. 1.19. UcEsat 
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c) bei einem Kollektorstrom le fi.ir eine Kenn­
linie mit /B = konst., die durch den Kenn­
linienpunkt le' = K · le (z. B. K = 1,1) 
bei einer bestimmten Kollektor-Emitter­
Spannung (z. B. UeE = 1 V) geht. 

c) for a specified value of Jc on the charac­
teristic curve with Ia = const. which inter­
sects the curve point le' = K · Jc (K = 1.1) 
and a specified value of collector-emitter 
voltage (UcE = 1 V). 

-t~t-~-:;;i1,.-~~~~~~~~18 gegeben 

gegeben 
given 

given 

Fig. 1.20. Uce = 1 v Uce ----. 
UcEsat 

UeEV 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
bei gesperrter Emitterdiode 

UEB1 
Emitter-Basis 1-Spannung - UJT 
Spannung am Emitter, 
gemessen gegen Basis 1. 

UEBQ 
Emitter-Basis-Sperrspannung 
bei offenem Kollektor 

UEB1sat 
Emitter-Basis-Sattigungsspannung - UJT 
Emitterspannung im Sattigungsbereich. 
Andere Bezeichnung fi.ir DurchlaBspannung. 

UF 
DurchlaBspannung - UJT 
Emitter-Basis 1-Spannung, die von einem 
DurchlaBstrom verursacht wird. 

UHF 
Hochfrequenzspannung, Effektivwert 

UHF 
Hochfrequenzspannung, Scheitelwert 

Un 
Rauschspannung, Effektivwert 

Up 
Hiickerspannung - UJT 
Maximalwert der Emitter-Basis 1-Spannung 
im Arbeitsbereich der betreffenden Bau­
elemente 
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Collector-emitter voltage, with reverse base 
emitter voltage 

Emitter base-one voltage - UJT 
Voltage measured between emitter and base­
one. It is a/so known as emitter voltage. 

Emitter-base voltage, with open collector 

Emitter base-one saturation voltage - UJT 
Voltage between emitter and base-one when 
the device is in the saturation region. It is 
a/so known as emitter saturation or forward 
voltage. 

Forward voltage - UJT 
Emitter base-one voltage due to the flow of 
forward current. 

RF voltage, RMS value 

RF voltage, peak value 

Noise voltage (RMS value) 

Peak point voltage - UJT 
Maximum value of emitter base-one voltage 
with the corresponding circuit elements 
(resistances). 



UR 
Sperrspannung 
An einem PN- bzw. NP-Obergang gelegte 
Spannung, die so gepolt ist, daB der Obergang 
in Sperrichtung betrieben wird. 

Us 
Speisespannung, Versorgungsspannung 

Ur 
Temperaturspannung 

Uv 
Talspannung - UJT 
Minimalwert der Emitter-Basis 1-Spannung im 
Arbeitsbereich des betreffenden Bauelements. 

y 
Die Admittanzmatrix ist ein Anordnungssche­
ma der y-Koeffizienten: 

(y) =(Yi Yr) = (Y11 Y12) 
Yf Yo Y21 Y22 

Die y-Koeffizienten (y-Parameter) sind die 
Koeffizienten der Vierpolgleichungen in Ad­
mittanzform: 

[2 = Yf. !h +Yo . !f2 = Y21 . lf1 + Y22 . lf 2 

Yi 
Ku rzschl u B-Eingangsadm ittanz 

Yi=Y11= ([1 ) 
lf1 lf2=0 

Je nach verwendeter Grundschaltung wird 
den Kurzzeichen der y-Koeffizienten im Index 
ein e, b oder c angehangt. 

Yib 
KurzschluB-Eingangsadmittanz 
in Basisschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yib = gib + jwCib 

Yie 
KurzschluB-Eingangsadmittanz 
in Emitterschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yie = gie + jwCie 

Reverse voltage 
Voltage drop which results from the flow of 
reverse current. 
An external voltage applied to a semicon­
ductor PN or NP junction to reduce the flow 
of current across the junction and there by 
widen the depletion region. 

Supply voltage 

Voltage due to temperature 

Valley point voltage - UJT 
Minimum voltage value between emitter and 
base-one in operating range with the corre­
sponding circuit resistances. 

Admittance matrix is an arrangement of y-pa­
rameters given as follows: 

y-parameters are the coefficients of equa­
tions of two-port network given in admittance 
form: 

Short-circuit input admittance 

Parameter values are circuit configuration de­
pedent; therefore, a further subscript e, b or c 
is used to identify the circuit configuration. 

Short circuit input admittance 
in common base configuration 
(small signal value) 

Short circuit input admittance 
in common emitter configuration 
(small signal value) 
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Yr 
KurzschluB-RUckwii.rts-Steilheit (Remittanz) 

Yr = Y12 = (~ )u = 0 _2 _ 1 

IYrbl 
KurzschluB-RUckwii.rtssteilheit 
(Remittanz) in Basisschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yrb = IYrbl expl/J rb 

grb + j@Crb 

IYrel 
KurzschluB-RUckwii.rtssteilheit 
(Remittanz) in Emitterschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yre = ~rel exp l/Jre 

gre + j1L>Cre 

Yf 
KurzschluB-Vorwii.rts-Steilheit (Transmittanz) 

Yf = Y21 = ([2) Y1 rl2 = o 

IYfbl 
KurzschluB-Vorwii.rtssteilheit 
(Transmittanz), in Basisschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yfb = IYtbl exp f/Jfb 

IYfel 
KurzschluB-Vorwii.rtssteilheit 
(Transmittanz), in Emitterschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yfe = IYtel exp f/Jfe 

Yo 
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 

Yo = Y22 = ([2 ) Y2 rl1 = o 
Yob 
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 
in Basisschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yob = gob + j1L>Cob 

Yoe 
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 
in Emitterschaltung 
(Kleinsignalwert) 

Yoe = goe + j1L>Coe 
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Short-circuit reverse transfer admittance 

Short-circuit reverse transfer admittance 
in common base configuration 
(small signal value) 

Short-circuit reverse transfer admittance 
in common emitter configuration 
(small signal value) 

Short-circuit forward transfer admittance 

Short-circuit forward transfer admittance 
in common base configuration 
(small signal value) 

Short-circuit forward transfer admittance 
in common emitter configuration 
(small signal value) 

Short-circuit output admittance 

Short-circuit output admittance 
in common base configuration 
(small signal value) 

Short-circuit output admittance 
in common emitter configuration 
(small signal value) 



Aus den y-Koeffizienten !assen sich folgende 
BetriebsgrtiBen ableiten: 

Fig.1.21. 

Stromverstii.rkung 

Spannungsverstii.rkung 

!h -n1 
!h Y22 + YL 

Eingangsadmittanz 

!1 Y12"Y21 
Yin = -U = Y11 - + y 

_ 1 Y22 L 

Ausgangsadmittanz 

!2 Y12"Y21 
Yout = -U = Y22 - + y 

_2 Y11 G 

Leistungsverstii.rkung 

Gp = Pout·GL . jAu 12 
Pin· gin 

GL I Y21 ,, 

gin Y22 + YL 

FUr Niederfrequenz werden in einigen Fallen, 
fUr Hochfrequenz durchweg die Koeffizienten 
der Admittanz (y)-Matrix oder Elemente der 
Ersatzschaltung nach Giacoletto (siehe 1.1.3.) 
benUtzt. Die y-Koeffizienten gelten jeweils fUr 
einen bestimmten Arbeitspunkt und einen 
schmalen Frequenzbereich in der Umgebung 
einer bestimmten Frequenz. 

Diey-Koeffizienten werden teilweise getrennt 
nach Realteil und lmaginii.rteil oder nach Be­
trag und Phase angegeben 

Yi = gi + j lil Ci 

gi 
KurzschluB-Eingangsleitwert 

The following electrical characteristics can 
be calculated from the above mentioned ad­
mittance parameters 

Current amplification 

Voltage amplification 

Input admittance 

Output admittance 

Power gain 

By AF in certain cases and for RF throughout, 
the coefficients of y-parameters are used or 
the equivalent circuit according to Giacoletto 
(see 1.1.3.). They-coefficients are valid only 
for a specified operating point and a speci­
fied frequency with narrow (frequency) range. 

The y-parameters are given sometimes sepa­
rately as real and imaginary or according to 
its modulus and phase. 

Short circuit input conductance 
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Ci 
KurzschluB-Eingangskapazitat 

Yr = Kr+ i ©Cr = IYrl · exp 0 IPr) 

Kr 
KurzschluB-Riickwirkungsleitwert 

Cr 
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat 

IYrl 
Betrag der Riickwartssteilheit 

IPr 
Phasenwinkel der Riickwartssteilheit 

Yf = H · exp (j · IJlf) 

Yf 
Betrag der Vorwartssteilheit 

IPf 
Phasenwinkel der Vorwartssteilheit 

Yo = Ko+ i ©Co 

Ko 
KurzschluB-Ausgangsleitwert 

Co 
KurzschluB-Ausgangskapazitat 

YG 
Generatorscheinwiderstand 

IP 
Phasenwinkel 

IPfb 
Phasenwinkel der KurzschluB-
Vorwartssteilheit Yfb 

IPfe 
Phasenwinkel der KurzschluB-
Vorwartssteilheit Yfe 

IPrb 
Phasenwinkel der KurzschluB-
Riickwartssteilheit Yrb 

IP re 
Phasenwinkel der KurzschluB­
Riickwartssteilheit Yre 
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Short circuit input capacitance 

Short circuit reverse conductance 

Short circuit reverse capacitance 

Modulus of the short circuit reverse transfer 
admittance 

Phase of the short circuit reverse transfer 
admittance 

Modulus of the short circuit forward transfer 
admittance 

Phase of the short circuit forward transfer 
admittance 

Short circuit output conductance 

Short circuit output capacitance 

Generator admittance 

Phase angle 

Phase of the short-circuit 
forward transfer admittance Yfb 

Phase of the short-circuit 
forward transfer admittance Yfe 

Phase of the short-circuit 
reverse transfer admittance Yrb 

Phase of the short-circuit 
reverse transfer admittance Yre 



2thP 
ThermischerWiderstand bei lmpulsbelastung. 
Bei der Ermittlung der maximalen Verlust­
leistung eines Transistors bei periodischem, 
rechteckfiirmigen Pulsbetrieb (PtotMl muB 
mit dem lmpulswarmewiderstand Zthp ge­
rechnet werden. Es gilt: 

tjM - tease 

PtotM = ZthP 

tjM = Scheitelwert der maximal zulassigen 
Kristalltemperatur bei periodisch einge­
schwungenem lmpulsbetrieb. 

tjM ist gleich tjmax zu setzen. 

Damit ist die maximale Verlustleistung bei 
Pulsbetrieb 

tjmax - 1case 
PtotM = ZthP 

Zthp ist im Datenblatt in Abhangigkeit der 
Pulsdauer Ip angegeben. Das Tastverhaltnis 

~ T ist Parameter in diesen Kurven. 

t 

Thermal impedance, pulse load. 
To determine the maximum power dissipation, 

Ptotmax• of a transistor by repetitive rectan­
gular pulse operation, calculation is as follows: 

whereas: 

tjmax ~ tjM = maximum (crest) allowable 
crystal temperature by repe­
titive pulse operation, 
ZthP = thermal impedance, 
pulse operation, 

tp 
T as a parameter 

zthpL-1--1--1-1-1--+-__j__j_j_.j.__--J...---1--1-++----1~+-+-++~1---1-L.L1---1--+-+-+-1--+--+-+-+-+--+---1-+-H 
1 

0, 5 +-+-- 0. 2 I- -I--+- . 

I--+-- 0.02 ~~ 
0,05 =r L 

0.01-P 

1 

i T 

I I 

G-3 
0• 01 .L....L-l..-L1~0-__ 6J__J_.J...L10+--_~5~L..J.~14o ___ 4L_...LL.L10~--3...L--'-...L.l.1+0---2'---'--~1~0~--1-1--1-.J....L1+0-0~s-L~--' 

Es ist darauf zu achten, daB der so ermittelte 
PtotM Wert mit dem erlaubten Arbeitsbe­
reich in Ubereinstimmung zu bringen ist d.h., 
daB bei hohen UcE-Werten evtl. eine Re­
duktion bedingt durch Stromkonzentration 
berUcksichtigt werden muB. 

'P­
Calculated Ptotmax should correspond with 
the maximum allowable operating range as 
shown in Fig. 
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Wirkungsgrad 

rJi 
lnneres Spannungsverhii.ltnis - UJT 
Verhii.ltnis der Emitter-Basis 1-Spannung zur 
lnterbasisspannung fiir den Emitterstrom Null. 
Dieses Verhii.ltnis ist mit dem Widerstand rB1 
des N-Materials zwischen der N-Seite der 
Emittersperrschicht und dem Basis 1-An­
schluB einerseits und dem lnterbasiswider­
stand rBB andererseits gegeben. 

Ts 
Speicherzeitkonstante 

..... 
NeuerTyp 

0 
Kann als giitebestii.tigtes Bauelementgeliefert 
we rd en 
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Efficiency 

Intrinsic stand-off ratio - UJT 
It is the ratio between emitter base-one voltage 
and interbase voltage, when the emitter current 
is zero. This ratio can also be expressed bet­
ween base-one resistance, rB1• and interbase 
resistance, 'BB· as follows: 

Storage time constant 

New type 

Available as quality tested device 



1.2.3. Schaltzeiten 
Die Obergii.nge izwischen Sperrzustand und 
DurchlaBzustand eines Transistors erfolgen 
auch bei sprunghaften Anderungen der Steuer­
gri:iBe nicht abrupt, sondern beanspruchen 
Zeit. Zusatzlich sind diese Obergii.nge gegen­
Uber SprUngen der Steuergri:iBe verzi:igert. 
DafUr gelten Zeitbegriffe, die mit den folgen­
den, fUr NPN-Transistoren geltenden Bildern 
erklii.rt werden. 

Fig. 1.22. zeigt die zugrunde liegende Schal­
tung, 

Fig. 1.22. 

Fig. 1.23. den zeitlichen Verlauf der Steuer­
gri:iBe (des Basisstromes i9) und Fig. 1.24. 
den zeitlichen Verlauf des Kollektorstromes 
ic beim Verii.ndern der Schalterstellung. 

Fig. 1.23. 

Schalterstellung 
Switch position 

1.2.3. Switching characteristics 
By using transistor as a switch one has to bear 
in mind that the transition from off-state to 
on-state even by abrupt changes in control 
values, the signal does not respond instantane­
ously. The output signal is; therefore, not only 
delayed but also suffers distortion. These 
switching characteristics are explained with 
NPN-transistor. 

Fig. 1.22. shows the basic circuit. 

Fig. 1.23. and Fig. 1.24. represent the input 
(i. e. base current, i a) and output (i. e. collector 
current, i cJ signals. 

2 

,_ 

~ ~+-t--~-----+-. 
o,9-+---+--.__-----t--11. 

ic le 

O~-+---+-...-+------+-i----....,..._ 

le 
t-

Fig. 1.24. 'off 
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Aus dem zeitlichen Verlauf des Kollektorstro­
mes nach Fig. 1.24. im Vergleich zu dem 
zeitlichen Verlauf des Basisstromes lassen 
sich die Schaltzeiten ablesen: 

Id : Verzogerungszeit 
Ir : Anstiegszeit 
Ion (td +Ir): Einschaltzeit 
Is : Speicherzeit 
If : Abfallzeit 
I off Us+ If) : Ausschaltzeit 

Diese Schaltzeiten hiingen ab vom Transistor­
typ und von der verwendeten Schaltung. Sie 
gelten im i.ibrigen nur, wenn die Flankensteil­
heiten des Ansteuerimpulses wesentlich grb­
Ber als die Flankensteilheiten des Kollektor­
stromimpulses sind. 
Die Einschaltzeit wird um so ki.irzer, je grbBer 
der Obersteuerungsfaktor ist. Die Ausschalt­
zeit wird um so liinger, je groBer der Ober­
steuerungsfaktor ist, und um so ki.irzer, je 
grbBer der Ausriiumfaktor ist. 

Ausriiumfaktor a 
Er ist das Verhiiltnis zwischen dem beim Ab­
leiten der im Basisraum gespeicherten La­
dung flieBenden Ausriiumstrom I92 zum Ba­
sisstrom Igo: 

ls2 hFEO . Is2 
a=---=-

Iso le 

Obersteuerungsfaktor u 
Er ist das Verhiiltn iszwischen dem zum Steu ern 
benbtigten Basisstrom ls1 (Steuerstrom) und 

dem Basisstrom Igo = h I e der erforderlich 
FEO 

ist, um den Transistor bis an die Obersteue­
rungsgrenze Ues = O durchzusteuern: 

hFEO . 191 
u= 

Ie 

Mit dem Obersteuerungsfaktor ,,u" und dem 
Ausriiumfaktor ,,a" sowie den vom Transistor-
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The transient responses as shown in Fig. 1.24. 
with respect to Fig. 1.23. are given as follows: 

delay time 
rise time 
turn-on time 
storage time 
fall time 
turn-off time 

These switching characteristics depend on 
the transistor type, circuit used and are valid 
only if the slope of control pulse is much 
greater than that of collector current pulse. 
If the saturation factor is higher, turn-on time 
is shorter, turn-off time is longer. Turn-off time 
is shorter, if the on-off base current ratio is 
higher. 

On-off base current ratio a 
It is the ratio between the turn-off base current 

la2 to the base current, lao = h le needed 
FEO 

to drive the transistor to the saturation region 

Uca =O. 

Saturation (Overdriving) factor u 
It is the ratio between the minimum value of 
base current, l91. to the base current 

I BO = h 1 C , needed to drive the transistor 
FEO 

to the saturation region UCB = 0. 

With given saturation factor ,, u", on-off base 
current ratio "a", transistor type, on-state (r) 



typ gegebenen Werten der Einschaltzeitkon­
stante T und der Speicherzeitkonstante Ts 
gelten folgende Zusammenhange flir die 
Schaltzeiten: 

tr=T· In 

tf = T • In 

(~) u - 0,9 

(~) a+ 0,1 

ii-01 lniT=Q,9 

I a1"0,9 
"a.,.0,1 

and storage (Ts) time constants, the following 
conditions for switching characteristics are 
valid: 

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. 1.25. 

( + ••) ts= Ts· In ~ + ~ 

Fig. 1.26. 

a+ii 
'"a+l 

1.2.4. Unijunction-Transistoren 
Unijunction-Transistoren (UJD sind Silizium­
Halbleiterbauelemente mit drei Anschli.issen, 
die eine U(J)-Kennlinie mit einem Bereich ne­
gativen differentiellen Widerstandes besitzen. 
Fig. 1.27. zeigt eine schematische Darstellung, 
Fig. 1.28. das Schaltungssymbol und Fig. 1.29. 
eine Ersatzschaltung des Unijunction-Transi­
stors. 

ii,a__._ 

1.2.4. Unijunction transistors 
Unijunction Transistors (UJTs) are silicon 
semiconductor devices having three termi­
nals, exhibiting stable open circuit and nega­
tive resistance characteristics. Fig. 1.27. shows 
physical sketch, fig. 1.28. circuit diagram 
symbol and fig. 1.29. an equivalent circuit 
diagram. 

r---------0 B2 
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Der UJT besteht aus einem homogen N-do­
tierten Einkristall mit zwei sperrschichtfreien 
Kontakten, die einander gegenuberliegen 
und als Basis 1 (B1) und Basis 2 (B2) be­
zeichnet werden. Unsymmetrisch dazwischen 
befindet sich eine als Emitter (E) bezeichnete 
P-Zone. Die durch diese P-Zone im N-Mate­
rial gebildete Sperrschicht kann als Diode 
aufgefaBt werden. Damit wird der durch das 
N-Material zwischen B1 und B2 gebildete 
und von auBen meBbare Gesamtwiderstand 
'BB (lnterbasiswiderstand) bei nicht ange­
schlossenem bzw. in Sperrichtung vorge­
spanntem Emitter in die zwei Teilwiderstande 
'B1 und 'B2 aufgeteilt. Bei Anliegen einer 
Spannung UB2B1 entsteht an der N-Seite 
der Sperrschicht eine Spannung 17i · UB2B1, 
wobei: 

'B1 17i = ----
'B1 + 'B2 

als inneres Spannungsverhaltnis bezeichnet 
wird. 

Fig. 1.30. zeigt den Zusammenhang zwischen 
UEB1 und IE fUr einen gegebenen Wert von 
UB2B1 sowie fUr IB2 = o. 

The UJT consists of a uniformly doped N-type 
single crystal with ohmic contacts at each 
end. These two contacts are denoted as 
base-one (B1) and base-two (B2). An unsym­
metrical rectifying contact (PN-junction) is 
made between B1 and B2 which is termed as 
an emitter (E). 
Between B1 and B2, this N-type silicon bar 
has the characteristics of an ordinary resi­
stance which (the emitter is open or the 
junction is reverse biased) is known as 
interbase resistance, 'BB = 'B1 + 'B2 .. With 
applied voltage UB2B1(fig.1.29.), the voltage 
on the N-side of the emitter junction is 

17i · UB2B1 whereas 17i is termed as the 
intrinsic stand-off ratio which is given as: 

The important IE I U EB 1 characteristics for 
I B2 = 0 and for a constant interbase voltage, 
U B2B 1 · are shown in figure 1. 30. 

Sperrbereich 

t Up-----1-. Cut-off region 
Bereich neg. ditf. Widerstandes 

Neg. diff resistance region 
Ves1 

Fig. 1.30. 

Fur IB2 = 0 ergibt sich die Kennlinie einer 
normalen Siliziumdiode. Fur IB2 > 0, d. h. fUr 
anliegende lnterbasisspannung UB2B1 erhalt 
man eine Kennlinie, die in drei Bereiche ein­
geteilt werden kann: den Sperrbereich, den 
Bereich negativen differentiellen Widerstan­
des und den Sattigungsbereich. 
Wenn die Spannung UEB1 kleiner als 
17 i · UB2B1 ist, befindetsich die Diode in Sperr­
richtung,und es flieBt lediglich ein Sperrstrom 
(Sperrbereich, IE-MaBstab in Fig. 2.30. stark 
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Sattigungsbereich 
Saturatiot1 region 

Iv 
IE-

With I B2 = 0, the curve represents a con­
ventional forward-biased silicon diode. 
With IB2 > o i. e. by applying UB2B 1, the 
curve should be divided for further discus­
sion into three regions i. e., cut-off, negative 
resistance and saturation. 

If the applied voltage, UEB1· is less than 
17i · UB2B1· the diode is reverse biased. Then 
only leakage current flows (cut-off region 
enlarged). IE scale in fig. 1.30. But when the 



vergroBert). Wird die Spannung UE81 auf den 
WertderHockerspannung Up= Vo+ l/i · U8281 
vergroBert, dann werden Locher in das 
N-Material injiziert Wo ist die Spannung an 
der Diode bei 8eginn der Ladungstragerinjek­
tion, ca. 0,7 V). Die Locher bewegen sich in 
Richtung 81 und vergroBern damit die Leit­
fahigkeit des Halbleitermaterials zwischen E 
und 81 (abnehmender Wert von r81l- Diese 
zunehmende Leitfahigkeit bewirkt, daB die 
zum Aufrechterhalten eines bestimmten 
Strom es IE erforderliche Spannung VE81 ab­
nimmt, was gleichbedeutend mil dem Ent­
stehen eines negativen differentiellen Wider­
standes isl. Der 8ereich negativen differen­
tiellen Widerstandes erstreckt sich bis zum 
Talpunkt, von dem ab der Sattigungsbereich 
beginnt. Eine weitere Verringerung von r81 
durch Ladungstragerinjektion ist dort nicht 
mehr moglich, und die Kennlinie geht Llber in 
die einer normalen Siliziumdiode. 

Wegen dieses Kennlinienverlaufs eignet sich 
der Unijunction-Transistor besonders fLlr die 
Anwendung in lmpulsgeneratoren und Schwell­
wertverstarkern. Ein bevorzugtes Anwendungs­
gebiet istdie Ansteuerung von Thyristoren und 
Triacs. 

emitter voltage, UE81· isgreaterthanrJi · U8281· 
the diode is forward biased. At the peak point 

voltage, Up= Vo + rJi · U8281· holes are 
injected into the N-bar (Vo is junction voltage, 
approximately 0. 7 V, at the beginning of hole 
injection). These injected holes move towards 
81. Their presence in the semiconductor bar 
increases the conductivity (decreasing value 
of '81) between E and 81. This increased 
conductivity results in a reduced voltage drop 
UE81 required to support a given current level 
IE Then any increase in that current will increase 
the conductivity which results in decrease of 
required voltage, UE81· Thus a negative re­
sistance region occurs as shown in figure 1.30. 
This negative resistance range continues until 
the valley point (Uv and Iv) is arrived. After 
the valley point, the device behaves as a con­
ventional diode being forward biased and the 
region of saturation starts. 

Due to its negative resistance characteristics, 
unijunction transistor is particularly useful in 
the application of pulse generators, timing 
circuits, voltage sensing circuits and pre­
stages for thyristors and triacs. 
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2. Montagevorschriften 

2.1. Allgemeines 

Die Einbaulage der Halbleiterbauelemente ist 

beliebig. Bei alien Halbleiterbauelementen ist 
das Abbiegen der AnschluBdriihte in einem 
Abstand von mehr als 1,5 mm vom Gehiiuse­
boden gestattet, falls der Durchmesser der 
AnschluBdriihte 0,5 mm nicht i.iberschreitet. 
AnschluBdriihte mit griiBerem Durchmesser 
sollten nicht gebogen werden. 
Der Einbau von Halbleiterbauelementen in 
der Nii.he von wiirmeerzeugenden Bauele­
menten erfordert die Beachtung der erhiihten 
Umgebungstemperatur. 

2.2. Lotvorschriften 

Die Halbleiterbauelemente mi.issen beim Ein­
liiten in die Schaltung gegen thermische Uber­
lastung geschi.itzt werden. Es empfiehlt sich, 

die AnschluBdriihte miiglichst lang zu lassen 
und die Liitstellen an das Ende der Driihte zu 
legen. Gegebenenfalls mi.issen MaBnahmen 
fi.ir eine ausreichende Wiirmeableitung getrof­
fen werden. Die Sperrschichttemperatur der 
Halbleiterbauelemente dart beim Liiten die 
maximal zuliissige Sperrschichttemperatur 
nur kurzzeitig (max. 1 Minute) i.iberschreiten, 
und zwar bei Germanium-Bauelementen bis 
110 °C, bei Silizium-Bauelementen bis 200 °C. 

Die in Fig. 2.1. angegebenen Liitkolben- bzw. 
Liitbadtemperaturen sind maximal zuliissig: 

Kolbenlotung 

Iron soldering 

Temperatur Abstand der Max. zul. 
des Ltitstelle Li:itzeit 
Liitkolbens vom Gehii.use Max. 

2. Mounting Instructions 

2. 1. General 

Semiconductor devices can be mounted in 
any position. If the diameter of terminal lead 
is less than 0.5 mm, bending of leads is allo­
wed at least 1.5 mm away from the semi­
conductor body (header). Bending should be 
avoided, if the thickness is greaterthan 0.5 mm. 

When semiconductor devices are mounted 
near those components with high generation 
of heat, one should give consideration to high 
ambient temperature. 

2.2. Soldering instructions 

Semiconductor devices should be protected 
against overheating due to soldering. It is 
recommended to keep the lead as long as 

possible and to reserve the soldering at the 
end of the terminal. Otherwise precautions 
should be taken tor heat transfer. 

The junction temperature of a semiconductor 
device may exceed the maximum absolute 
junction temperature tor short time (max. one 
minute) such as 110 °C for germanium and 
200 °C for silicon devices. 

The following maximum soldering iron (or 
solder bath) temperatures are permissible: 

Tauch- bzw. Schwallbadlotung 
Dip or flow soldering 

Temperatur Abstand der Max. zul. 
des Li:itstelle Li:itzeit 
Ltitbades vom Gehause Max. 

Iron Soldering allowable Soldering Soldering allowable 
temperature distance from soldering temperature distance from soldering 

the case time the case time 

Metall-
:5 245 °C 1,5 ... 5 mm 5s :5 245 °C >1,5mm 5s 

gehause :5 245 °C >5mm 10 s 
Metal case 

245 ... 350 °C >5mm 5s 245 ... 300 °C >5mm 3s 

Kunststoff- :5 245 °C 2 ... 5mm 3s :5 245 °C >2mm 3s 
gehause 

:5 245 °C >5mm 5s 245 ... 300 °C >5mm 2s Plastic case 

Fig. 2.1. 
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2.3. Warmeableitung 

Die an den Sperrschichten von Halbleitern in 
Warme umgesetzte Verlustleistung muB zur 
Erhaltung des thermischen Gleichgewichtes 
an die Umgebung abgefUhrt werden. 
Bei Bauelementen, die mit kleiner Verlust­
leistung betrieben werden, reicht dazu im all­
gemeinen die natUrliche Warmeableitung Uber 
das Gehause an die umgebende Luft aus. 
Bei mit grdBerer Verlustleistung betriebenen 
Bauelementen mi.issen zum Verbessern der 
Warmeableitung Ki.ihlfahnen oder Ki.ihlsterne 
vorgesehen werden, womit die warmeabge­
bende Oberflache vergrdBert wird. 
Bei Leistungsbauelementen schlieBlich mUs­
sen Ki.ihlbleche oder spezielle Ki.ihlkdrperver­
wendet werden, deren Ki.ihlwirkung noch 
durch besondere Ki.ihlmittel oder Umlauf­
ki.ihlung unterstUtzt werden kann. 
Die in der Sperrschicht erzeugte Warme wird 
hauptsachlich durch Warmeleitung zur Ge­
hauseoberflache oder zum Gehauseboden 
abgefUhrt. Ein MaB dafUr ist immer der thermi­
sche Widerstand Sperrschicht-Gehause 
RthJC· dessen Wert durch die Konstruktion 
des Bauelementes festgelegt ist. 
Die Warmeabgabe vom Gehause zur Umge­
bungsluft erfolgt durch Warmeabstrahlung, 
Konvektion und Warmeableitung. Sie wird 
durch den auBeren bzw. den thermischen 
Widerstand Gehause-Umgebung RthCA aus­
gedri.ickt. Der gesamte thermische Wider­
stand zwischen Sperrschicht und Umgebungs­
luft ist: 

RthJA = RthJC + RthCA 

Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung 
Ptot max eines Halbleiterbauelements lii.Bt 
sich mit der Gleichung 

ljmax-tamb 
Ptot max = 

RthJA 

berechnen. 

ljmax 

ljmax - lamb 

RthJC + RthCA 

Maximal zulassiger Wert der Sperrschicht-
temperatur. 

lamb 
Im Betrieb unter ungi.instigsten Bedingungen 
auftretender GrdBtwert der Umgebungs­
temperatur. 

2.3. Heat removal 

To keep the thermal equilibrium, the heat gene­
rated in the semiconductor junction(s) must be 
removed to the ambient. 

In the case of /ow-power devices the natural 
heat-conductive path between case and sur­
rounding air is usually adequate for this pur­
pose. 
However, in the case of medium-power devices 
heat radiation may have to be improved by the 
use of star- or flag-shaped heat dissipators, 
which increase the heat radiating surface. 

Finally, in the case of high-power devices spe­
cial heat sinks must be provided, the cooling 
effect of which can be increased further by the 
use of special coolants or air blowers. 

The heat generated in the junction is conveyed 
to the case or header by conduction rather than 
convection; a measure of the effectiveness of 
heat conduction is the inner thermal resistance 
or thermal resistance junction-case, RthJC• the 
value of which is governed by the construction 
of the device. 
Any heat transfer from the case to the surroun­
ding air involves radiation convection and con­
duction, the effectiveness of transfer being 
expressed in terms of an RthCA-va/ue, i. e. 
the external or case-ambient thermal resistance. 
The total thermal resistance junction ambient 
is consequently: 

The total maximum power dissipation, Ptot max• 
of a semiconductor device can be expressed 
as follows: 

whereas 

is the maximum junction temperature, 

the highest ambient temperature likely to be 
reached under the most unfavourable condi­
tions, 
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RthJC 
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-
schicht und Gehause. 

RthJA 
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-
schicht und Umgebung. 

RthCA 
Thermischer Widerstand zwischen Gehause 
und Umgebung, dessen Wert van den Ki.ihl­
bedingungen abhangt. 
Bei Verwendung eines Ki.ihlblechesoder eines 
Ki.ihlkorpers wird RthCA bestimmt van dem 
Warmekontakt zwischen Gehause und Ki.ihl­
korper, van der Warmeausbreitung im Ki.ihl­
korper und van der Warmeabgabe des Ki.ihl­
blechs an die Umgebung. 

Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung 
laBt sich demnach fi.ir ein gegebenes Halb­
leiterbauelement nur durch Andern van lamb 
und RthCA beeinflussen. Der thermische Wi­
derstand RthCA muB den Angaben der Ki.ihl­
korperhersteller entnommen oder durch Mes­
sungen bestimmt werden. 
Werden Ki.ihlbleche vorgesehen und ist keine 
optimale Auslegung erforderlich, dann geni.i­
gen folgende Naherungsangaben fi.ir die Di­
mensionierung: 
Die nachstehenden Kurven geben den ther­
mischen AuBenwiderstand RthCA an, der bei 
Verwendung quadratischer Ki.ihlbleche aus 
Aluminium mit der Kantenlange a gilt, wenn 
das Gehause des Bau elements mit einer ebe­
nen Fl ache direkt auf dem Kuhlblech aufliegt. 

t 
RthCA 

10 
•c/W 

ro 
\'1 
~\Y 
N t-'1t"10°C 

~o·c 
ao 0 c 

120°c 

~'\.. 

~ 

I---- Bieehstirke:O,Smm 

r-f "1 'Ilillil 
1 
10 100mm 

Fig. 2.2. 
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the thermal resistance, junction-case, 

the thermal resistance, junction-ambient, 

the thermal resistance, case-ambient, the 
value of which depends on cooling conditions. 

If a heat dissipator or sink is used, then RthCA 
depends on the thermal contact between case 
and heat sink, heat propagation conditions 
in the sink and the rate at which heat is trans­
ferred to the surrounding air. 

Therefore, the maximum allowable total power 
dissipation for a given semiconductor device 
can be influenced only by changing tamb and 
RthCA The value of RthCA could be obtained 
either from the data of heat sink suppliers or 
through direct measurements. 

In case of cooling plates as heat sink without 
optimum performance, the following appro­
ach holds good. 

The curves shown in both figures are given for 
thermal resistance RthCA by using square pla­
tes of aluminium with edge length, a, but with 
different thicknesses. Thereby, the device 
case should be mounted direct on the cooling 
plate. 

i 
RthCA 

10 
·c/W 

~ 
~ -~··10"C 

t:~~:~ 
120°C 

m 

1--- TI 
Blechstirke:2rrm 

f--- plate thickness 

~ l 11111 
1 
10 100mm 

Fig. 2.3. 
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Die aus Fig. 2.2. und 2.3. gewonnenen Kanten­

langen a bei vorgegebenen RthCA werden je 
nach Einbaulage und Oberflache des Kuhl­
bleches mit den Faktoren a undfimultipliziert: 

a'= a· fl· a 

a 
a 

fl 
fl 

1,00 bei senkrechter Montage 
1, 15 bei waagerechter Montage 
1,00 bei blanker Oberflache 
0,85 bei mattschwarzer Oberflache 

2.3.1. Beispiel: 
Fur einen Silizium-Leistungstransistor mit 

ljmax = 150 °C und RthJC = 5 °C/W ist ein 
quadratisches Kuhlblech aus blankem Alumi­
nium, waagerecht angeordnet, Blechstarke 
2 mm zu berechnen. Die hochstvorkommende 
Umgebungstemperatur betragt lamb = 50 °C 
und die Verlustleistung Ptot max = 8 W. 

ljmax - lamb 
Ptot max = RthJC + RthCA 

The edge length, a, derived from Fig. 2.2. and 

2.3. for a given RthCA value must be multiplied 
with a and fl: 

where 
a = 1.00 for vertical arrangement 
a 1. 15 for horizontal arrangement 
fl 1. 00 for bright surface 
fl 0.85 for dull black surface 

2.3.1. Example 
For a silicon power transistor having 

ljmax = 150 °C and RthJC = 5 °CIW, an alu­
minium square sheet is used, having 2 mm 
thickness in horizontal arrangement. Maximum 

ambient temperature is 50 °C and maximum 

power dissipation, Ptot max = 8 W. 
Calculate edge length of the square plate. 

ljmax-tamb = 150°C-50°C _ 5 octw= 75 ociw 
RthCA = - RthJC 8 W ' 

Ptot 

At= lease - lamb 18.Bt sich aus der Beziehung 

ljmax - lamb 
Ptot max = 

RthJC + RthCA 

ermitteln: 

lease - 1amb 

RthCA 

At = tease - lamb can be calculated from 

= RthCA(ljmax-lambl = 7,5°C/W(150°C-50°C) = 600c 
lease - lamb 

RthJC + RthCA 5 °C/W + 7,5 °C/W 

Mit RthCA = 7,5 °C/W und At = 60 °C er­
gibt sich aus den Kurven tur eine Blechstarke 
von 2 mm eine Kantenlange ,,a" = 90 mm. Die­
ser Wert muB wegen der waagerechten An­
ordnung noch mit dem Faktor a= 1, 15 multi­
pliziert werden, so daB tur das Kuhlblech eine 
Kantenlange von 105 mm vorzusehen ist. 
Soll aus einem gegebenen Kuhlblech die zu­
lassige Verlustleistung berechnet werden, so 
ist mit einem angenommenen At zu rechnen. 
Das Ergebnis ist eventuell mit dem tatsach­
lichen At neu zu bestimmen. 

With RthCA = 7.5 °CIW and At = 60 °C, 
plate thickness = 2 mm; therefore the edge 
length ,,a" = 90 mm. This value should be 
multiplied with a = 1. 15 due to horizontal 
arrangement. 
Hence the actual edge length = 105 mm. 

For a given plate sheet length, the allowable 
power dissipation should be first calculated 
with supposed At. The result should be cor­
rected then with actual At. 
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2.4. Erlaubte Arbeitsbereiche von 
Leistungstransistoren 

Zurn Vermeiden von Oberlastungen, die zur 
Zerstorung flihren konnen, sind beim Betrieb 
von Leistungstransistoren eine Reihe von 
Grenzen zu beachten. Mit diesen Grenzen 
wird ein erlaubter Arbeitsbereich festgelegt, 
wie er z. B. im nachstehenden Bild dargestellt 
ist. Dieser Arbeitsbereich gilt nur flir Lei­
stungstransistoren, die thermisch stabil be­
trieben werden, und flir eine bestimmte Ge­
hausetemperatur. Fl.ir lmpulsbetrieb konnen 
die angegebenen Grenzen kurzzeitig l.iber­
schritten werden, wie es z. B. die gestrichelten 
Linien im Bild andeuten. 
Der im Bild in Form eines le (UeEl-Diagram­
mes mit logarithmischer Teilung beider Ach­
sen dargestellte ,,Erlaubte Arbeitsbereich" 
eines Transistors enthalt alle flir einen zuver­
lassigen Betrieb erforderlichen Begrenzun­
gen. 
I. Maximaler Kollektordauerstrom. Wird die­
ser Wert l.iberschritten, dann kann das Tran­
sistorelement zerstort werden bzw. die An­
schluBdrahte konnen durchbrennen. 
II. Belastungsbegrenzung durch RthJe und 

1jmax· 
In diesem Bereich ist die zulassige Verlust­
leistung nicht von der Betriebsspannung ab­
hangig, d. h. das Produkt UeE ·le istkonstant. 
Die Verlustleistunghyperbel erscheint in der 
doppellogarithmischen Darstellung des Ar­
beitsbereiches als Gerade mit der Neigung 
von 135°. 
Ill. Belastungsbegrenzung zum Vermeiden 
eines zweiten Durchbruchs: Bei hoheren Be­
triebsspannungen konnen ortliche Stromkon­
zentrationen auftreten, die lokale Oberhitzun­
gen der Sperrschicht bewirken. Dadurch kon­
nen Schmelzkanale entstehen, falls die zu­
geflihrte Energie einen kritischen Wert l.iber­
schreitet. Das flihrt zur Zerstorung des Tran­
sistors. Die Stromkonzentrationen entstehen 
entweder am Emitterrand oder in der Mitte 
der wirksamen Basiszone, abhangig davon 
ob die Emitterdiode in DurchlaB- oder in 
Sperrichtung betrieben wird. 
Die zu einem zweiten Durchbruch flihrende 
Energie ist im Falle einer gesperrten Emitter­
diode betrachtlich niedriger als flir eine in 
DurchlaBrichtung betriebene Diode, weil die 
Stromkonzentrationen im erstgenannten Fall 
auf einen sehr kleinen Querschnitt beschrankt 
sind. 

A42 

2.4. Maximum operating range for power 
transistors 

To avoid the destruction of power transistors 
there are certain maximum ratings which must 
be observed. These ratings define a safe 
operating area as shown in diagram both for 
steady and pulse state conditions. They are 
valid only for power transistors operating with 
thermal stability and a specified case tempera­
ture. 

As shown in this log-log diagram, the safe ope­
rating area is limited for d. c. conditions by 
four maximum ratings explained below: 

I. Maximum steady collector current. By ex­
ceeding this value there is a possibility of 
chip destruction or the connecting wires inside 
the device may melt. 
II. Maximum power dissipation due to thermal 

resistance, RthJC• and junction temperature, 

ljmax· 
For steady operation the product U CE · l c 
is constant; therefore, the curve has a slope 
of 135° in double logarithmic scale as shown 
in diagram. 

Ill. Maximum rating against second breakdown. 
This is due to current concentration which 
results in hot spots and therefore localized 
melting of the crystal near or at the narrow 
base width, if the applied energy i. e. voltage, 
current and time exceeds a critical value. 
These hot spots occur either at the edges 
or in the middle of the base according to as 
the emitter junction is forward or reverse 
biased. 

Energy required for second breakdown is 
considerably lower in case of reverse biased 
emitter junction, as compared to forward 
biased emitter junction, because the current 
concentration takes place in a very small 
area. 



Die zuliissige Verlustleistung nimmt in die­
sem Bereich mit zunehmender Kollektor­
Emitterspannung ab, d. h. die Neigung der 
Begrenzungslinie wird grtiBer als im Bereich II 
(der Winkel wird kleiner als 135°). 
IV. Begrenzung durch die Durchbruchspan­
nung. Beim Oberschreiten dieser Grenze kann 
ein Lawinendurchbruch erfolgen. 

75.3 91 Tlk 

t 
JC t- / max. Spitzens~+----+--+-....__,-+-f+H 

CM max. pea/.: currenl 

A>--+----+--+-+-+-++1+--.i~:x-H>::_,.;::--+-+--+-<-++~ 

Q5>-->--+-!-+-++-+-++----+-"-++-+-+-++++< 

mi' 
RthJc• 10"C/W 

t------1 'case ,.45uc 

'Jmax •150"C 

0,05 >--+----+-+-+-+-<+H--1----+-+-+-+-+++< 

5 10 

Fig. 2.4. 

m 

50V 
UcE --

Beim lmpulsbetrieb darf der beschriebene 
Arbeitsbereich unter bestimmten Vorausset­
zungen kurzzeitig liberschritten werden 
(siehe gestrichelte Linien). Jedoch darf die 
maximal zulassige Energia bestimmte, in den 
,,Technischen Oaten" angegebene Werte, 
nicht liberschreiten. 

The allowable power dissipation der;reases 
with increasing voltage, therefore, the slope 
of the corresponding curve in fess than 135°. 

IV. Maximum (steady) collector voltage, By 
exceeding this value, there is a possibility 
of avalanche breakdown. 

Begrenzung durch: 

Kollektorstrom 
II Thermische Belastung 

Ill Stromkonzentration 
IV Durchbruchspannung 

gestrichelte Linie: lmpulsbetrieb 

Limitation due to: 

collector current 
II thermal dissipation (power) 

Ill current concentration 
IV breakdown voltage 

dotted line: pulse operation 

With pulse operation, it is possible to extend 
the safe operating area (dotted curves) as 
shown in diagram, but even then the maximum 
allowable energy must lie within the specified 
value. 
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3. Angaben zur Qualitat 

3.1. Anlieferungsqualltiit 

Zurn Kennzeichnen der Anlieferungsqualitat 
wird folgendes angegeben: 
e Maximal- bzw. Minimalwerte der Kenngro­

Ben 
e AQL-Werte (Gutlage, Acceptable Quality 

Level) 
Lieferlose, deren prozentualer Fehleranteil 
gleich oder kleiner als der in Prozent ange­
gebene AOL-Wert ist, werden mit groBer 

Wahrscheinlichkeit (L 2': 90 %) aufgrund 
einer StichprobenprUfung angenommen 
(siehe Einfach-Stichprobenplan, Kapitel 3A.). 

3.2. Fehlergruppierung 

Die moglichen Fehler, mit denen ein Halb­
leiterbauelement behaftet sein kann, werden 
entsprechend dem wahrscheinlichen EinfluB 
auf eine bestehende Schaltung in Gruppen 
zusammengefaBt: 
• Totalfehler (kritischer Fehler) 
Seim Vorliegen eines solchen Fehlers istjede 
funktionsgemii.Be Verwendung des Sauele­
ments ausgeschlossen. 
Seispiele: Kontaktunterbrechung, KurzschluB 
zwischen zwei Elektroden, zusammengebro­
chene Sperrkennlinie, falsche Typenkenn­
zeichnung, Drahtbruch, kritische Gehause­
fehler. 
• Hauptfehler 
Seim Vorliegen eines Hauptfehlers ist die 
Srauchbarkeit des Sauelements stark herab­
gesetzt. 
In den Datenblattern sind die KenngroBen mit 
einer FuBnote *) gekennzeichnet, bei denen 
das Nichteinhalten der angegebenen Gren­
zen als Hauptfehler bewertet wird. Im Normal­
fall handelt es sich dabei um folgende Kenn­

groBen bei tamb = 25°C: lcso. lEBo.UcEsat 
und hFE· 
• Nebenfehler 
Solche Fehler setzen die Srauchbarkeit des 
Sauelementes zwar herab, beeintrachtigen 
dessen Funktionsfahigkeit jedoch unwesent­
lich. 
Das Nichteinhalten der angegebenen Gren­
zen von den KenngroBen, die in den ,,Tech­
nischen Oaten" kein besonderes Kennzeichen 
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3. Quality Data 

3. 1. Delivery quality 

To designate the delivery quality, the following 
specifications are given: 
• Maximum and minimum values of the cha­

racteristics 
• AOL-values (Acceptable Quality Level) 

Shipment lots whose defect percentage is 
equal to or less than the percentage given in 
AOL-value shall be accepted with greater 
probability (L 2': 90 %) due to sampling tests 
(see the single sampling plan in section 3.4.). 

3.2. Classification of defects 

The possible defects with which a semicon­
ductor device could be subjected are classi­
fied according to the probable influence of 
existing circuits: 

•Total (critical) defect 
When this defect exists; the functional use of 
the device is impossible. 

Examples are: open contacts, inter-electrode 
short-circuits, breakdown in reverse characte­
ristics, wrong type designation, broken leads, 
critical case defects. 

• Major defect 
A defect which is usually responsible for the 
failure of a device to function in its intended 
purpose. 
In technical data sheets certain characteristics 
are given with foot note *). If the specified 
limits are exceeded, it is then considered as a 
major defect. This normally applies to the 
following characteristics with tamb = 25°C for 
a specified operating point, i. e., I CBO· I EBO· 
U CEsat and h FE· 
• Minor defect 
A defect which is responsible for the functio­
ning of a device with no or only a slight 
reduction in effectiveness. 

In technical data sheets there are certain 
characteristics without special note. If the 
given limits of these characteristics are excee-



haben, wird als Nebenfehler bewertet. Dabei 
handelt es sich im Normalfall um dynamische 
KenngrtiBen bei tamb = 25 °C, sofern diese 
nicht fiir die Hauptanwendung besondere Be­
deutung haben, sowie um weitere statische 
KenngrtiBen bei tamb = 25 °C, deren Bedeu­
tung fiir die Hauptanwendung eingeschrankt 
ist. 

3.3. AQL-Werte 

Entsprechend der in 3.2. angegebenen Fehler­
gruppierung gelten in den Datenblattern der 
Halbleitertypen fiir professionelle Gerate und 
Anwendungen - sofern nicht anders verein­
bart - die im folgenden genannten AQL-Wer­
te. Diesen liegt der Einfachstichprobenplan 
fiir AttributprUfung AEG 1415 (siehe 3.4.) zu­
grunde, der DIN 40080 entspricht. 

Fehlergruppe 
Einzel- Gruppen-
AQL AQL 

Totalfehler 0,25% 
Hauptfehler 0,65% 
Nebenfehler 2,50% 

Die Summe aller fehlerbehafteten Bauele­
mente wird mit einem Summen-AQL = 2,5 % 
bewertet. 
In den Datenblattern sind zusatzlich Kenngrti­
Ben aufgefUhrt, deren OberprUfung nur durch 
aufwendige Messungen mtiglich ist. Diese 
KenngrtiBen sind, falls sie nicht besondere 
Bedeutung fiir die Hauptanwendung haben, 
durch die FuBnote **) gekennzeichnet. Das 
Einhalten der angegebenen Grenzen dieser 
KenngrtiBen wird mit einer StichprobenprU­
fung nach dem Einfach-Stichprobenplan AEG 
1416 (siehe 3.4.) Uberwacht (entspricht weit­
gehend ABC-STD 105 D, PrUfstufe S 4). Datur 
gilt ein AQL-Wert von 2,5 %. 

ded, then it is considered as a minor defect. 
Normally these are dynamic characteristics 
with ambient temperature, tamb = 25 °C, 
provided there is no special meaning for main 
application. Further, there are static charac­
teristics (tamb = 25 °C) whose significance 
for the main application is restricted. 

3.3. AQL-values 

According to the classification of defects 
mentioned in 3.2., the following AOL-values, 
unless otherwise specified, are valid for data 
sheets of semiconductor devices for profes­
sional equipments and applications. Under it, 
the inspection follows the single sampling 
plan for attribute testing AEG 1415 (see 3.4.) 
which corresponds with DIN 40080 (/EC 
publication 410). 

Classification Single- !cumulative-
of defects AOL AOL 

Total defect 0.25% 
Major defect 0.65% 
Minor defect 2.50% 

A cumulative-AOL equal to 2.5 % is valid for 
all defects mentioned above. 

There are additional characteristics given in 
the data sheets whose measurements are only 
possible through elaborate and costly tests. 
These characteristics are given with foot 
note **) provided they are not of special use 
for the main application. To check the given 
limits of these characteristics, a sampling in­
spection is performed according to single 
sampling plan AEG 1416 (see 3.4.) which 
corresponds largely to ABC-STD 105 D, in­
spection level S 4. In this case an AOL-value 
of 2. 5 % is valid. 
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3.4. Stichprobenpliine 
Zeichenerklarung: 
AQL Gullage 
N LosgriiBe 
n Stichprobenumtang 
c Annahmezahl 
Dmax maximaler Durchschlupf 

Einfach-Stichprobenplan flir AttributprUfung 
(AEG 1415) 

normale Priifung 
normal 

inspection 

D,D6 D,!D D,15 D,25 0,4D 

AQL 

0,65 

n-c 

3.4. Sampling inspection plans 
List of symbols: 
Acceptable Quality Level 
Lot size 
Sample size 
Acceptance number 
Average outgoing quality level 

Single sampling plan for attribute testing (AEG 
1415) 

reduziertePriifung 
reduced 

inspection 

1,0 1,5 2,5 4,D 6,5 

N (0,,. in %) N 

2- 15 
3-0 2-D 2- 15 

8-0 5-0 (9,6) (15,6) 

13-D 
(3,9) (6,7) 13-1 8-1 16- 5D 16- 150 20-0 (2,6) (4,8) (9,2) 

32-D 
(1,7) 

20-1 20-2 2D-3 51- 150 151- 28D 
50-D (1,1) e--- 32-1 (3,6) (6,0) (8,4) 

80-0 (0,71) (2,3) 32-2 32-3 32-5 ·151- 280 281- 500 
125-0 (0,45) 5D-1 (3,8) (5,4) (8,8) 

(0,29) 
~ 

(1,5) 

281- 50D 2D0-0 
(0,18) e---

501- 12DD 
125-1 

f----
(0,64) 

1201- 320D 
e--- 2D0-1 

(0,41) 

3201-IDOOO 2D0-2 

f---- 315-1 (0,68) 

(0,27) 

!ODOl-350001) 
500-1 315-2 315-3 
(0,17) (0,44) (0,61) 

Einfach-Stichprobenplan fLir zersttirende oder 
sehr teure PrUfungen (AEG 1416, Z-Plane). 

II 

80-1 
(1,0) 

125-2 
(1,1) 

20D-3 
(0,95) 

315-5 
(0,99) 

AQL 

50-2 50-3 5D-5 50-7 501- 1200 
(2,4) (3,5) (5,7) (8,1) 

80-2 80-3 80-5 80-7 80-ID 12Dl- 320D 
(1,6) (2,2) (3,7) (5,2) (7,7) 

125-3 125-5 125-7 125-!D 125-14 3201-lODOO 
(1,5) (2,4) (3,5) (5,0) (7,2) 

200-5 200-7 200-10 2D0-14 10001-350001) 
(1,6) (2,2) (3,2) (4,6) 20D-21 

315-7 315-ID 315-14 315-21 (7,3) 

(1,4) (2,1) (3,0) (4,7) 

Single sampling plan for destructive or very 
costly test procedurs (AEG 1416, Z-plans). 

12 
normale Prufunu 

~lwjwJ~J~J~JuJujuJ~J 
reduzierte PrDfung 

normal inspection 6,5 reduced inspection 

n-c 
N (0011 in%) N 

2- 25 2-0 2- 50 3-0 116,6) 

(t1,6) 
26- 90 5-0 51- 150 

8-0 (7,2) I--
91- 150 

13-0 (4,5) 8-1 151- 500 20-d (2,8) 13-1 (10,8) 
(1,8) I-- (6,3) 

151- 500 200-0 125-0 80-0 50-0 32-0 501- 3 200 (0,18) (0,29) (0,46) (0,74) (1,2) 20-1 
I-- (4,1) 

501- 1200 20-2 20-3 3 201- 35 0001) 
32-1 (6,8) (9,5) 

I-- (2,6) 
1201-10000 32-2 32-3 32-5 -50-1 (4,3) (6,1) (9,9) 

I-- (1,7) 
10001-350001) 80-1 50-2 50-3 50-5 50-1 -

(1,1) (2,7) (3,9) (6,3) (9,0) 

1) LosgriiBen Uber 35000 sind zu teilen. '!Lot size above 35000 must be divided. 
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4. Gi.itebestatigte Bauelemente 

Bei den gutebestiitigten Halbleiter-Bauele­
menten wird eine Qualifikations-Prufung an 
jedem Typ und bei jedem Fertigungslos eine 
Requalifikationsprufung durchgefUhrt sowie 
eine laufende Uberwachung der Fertigung 
sichergestellt. Die Uberwachung der Muster­
Prufungen, Musterzulassungen und Gutesi­
cherung, gemaB VG 95211, erfolgt durch eine 
amtliche Prufstelle, den VDE. Aufgrund des 
Beschlusses der Electronic Components Qua­
lity Assessement and Committee (ECQAC) 
konnen die elektronischen Bauelemente, die 
im Herstellerland durch eine Prufstelle uber­
pruft und uberwacht werden, auch in anderen 
Mitgliedsliindern der ECQAC ohne weitere 
Prufungen eingesetzt werden. Die Lander 
Frankreich, GroBbritannien und BRD erken­
nen bereits ihre Prut- und Zulassungsstellen 
gegenseitig an. 
Diese Bauelemente sind sowohl im lnhalts­
verzeichnis als auch in den Datenbliittern 
durch ,,O" gekennzeichnet. 

5. Paarungsschema fi.ir Silizium­
NF-Transistoren 

Die Silizium-NF-Transistorpaare werden nach 
folgendem Paarungsschema ausgemessen: 

Gruppe 
Group 

Code 
Code 

4. Qualified Semiconductor 
Devices 

With these qualified semiconductor devices, 
requalification tests are carried out on every 
type and production lots. The control of samp­
le testing, sample approval and quality assu­
rance is followed according to VG 95211 
through the VOE official testing department. 
According to the resolution of the Electronic 
Components Quality Assessement and Com­
mittee (ECQAC), the devices tested at the 
manufactured country through its qualification 
approval authority, can be used without further 
testing in the member ECOAC countries. 
France, United Kingdom and W-Germany 
mutually accept the agreement. 

These devices are indicated with ,,O" in table 
of contents and technical data sheets. 

5. Pair conditions for Silicon AF 
transistors 

The silicon AF transistors are measured ac­
cording to the following pair conditions: 

hFE-Bereich 
hFE range 

13 2 - 19.0 
------

/ 

25</ 

B 

10 

16 

M 

25 

0 

40 

60 

Die Transistoren kiinnen nur in den aufge­
tuhrten Gruppen gepaart geliefert werden. 

Die Zahlenwerte der hFE-Bereichsgrenzen 
sind der DIN-Reihe R 40 entnommen. 

17.0 23.6 

21.2 30.0 

26.5 37.5 

33.5 47.5 

42.5 60.0 

75.0 

67.0 95.0 

85.0 118 

106 150 

132 190 

170 236 

212 300 

265 375 

335 475 

425 600 

530 750 

670 . 950 

The transistors can be supplied only in the 
above shown groups. 

The values of the h FE range limits are taken 
from the DIN progression R 40. 
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6. Aufbau der Datenblatter 

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht 
folgendem Schema: 
• Kurzbeschreibung 
• Abmessungen (Mechanische Oaten) 
• Absolute Grenzdaten 
• Thermische Kenngri:iBen -

Wiirmewiderstiinde 
• Elektrische Kenngri:iBen 

Falls erforderlich sind die Datenbliitter mit 
Vermerken versehen, die eine zusiitzliche 
Information Uber den beschriebenen Typ ver­
mitteln. 

6.1. Kurzbeschreibung 

Neben der Typenbezeichnung werden die 
verwendeten Halbleitermaterialien, die Zo­
nenfolge, die Technologie, die Art des Bau­
elementes und ggf. der Aufbau genannt. 
Stichwortartig werden die typischen Anwen­
dungen und die Besonderen Merkmale auf­
gefiihrt. 

6.2. Abmessungen (Mechanische Oaten) 

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die 
wichtigsten Abmessungen und die Reihen­
folge der Anschliisse dargestellt. Ein Schalt­
bild ergiinzt diese Information. Bei den Ge­
hiiusebildern wird die DIN-, JEDEC-, bzw. die 
handelslibliche Bezeichnung aufgefiihrt. Das 
Gewicht des Bauelementes ergiinzt diese 
Angaben. 
Besonders zu beachten: 
Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind, 
gilt folgendes: 
Die Werte fiir die Lange der Anschliisse und 
fiir die Durchmesser der Befestigungsli:icher 
sind Minimalwerte. Alie anderen MaBe sind 
Maximalwerte. 

6.3. Absolute Grenzdaten 

Die genannten Grenzdaten bestimmen die 
maximal zuliissigen Betriebs- und Umge­
bungsbedingungen. Wird eine dieser Bedin­
gungen iiberschritten, so kann das zur Zer­
sti:irung des betreffenden Bauelementes fiih-
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6. Data Sheet Construction 

Data sheet information is generally presented 
in the following sequence: 
• Device description 
• Dimensions (Mechanical data) 
• Absolute maximum ratings 
• Thermal data - thermal resistances 

• Electrical characteristics 

Additional information on device performance 
is provided if necessary. 

6. 1. Device description 

The following information is provided: type 
number, semiconductor materials used, se­
quence of zones, technology used, device 
type and, if necessary construction. 
A/so, short-form injormation on the typical 
applications and· special features is given. 

6.2. Dimensions (Mechanical data) 

It contains important dimensions, sequence of 
connection supplemented by a circuit dia­
gram. Case outline drawings carry DIN-, JEDEC 
or commercial designations. Information on 
weight completes the list of mechanical data. 

Note especially: 
If the dimensional information does not include 
any tolerances, then the following applies: 
Lead length and mounting hole dimensions 
are minimum values. All other dimensions are 
maximum. 

6.3. Absolute maximum ratings 

These define maximum permissible operatio­
nal and environmental conditions. If any one of 
these conditions is exceeded, then this could 
result in the destruction of the device. Unless 
otherwise specified, an ambient temperature 



ren. Soweit nicht anders angegeben gelten 
die Grenzdaten bei einer Umgebungstempe­
ratur von 25 ± 3 °C. Die meisten Grenzdaten 
sind statische Angaben, bei lmpulsbetrieb 
werden die zugehorigen Bedingungen ge­
nannt. 
Grenzdaten gelten unabhangig voneinander. 
Ein Gerat, das Halbleiterbauelemente enthalt, 
muB so dimensioniert werden, daB die fUr die 
verwendeten Bauelemente festgelegten ab­
soluten Grenzdaten au ch unter ungUnstigsten 
Betriebsbedingungen nicht Uberschritten 
werden. Diese konnen z. B. hervorgerufen 
werden durch Anderungen 
der Versorgungsspannung, 
der Eigenschaften der Ubrigen elektrischen 

Bauelemente im Gerat 
der Einstellung des Gerates, 
der Belastung, 
der Ansteuerung, 
der Umgebungsbedingungen, sowie 
der Eigenschaften der Bauelemente selbst 

(z. B. Alterung). 

6.4. Thermische KenngroBen -
Wiirmewiderstiinde 

Einige thermische GroBen, z. B. die Sperr­
schichttemperatur, der Lagerungstempera­
turbereich und die Gesamtverlustleistung, be­
grenzen den Anwendungsbereich. Daher sind 
sie im Abschnitt ,,Absolute Grenzdaten" auf­
gefUhrt. FUr die Warmewiderstande ist ein 
gesonderter Abschnitt vorgesehen. Der War­
mewiderstand RthJA ist ohne zusatzliche 
KUhlmittel als ungiinstigster Fall zu verstehen. 

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zu­
gehorigen Parametern unter ,,KenngroBen" 
eingeordnet. 

6.5. KenngroBen, Schaltzeiten 

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bau­
elementes wichtigen elektrischen Parameter 
(Minimal-, typische und Maximal-Werte) wer­
den mit den zugehorigen MeBbedingungen 
und erganzenden Kurven aufgefiihrt. 
• Elektrische KenngroBen 
Die elektrischen Eigenschaften eines Halb­
leiterbauelements werden mit elektrischen 
KenngroBen charakterisiert. Diesesetzensich 

of 25 ± 3 °C is assumed for all absolute maxi­
mum ratings. Most absolute ratings are static 
characteristics; if they are measured by a 
pulse method, then the associated measure­
ment conditions are stated. 

Maximum ratings are absolute (i. e. not inter­
dependent). 
Any equipment incorporating semiconductor 
devices must be designed so that even under 
the most unfavourable operating conditions 
the specified maximum ratings of the devices 
used are never exceeded. These ratings could 
be exceeded because of changes e. g. in 
supply voltage, 
the properties of other components used in 

the equipment, 
control settings, 
load conditions, 
drive level, 
environmental conditions and 
the properties of the devices themselves 

(i. e. aging). 

6.4. Thermal data - thermal resistances 

Some thermal data (e.g. junction temperature, 
storage temperature range, total power dissi­
pation), because they impose a limit on the 
application range of the device, are given 
under the heading ''Absolute maximum ratings''. 
A special section is provided for thermal resi­
stances. The thermal resistance, junction-am­
bient (RthJA) quoted is that which would be 
measured without artificial cooling, i. e. under 
the worst conditions. 
Temperature coefficients, on the other hand, 
are listed together with the associated para­
meters under "Characteristics". 

6.5. Characteristics, 
switching characteristics 

Under this heading are grouped the most im­
portant operational, electrical characteristics 
(minimum, typical and maximum values) to­
gether with associated test conditions supple­
mented with curves. 
• Electrical characteristics 
The distinctive features of a semiconductor 
device are characterised with electrical cha­
racteristics which contain static (d. c.), dyna-
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zusammen aus statischen Kenngr6Ben, dyna­
mischen Kenngr6Ben, Vierpolkenngr6Ben 
und Kennlinien. 
• Statische Kenngr6Ben 
Die statischen Kenngr6Ben beschreiben das 
Gleichstromverhalten der Halbleiterbauele­
mente. Sie gelten tur eine bestimmte Umge­
bungs- oder Gehausetemperatur, oder sie 
sind in Abhangigkeit von der Temperatur an­
gegeben. 
• Dynamische Kenngr6Ben 
Die dynamischen Kenngr6Ben beschreiben 
das Verhalten der Halbleiterbauelemente bei 
Wechselstrom- oder lmpulsbetrieb. Je nach 
Typ werden dabei NF-, HF- oder fiir das 
Schaltverhalten wichtige Kenngr6Ben ange­
geben. Diese Kenngr6Ben gelten nur unter 
bestimmten Betriebsbedingungen. Gegebe­
nenfalls sind diese erganzt mit entsprechen­
den MeBschaltungen. 
e Vierpol-Kenngr6Ben 
Die Vierpol-Kenngr6Ben geh6ren zu den 
dynamischen Kenngr6Ben. Zur Verbesserung 
der Obersichtlichkeit werden sie gesondert 
angegeben, wenn das fiir die Hauptanwen­
dung des betreffenden Typs von besonderem 
lnteresse ist. 
• Kennlinien 
Neben den statischen und dynamischen 
Kenngr6Ben, die bestimmte Kennlinienpunkte 
bzw. Betriebszustande charakterisieren, wer­
den Kennlinien angegeben. Damit wird die 
typische (mittlere) Abhangigkeit einzelner 
Kenngr6Ben voneinander dargestellt. Zurn 
Teil werden auch die Streugrenzen mit an­
gegeben. Diese besagen, daB ein Anteil von 
wenigstens 95 % der Lieferung innerhalb der 
angegebenen Grenzen liegt. 

6.6. Zusiitzliche Vermerke 

Vorliiufige technische Oaten 
Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, 
daB sich einige fiir den betreffenden Typ an­
gegebene Oaten noch geringfiigig andern 
k6nnen. 
Nicht fi.ir Neuentwicklungen 
Typen sind fiir laufende Serien erhiiltlich, Neu­
entwicklungen sollten damit nicht vorgenom­
men werden. 
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mic (a. c.), two-port characteristics and family 
of curves. 

•Static (d. c.) characteristics 
D. c. characteristics explain the d. c. pro­
perties of a semiconductor device. They are 
temperature dependent and are valid only 
for a given ambient or case temperature. 

•Dynamic (a. c.) characteristics 
A. C. characteristics explain the a. c. or pulse 
properties of a semiconductor device. Accor­
ding to the types are given the important AF, 
HF or switching characteristics. The dynamic 
(a. c.) characteristics are valid only under 
special operating conditions. If necessary, 
they are supplied with corresponding measu­
ring circuits. 

• Two-port characteristics 
Two-port characteristics belong to the a. c. 
characteristics. To increase the lucidity these 
parameters are sometimes given separately; 
provided, they are of special use for the main 
application of the device. 

• Family of curves 
Besides the static (d. c.) and dynamic (a. c.) 
characteristics, family of curves are given for 
specified operating conditions. They show 
the typical interdepedence of individual 
characteristics. Partly are given the scattering 
limits. They signify that at least 95 % of the 
delivery lies inside these tolerances. 

6.6. Additional informations 

Preliminary specifications 
This heading indicates that some information 
on the device concerned may be subject to 
slight changes. 

Not for new developments 
This heading indicates that the device concer­
ned should not be used in equipment under 
development, it is, however, available for 
present production. 



7. Zubehor 

Best.-Nr. Fig. 
Number Fig. 

009004 7.1 

119 880 7.2 

513242 7.3 

515390 7.4 

562897 7.4 

564542 7.5 

Fig. 7.1. 

30,1 

50 I 

7. Accessories 

Bezeichnung 
Designation 

lsolierscheibe 50 µm dick 
Isolating washer, thickness 50 µm 

lsolierscheibe 60 µm dick 
Isolating washer, thickness 60 µm 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

lsolierscheibe 75 µm dick 
Isolating washer, thickness 75 µm 

lsolierscheibe 175 µm dick 
Isolating washer, thickness 175 µm 

lsolierscheibe 50 µm dick 
Isolating washer, thickness 50 µm 

(al 
~ 

Fig. 7.2. 

Fig. 7.4. 

FUr Gehause 
For case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC T03 

12 A 3 DIN 41 869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

14 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 220 (SOT 78) 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 
Typen mit hoher Sperrspannung 
Types with high reverse voltage 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 
Typen mit hoher Sperrspannung 
Types with high reverse voltage 

14 A 3 DIN 41 869 
JEDEC TO 220 (SOT 78) 

.... 
Fig. 7.3. M 2: 1 

Jit, •i 

17,8 

Fig. 7.5. 
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BD127·BD128·BD129 

Silizium-NPN-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein bei hohen Betriebsspannungen 
Applications: General at high supply voltages 

8esondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Verlustleistung 17,5 W 

Abmessungen in mm 

Dimensions in mm 

Zubehiir 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 412/04 77 A 2 

• Power dissipation 17,5 W 

!~o.s 
1,25 

' 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80127 80128 80129 

300 350 400 v 

250 300 350 v 

5 v 



BD127·BD128·BD129 

Kollektorstrom 
Collector current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease :<:: 45oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

0-----+--+--+--l-+--H-1+-----+-- ..7~5 Tfl< 

lease= 45 °C 

1t===t=::::l::::::t:::j:::j::ttl:\:===t==1::::::t::j::j::ttl:i 
A,___+----+----+-+--+-+-H+---+---+----+---+--+--+-+++ 

0,5,----~++++++---+----+-+--+--+--H--H 

>---+------+---+-++++.+----+----+--+-t---1 

0,05+--~-r-+--+-+-t-+-H----~-+--~~-+-+-­
,___+------+---+-+-+++H----~~- BO 127 

t--+---+----+--t-++HH----'---fl.-hl BO 128 

50 100 

I\ /_lo 129 

[ 
500 v 

UCE--

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Min. 

2 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3•2 DIN 125A 
with screw M3 and washer 

RthJC 

500 

17,5 

150 

-55 ... +150 

70 

Typ. 

mA 

w 
oc 

oc 

Nern 

Max. 

6 °C/W 



BD127·BD128·BD129 

KenngroBen Min. 
Characteristics 

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 15ov Icso 
Ucs = 150V, tamb = 150°C Icso 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

Ic = 1 µA BD 127 U(BR)CBO 300 
BD 128 U(BR)CBO 350 
BD 129 U(BR)CBO 400 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 1 mA BD 127 U(BR)CE01l 250 
BD 128 U(BR)CEa1l 300 
BO 129 U(BR)CEQ1l 350 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 µA U(BR)EBO 5 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 15 V.Ic = lmA hFE 
UcE = 15V, le= 50mA hFE1) 30 

t 12 041 m 

hFE 

100]~~~~~~~~~~~~~ 
50 1' 

1' 
UCE = 15 V 1+1-1+---+--+++++++ 

'• r = 0,01 Lili+---+-+++++++ 
Ip= 0,3 m• 

'•mb = 25 °C 
10t=±:::l:::J::±j:!fu:::::=i:=i:::i::::i:+i:1:ll=±=r±!:!:l:!:l: 

1) ~ = o 01 t = O 3 ms T ' , P , 
1q 100 mA 

Ic--

Typ. Max. 

50 nA 
100 µA 

v 
v 
v 

v 
v 
v 

v 

50 

3 





BD 135 · BD 137 · BD 139 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 8 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 135, BD 137, BD 139 sind komple­
mentar zu BD 136, BD 138, BD 140 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolier_scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.413/0477A2 

Features: 

• Power dissipation 8 W 

• Matched pairs available 

•BO 135, BO 137, BO 139 are comple­
mentary to BO 136, BO 138, BO 140 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BD 135 BD 137 BD 139 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

5 

I 
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80135 • 80137 • 80139 

Kollektorstrom le 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom IcM 
Collector peak current 

Basisstrom Is 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb ~ 45oc Ptot 
lease ~ 7ooc Ptot 

Sperrschichttemperatur lj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA1) 
Tightening torque 

72047 Tfk 

r--- lmpul•belastung 80135 

r--- Pulse load _l 80137 
r--- '• T = 0,01 ~80139 
r--- tp.::S 0,1 mli 

+-..:~ ~. --- ---!'"' 

1 
,, 

A u: 

,5- ~ _r 
~ \ ' ~ ,\ 

a 

0 

'case= 70 cc 

~ 
~,\I 
I 
\ \ 

,1 
]\~I I 

15 0,0 

1 0,0 1 5 10 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

1 A 

1,5 A 

100 mA 

1 w 
8 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



80135 • 80137 • 80139 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 10 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 30V Ieso 100 nA 
Ues = 30 v, tamb = 150 °e Ieso 100 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung I Collector-base breakdown voltage 
Ie = 1mA BD 135 U(BR)eBO 45 v 

BD 137 U(BR)eBO 60 v 
BO 139 U(BR)eBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 2omA BD 135 U(BR)eE0 1l 45 v 
BD 137 U(BR)eE0 1l 60 v 
BD 139 U(BR)eE0 1l 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 µA U(BR)EBO 5 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 500mA, 18 = 50mA UeEsat 1l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,Ie = 500mA UsE1) 1 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V, le= 150mA BD 135 hfE1) 40 250 
BD 137, BD 139 hFE1) 40 160 

UeE = 2V, le= 500mA hFE1) 25 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2 V, le = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 5 V, I e = 50 mA, f = 30 MHz fr 50 MHz 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

7 



BO 135 · BO 137 · BO 139 

t , 
71 1 Tfk 

lZ 

1cso1-+-+-+-+-+-+-1-+---+-+-+-¥-/+-+~ 
/ 

8 

10+--<-+---+-+-+-+-+-+-+-~'--+---+-1----< 

µA1-+-+-+--+-+-+-1-+-4[2~VF-+-+-~7l~~y 

/ d/1 
Streugrenze '- j,-1 

t-- Scarrering /imll \ Z '1_ 

"' 17 V Uce s: 30 v 

0 •001 -t-o_._...._.._._5+0-'-...__.__._1+00_.._0c ......... _.._. 
1amb--

71 81 !5 Tlk 

0, 8 +---+-+++++H+---+--++++++++--+-+-++++++ 
V1-+-++++1+++--+-++-f++ll+--+-++++~ 

hFE = 10 
1amb = 25 °C 

Streugr.enze. ~ 
I--+---+-+++++++---' Scattering !tm1t T 

0,4 ,r 

10 

J/ 

100 mA 
le--

t 25~ ~ 17 .Y 71408 T~ 
_j_ m~ 3,5 mA .-I-' 

2,5~A 

300t-+-lffl-17f-F-t-l-+--+--l-f--+--i-2~mA+-I 

100 

0 

3 
v 

0,3 

....I-

lliL 

7 

IZ 

l~A 

18 -=0,5 ~A t-
'amb•25oc 

111 
t-

2V ---UCE 

72049 Tik 

Vee= 2 v 
'amb • 25 °C 

0 •1o 0,2 0,4 0,6 QS A 
le--



BD 135 · BD 137 · BD 139 

t 
h :rj_ :r_I 
FE>-+--+-+--+--+---+--~~-+-+-+--'-' 

72 048 Tftr. 

>---+----+-+----+--+--< Uc E = 2 V f----+-1------1------l 

'amb = 25 °C 

100 I,.- '1-t--+-

I 
1+-'-_._,-'-......._._ ............. -+-..._,_...j...-1.~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 A 
Ic-
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BD 136 · BD 138 · BD 140 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 8 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 136, BD 138, BD 140 sind komple­
mentar zu BD 135, BD 137, BD 139 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Features: 

• Power dissipation 8 W 

• Matched pairs available 

• BO 136, BO 138, BO 140 are comple­
mentary to BO 135, BO 137, BO 139 

,0'J,1+0,1 

-P-:::::::;--:::::::;-~--~]--i B 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.414/0477A2 

2 I==_ 13,5 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 

BD 136 BD 138 BD 140 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

11 
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80136 • 80138 • 80140 

12 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb ~ 45oc 
lease s; 70 oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

0,1 i== 

-re 

-/CM 

-Is 

Ptot 
Ptot 

t j 

1stg 

MA1) 

72050 Tfk 

lmpulsbelaetung W--~-'---4--1-l-+-H'-" 

Pulse load r- BD 136 

Ip I "~ T = 0,01 .~D 138 f-+-
fp ~ 0,1 ms \ \ BD 140 

0.01-1-~-'--'-_._ .................. +--~"--_.__... ............. 
1 5 10 50 v 

-UCE-

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and Wl'tsher 

1 A 

1,5 A 

100 mA 

1 w 
8 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BD 136 · BD 138 · BD 140 

Wiirmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehii.use 
Junction case 

RthJe 10 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ues = 3ov - 1eso 100 nA 

- Ues = 30 V, lamb = 150°e - 1eso 100 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

I Collector-base breakdown voltage 
-le= 1 mA BD 136 -U(BR)eBO 45 v 

BD 138 -U(BR)eBO 60 v 
BD 140 _ U(BR)eBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 20 mA BD 136 - U(BR)eEO 1) 45 v 

BD 138 - U(BR)eEO 1) 60 v 
BD 140 - U(BR)eEO 1) 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = 1 µA -U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sii.ttigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 500mA, -18 = 50mA - UeEsat 1) 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UeE = 2V, -le= 500mA - UBE 1) 1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UeE = 2V,-Ie =150mA BD 136 hFE1) 40 250 
BO 138, BD 140 hFE 1) 40 160 

- UeE = 2 V, -le = 500 mA hFE1) 25 

Fur Paare gilt das h FE-Verhii.ltnis 
h FE matched pair ratio 

-UeE = 2V,-le = 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UeE = 5V, -le= 50mA, f = 30MHz h 50 MHz 

Ip 1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

13 



BD 136 · BD 138 · BD 140 

71 1 Tfk 

JL 
.L t 

l 
/ 

-lCBO 

10 
µA 

I- ~~~~~~;:g"~:,it, 

~TZ , 
v· 

7 .. JZ 
~ 

17 

0,1 

0,01 lZ 

v 
V1 

0.0010 
50 

t 

7 

r7 

, 
£ r7 

/ lL1 , ~ 
7 

T7 
JI 

17 

Vee= 30 v 

100 °C 
lamb--

71 818 Tfk 

-Uc E sat 1--+-+-+++++H-1-1-++++Ht---+-1--11-1+1-111 

14 

o. 8 +--+-'1-++++Hlf---+-+++J+H+---l-+-+-++lf-Hl 

V1--+-+-+++++H-l-l-++++w--+-1--11-1+1-111 

hFE = 10 
'•mb = 25 oc 

o,e-1---f-H-++++f+---,--,-,-r-1,.,.,IT,+--+--+-l+l+I-.~ 

1--+-+-'-'-U-1.+1---1 Streugrenze 
Scattering limit 'f': V 

r 
0,4+--+-+-+++++H-1-1-++++H+---+i/. '-1-1-1+1-lll ,,: 

10 

J/ 

100 mA 
-1e-

t l-+-1J1-+--1e=s':'.,:...AYF-+-t-+--=<'-=11,.,,• -r""-::::1 
y J4,5mA~ 

" r1:r l 30>vot-+---~Y~Vf+-+---f--+-t-+-ll-+-t-+2~~m----1A 

fll/ l 
'{/J I 

l-l-•uu+--l--+-----f----/--J--l-+---l-.J.-+2~A 

2001.____.,,,'lt.rlf-+-+-+-+-+--+-+-l-l-+-+-l~r--
~ 1,5mA 

1mA 

100 v 

t 

0 

0.5mA 

l 

± 
2V 

-UeE-

1-1-+-+-+-f-+-+++-+-+-t-+-l- 7 2 0 8 2 Tfk 

-UBEl-l-+-+-+-f-+-+++-+-+-+-+-+-+-+++-+~ 

......,_.,__.__..._.-+-.._, -UCE = 2 V 

lamb"' 25 "C 
31+-J....J.-1-l-+-+-++~-~.....+...+-+...1--1~ 

v 

o~:+-+--+-+-+-f-+-+++-+-+-+-+-+-+-++-+-+~ 

o;2 0,4 Q;6 0,8 A 
-1e--



BD 136 · BD 138 · BD 140 

t 72 051 Tfk 

h FE 1----1----+---+---l--+-+-+--L-__!__L_LI--+---<--1---1 

~-'--'----'--'-----'-' - UC E = 2 V f--+--+-1 
'•mb = 2!5 °C 

1+-'---J..-..<i-O-..L-.j...~--4--'--'-__._.._._, 

0 0.2 0,4 0,6 0,8 A 
-1c--
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80165·80167·80169 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 
• Verlustleistung 20 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 165, BD 167, BD 169 sind komple­
mentar zu BD 166, BD 168, BD 170 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

g3,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
lsolatmg washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 415/0477 A2 

• Power dissipation 20 W 

• Matched pairs available 

• BO 165, BO 167, BO 169 are comple­
mentary to BO 166, BO 168, BO 170 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BO 165 BD 167 BD 169 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

17 



80165·80167·80169 

18 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease <:; 25 oc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,01 
1 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ic 

1CM 

lg 

Plot 

lj 

1stg 

MA1) 

71 8 1 7 Tfk 

10165 I-

I BD167 

~ B~~g ~ -1 

tease "' 25 °C 

' 

5 10 

3,2 DIN 125A 

-3J 
Jl 

~ 

Nl\l 

" 

U 50 v 
CE~ 

1,5 A 

3 A 

500 mA 

20 w 
150 oc 

-65 ... +150 oc 

70 Nern 



80165·80167·80169 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause RthJe 6,25 0 e1w 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BO 165 Ieso 100 µA 
Ues = 6ov BO 167 ' Ieso 100 µA 
Ues = sov BO 169 Ieso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-oft current 

UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le=100mA BO 165 l'!BR)eE0 1l 45 v 
BO 167 U(BR)eE0 1) 60 v 
BO 169 U(BR)eE01l 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le = 500 mA, 18 = 50 mA UeEsat 1l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V, le= 500mA UsE1) 950 mV 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2 V.fe = 150 mA hFE1) 40 
UeE = 2 V, le = 500 mA hFE1) 15 

Fur Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2 V.fe = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 2V,ie = 500mAJ= 1MHz f1 3 MHz 

1) ~ = 0,01, Ip = 0,3 ms 

19 



BD165·BD167·BD169 

t I I ••• = 10 

u 1-------1 lp 
CEsat i---- r = 0 •01 

71 8 2 0 Tfk 

UBE sat t-------1 '• = o, 3 m• i+----+---+--+-+-+-++H 
lamb = 25 °C 

0,5+--t--+-t-+-+-+-tt+---+---+-+-+--t-J,j-t-, il'H ,,_ 
~I 

o.1~~•~m1 ,E UcEsat 

0,05 

50 100 500mA 
ic--

E 

1 
v 
,sj 0, 

1----i 

t------i 

0 .1 

15-0,0 

1 0,0 10 

t 71821 

• = ------'··-"·----

UCE = 2 V 

'• y=0,01 

tp=0,3ms 

'•mb = 2!5 °C 

50 100 

Tlk 

~ hFE (le = 30 mA, lamb= 25 °C J 

hFEn 1----+--~~l~]_~~~--,--+t-tt1 
'•mb = + 150 °C 

~ ~ 
0,5 

- 25 ·c 
""" -t""" f .......... ""'l 

]'-.... H 

l ~ 
Uce = 2 v ~ 
'• 0,1 T =0.01 

I tp = 0,3 ms 

0,05 

100 

20 

71 819 ,,. 

500mA 
Ic--



80166·80168·80170 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 20 W 

• Gepaart lieferbar 
e BD 166, BD 168, BD 170 sind komple­

mentiir zu BD 165, BD 167, BD 169 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

.3,1+0,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.416/0477A2 

Features: 

• Power dissipation 20 W 

• Matched pairs available 

•BO 166, BO 168, BO 170 are comple­
mentary to BO 165, BO 167, BO 169 

-Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
metallic surface 

Nonngehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BO 166 BO 168 BO 170 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

21 



BD166·BD168·BD170 

Kollektorstrom -Ic 1,5 A 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom -IcM 3 A 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

-Is 500 mA 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease :o;; 25°C Ptot 20 w 
Sperrsehiehttemperatur ti 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh fstg -65 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

MA1) 70 Nern 

7181. "" 
II 

80166 H 

t 
-le 

J.. l 80168 

,\ !:10 ~ 1 
A :x 

5 ~1 
t----1 le•••= 2!5 °C 

0, 

Pl 
f'i 

0 ,1 

..J -0,0 

1 0,0 
5 10 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3•2 DIN 125A 

22 



80166·80168·80170 

Wi:irmewidersti:inde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 °C/W 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 6,25 °C/W 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 45V BO 166 - 1cso 100 µA 
-Ucs = 60V BO 168 -Icso 100 µA 
-uc8 = sov BO 170 - 1cso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 10omA BO 166 - U(BR)CEO ') 45 v 
BO 168 - U(BR)CEO ') 60 v 
BO 170 - U(BR)CEO ') 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 500mA, -Is= 50mA - UcEsat'l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V, -Jc= 500mA -UsE') 950 mV 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA hFE') 40 
-UcE = 2V,-lc = 500mA hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 2v,-Ic = 500mA,/= 1MHz fr 3 MHz 

1) ~ = O 01 t = O 3 ms t ' p ' 
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BD166·BD168·BD170 

t 
I IIT -u 

CEsat ~ -uce • 20 v 
-uBEsatt--- hFE • 10 

'• t--- 7' •0,01 
Ip= 0,3 ms 

'•mb = 25 "C 

71823 Tfk 

~5+---l--<--+++++++----l--<--+4lil++-1-H 

50 100 

Ii 

500mA 
-1c--

'•mb = +1!!50 "C 

1 
v 

0, ~ 
r----1 -uce,.. 2 v 

Ip 

r----1 r. 0.01 

Ip= 0,3 ms 

'•mb = 25 '"C 
0 ,1 

0,0 5 

1 0,0 10 50 100 

-uce • 2 v 

'• 
0,1 L T. 0,01 lE~EEEfll 

Ip= 0,3 mo 

24 

0,05+--+---+-+--++++++----+-+--+44+1-H 

50 100 500mA 
-IC --

71822 Tfk 

500mA 
-1c--



BO 175 · BO 177 · BO 179 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstiirker, -Treiber und -Endstufen 
Allgemein im NF-Bereich 

Applications: Audio amplifier, driver and output stages 
General in AF-range 

8esondere Merkmale: Features: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 30 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 175, BD 177, BD 179 sind komple­
mentiir zu BD 176, BD 178, BD 180 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

/63,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.41B/0475A 1 

• High peak power 

• Power dissipation 30 W 

• Matched pairs available 

•BO 175, BO 177, BO 179 are comple­
mentary to BO 176, BO 178, BO 180 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

80175 80177 80179 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

25 
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80175 • 80177 • 80179 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease::; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731324 Ttli 

ot 

40 
w 

30 

~ 
~ 

JS] 
..,,. rs.: 

~ 

""' cs 
10 is: 

"" ~ 
r~ 

CSJ 
0 50 100 "C 

1case --

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and washer 

26 

Ic 3 A 

1cM 6 A 

/9 1 A 

Ptot 30 w 

ti 150 oc 

1stg -55 ... +150 oc 

MA1) 70 Nern 

741578 Tfk 

0,05-+---+--~-+--+-+-+++i 

BD 175 'k-+ti-+i-t-H 
BD 177 ..fCC,,.-"l.H-IH-t+I 
BO 179 P..i+!-+-<-++1 

0,011 
5 10 50 v 

UcE-



BO 175 · BO 177 · BO 179 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 0 e1w 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 4,16 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BD 175 Ieso 100 µA 
Ues = 60V BD 177 Ieso 100 µA 
Ues = 80V BD 179 Ieso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

le= 1oomA BD 175 UeEOsus 1J 45 v 
BD 177 UeEOsus 1) 60 v 
BD 179 UeEOsus 1) 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1A, 18 = 1oomA UeEsat 1l 800 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,/e = 1A UsE1) 1,3 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V,/e = 150mA hFE1) 40 236 
UeE = 2V,/e = 1A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

UeE = 2 V, le = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250 mA, f = 1 MHz h 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 

27 



BO 175 · BO 177 · BO 179 

t 
741570 Tfk 

UBE sat, 1--+-++--+-+-1+++----+--+--1--f++l+1--+-++--+-+-l-lll 

UcE sat 1--+-++--+-+-1+++----+--+--1--f++l+1--+-++++-1-H1 

15+--+-+-+++++f+---'----'--'-.L.Lll4--+-+-+++­
v 1--1-++-++tffi hFE = 10 

lease = 25 °C 

28 

12+--+-+-+++++f+----+-H-++++++---+-+-+++-

9 +--+-+-+++++f+----+-H-++tffi 

6+-+++H~"""f-1--+H+++++-H--+++t+ftjj 
A-1" 

3+--+-+-+++++f+----+-H-+++t++----'--L--"-+t+HI 

10 100 mA 
Ic-

5 

0,5 

Q,1 

0,05 

••• hFEn = hFE (le= 100 mA ) 

UcE = 2 V 

tease= 25 °C 

"'\J 
!SI 

0,01 0,1 

741571 Tfk 

~ 

/ 1A 
c-



BD 176 · BD 178 · BD 180 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Allgemein im NF-Bereich 

Applications: Audio amplifier, driver and output stages 
General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 30 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 176, BD 178, BD 180 sind komple­
mentar zu BD 175, BD 177, BD 179 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

JlJ3,1+0.1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 419/04 77 A 2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 30 W 

• Matched pairs available 

•BO 176, BO 178, BO 180 are comple­
mentary to BO 175, BO 177, BO 179 

-Ucso 

-UCEO 

Kol/ektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BO 176 BO 178 BO 180 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

29 
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80176 • 80178 • 80180 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 7313 24 Tllo. 

Ito t 

40 
w 

3 0 

20 

1oJ 

0 

"' r\ 
~ 
~ 

1'.. 
~ 

"""l 
["SJ 
~ 
~ 

~ 
~ 

rs 
50 100 ·c 

1case ---

-Ic 3 A 

-/cM 6 A 

-/9 1 A 

Ptot 30 w 
tj 150 oc 

tstg -55 ... +150 oc 

MA1) 70 Nern 

741 579 Tfk 

o. 5 +--+--t-+--1-t-tt+t---t--+--~-+t-t+I 
~ 

0•1 ~EE8Im~~3tttml I= BO 176 
BO 178 _,J:S:--""ld>+-1-++., 
BO 180 l"'-d-1-1-1-++H 

b. 
0,0 5 +--+---+-_,_,r+--t-t-H 

0,011 5 10 50 v 
-Vee-

1) mil M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 
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80176 • 80178 • 80180 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 oc/W 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 4,16 °C/W 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 45V eo 116 -Icso 100 µA 
-Ucs = 60V eo 118 -Icso 100 µA 
-uc8 = 80V eo 150 -Icso 100 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

-le= 1oomA BD 176 -UcEOsus1) 45 v 
BD 178 - UcEOsus1) 60 v 
BD 180 - U CEOsus 1) 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 1A, -18 = 1oomA -UcEsat 1l 800 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V,-Ic = 1A -UBE1) 1,3 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA hFE1) 40 236 
-UcE = 2V, -le= 1A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 10V, -le= 250mA, f= !MHz fy 3 MHz 

Ip 1) T = 0,02, Ip= 0,3 ms 
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BD 176 · BD 178 • BD 180 

t 741572 
Tlk 

-uBEsat, 
l---+-+-+H-Hl-l+---+-+-1-++++tt-~t-+-++++Hi 

-uCEsat1---+-+-+H-H1-1+---+-+-1-++++tt-~1-+-++++Hi 

32 

15+--+-++++l+H-----'----'--.J....LJ..1..Uj~+-H-1H+ltl 

v 1--+-l-H-+++H 
hFE = 10 

lease= 25 °C 

9+----+-++++t+t+---t-+++1-++H 

6+--f-+-t-±l;joio+!"'=--t-+++1ftttt~+-f-+1H+ltl 

-H" 

t 

500 

100 

-UCE = 2 V 

lease= 25 °C 

i.-1" +.... 

0,01 0,1 

~ 

741573 Tfk 

I\ 

\ 

1A 

-Ic -



BD 185 · BD 187 · BD 189 

Silizium-NPN-Epibasis-Transistoren 
Silicon NPN Epibase Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Applications: Audio amplifier, driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 40 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 185, BD 187, BD 189 sind komple­
mentar zu BD 186, BD 188, BD 190 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

/63,1+0,1 

2 L1a.s 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.420/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 40 W 

• Matched pairs available 

•BO 185, BO 187, BO 189 are comple­
mentary to BO 186, BO 188, BO 190 

Ucso 

UcEO 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 

BD 185 BD 187 BO 189 

40 55 70 v 

30 45 60 v 

5 v 
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80185 • 80187 • 

34 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ::;; 25 oc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

80189 

Ic 

1CM 

Is 

Ptot 

lj 

1stg 

MA1) 

~ 
~ 

'case = 25 °C 

BO 185, 
BO 187 
80189_-.. 

5 10 

3,2 DIN 125A 

7415 6 8 m 

.l. 

i\ 

bJ 

50 v 
UcE-

4 A 

8 A 

2 A 

40 w 
150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BO 185 · BO 187 · BO 189 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 90 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,12 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 40V BO 185 1eso 0,1 mA 
Ues = 55V BO 187 Ieso 0,1 mA 
Ues = 1ov BO 189 Ieso 0,1 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V /EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

le= 1oomA BO 185 UeEOsus 1l 30 v 
BO 187 UeEOsus 1l 45 v 
BO 189 UeEOsus 1l 60 v 

Kollektor-Siittigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ie = 2A, /9 = 200mA UeEsa1 1l 1 v 
Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,/e = 2A UsE1l 1,5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V, le= 500mA hFE1) 40 236 
UeE=2V,/e= 2A hfE1) 15 

FOr Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
h FE matched pair ratio 

UeE = 2V, le= 500mA 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 1A, f= !MHz fr 2 MHz 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 
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BD 185 · BD 187 · BD 189 

t m 
741l564 

1, 5 +--+-+++++t++--+-++++++tt---+-1-+++-tffl 
v ,__;-+-+++H-++-~~~-+--+-+-+-+++++< 

,0-

00,01 
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0,1 

UCE = 2 V 

tease == 25 °C 

1A 

t 
11 FEn 

10 

5 

0,5 

0,1 
0,01 

7415615 Tfk 

hFE 

I 
hFEn = hFE ( le= 1 A) H 

Vee= 2 v 
tease = 25 °C 

I .... 
~ 

1' 

1-1 
~ 
~ 
~ 

0,1 1A 



BO 186 · BO 188 · BO 190 

Silizium-PNP-Epibasis-Transistoren 
Silicon PNP Epibase Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Applications: Audio amplifier, driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 40 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 186, BD 188, BD 190 sind komple­
mentar zu BD 185, BD 187, BD 189 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.421/0477A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 40 W 

• Matched pairs available 

• BO 186, BO 188, BO 190 are comple­
mentary to BO 185, BO 187, BO 189 

-Ucso 

-Ucrn 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BO 186 BO 188 BO 190 

40 55 70 v 

30 45 60 v 

5 v 
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80186 • 80188 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:::; 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

• 80190 

'case = 25 °C 

5 

-le 

-lcM 

-ls 

Ptot 

ti 

1stg 

MA1l 

741s89 "" 

~ 

10 

r\ 
IX 

~ 
BO 186, 
80188 
BO 190, 

"' 

50 v 
-UcE-

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3.2 DIN 125A 
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4 A 

8 A 

2 A 

40 w 
150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BD 186 · BD 188 · BD 190 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 90 0 e1w 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,12 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-ue8 = 40V BD 186 - 1eso 0,1 mA 
-Ues = 55V BD 188 -Ieso 0,1 mA 
-ue8 = 1ov BD 190 -Ieso 0,1 mA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

-le= 1oomA BD 186 UeEOsus1l 30 v 
BD 188 UeEOsus1l 45 v 
BD 190 UeEOsus1l 60 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA -UeEsa1 1l 1 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UeE = 2V,-le = 2A -UsE1) 1,5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UeE = 2V,-le = 500mA hFE1) 40 236 
-UeE = 2V, -le= 2A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

-UeE = 2V, -le= 500mA 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

- UeE = 10V, -le= 1A, f= 1 MHz fr 2 MHz 

1) Ip - -T - 0,02, tp - 0,3 ms 
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BO 186 · BO 188 · BO 190 

t 

1, 5 +---t-+-+-++t+H - UCE = 2 V 

V lean= 25 °C 

Tlk 
741587 

o, 5 +---+-+-+-++++tt---+-1-1-+'+t+t---+--+-Til-t+ttl 

40 

1A 
-1c-

t 7415 6 6 Tlk 

h FE n f--~-++++-!+----+--++++++++---+-+-+++1+1-

f--+---+++++++J hFEn = hFE . H 
hFE (-le = 1 A ) 

-uce = 2 v 

1ot=am:UL':· .. :_· :_;= 2:5.·:cF=:=r::P:t±rmEJt:lli 

0, 5 +---+--++++1----+-H+l++H--~l\-+-+t++-1-jj 
~ 



BD 201 · BD 203 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 60 W 

e BO 201, BO 203 sind 
komplementiir zu BO 202, BO 204 

Features: 

• High peak power 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 60 W 

e BO 201, BO 203 are 
complementary to BO 202, BO 204 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

t ,~5 

4t 1,Lt,~, -+-~-+----~---fl=c:::======::::;2;__,65 

Zubehor 
Accessories 

t 

----, 
I 
I 
I 

~--+­
I 
I 
I _____ _J 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2. 654/1077 A 1 

Best. Nr. 513242 

------- ---- c 
2,54 

0,85 

Kollektor mit 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

14A301N41869 
JEOEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 201 • 80203 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,;; 25oc 

S perrsch ichttemperatu r 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
~ot1--+--~~-----+-----+-+-+-+-l-----+-----+-+-+-1 

80+--+-+-+-+--1-1---1-t-+-+-+-+-+--+-~ 

Vt/ 1--+--f--t---l-t--+-+--+---1--+--+--+--+-+--< 

RthJC = 2,08 °C/W 1----t----+----

60+-+-l-+--+-+-,--,---,.-,----;--+--+-t-1 

20+-+---+-+-+-+-1-+-+--+-~l\.'ll---+---l-+~ 
K 

Fig. 1 

0 40 80 
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Ucso 

UcEO 

UEBO 

Ic 

IcM 

Ptot 

tj 

fstg 

10 
A 

5 

0,5 

0,1 

1--

1 

BD 201 BD 203 

60 v 

45 60 v 

5 v 

8 A 

12 A 

60 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

a:x 
=:'.._ 

ex 
~-3: 

~ ~ 

~:\J 
~~ 

BD 201-

BD 203 -

10 

77 22 00 

tease= 25 °C 
Ip 
y=0,01 

tp=100µs 

200 µs 

n 
V 500 µs 

v1ms 

_/_10 ms 

ii Fig. 2 

100 v 
UcE-



BD 201 · BD 203 

t 
7 7 2 201 

~3 
o,01J....._L__J___J_1LoL_-s...L_J_...LJ.1~0---s.L__--'--.LL10L_-4--'----1.....LI1~0---3-'--'-..L..L1+0--~2'---'--L..J....10~--1~-__J_...L..J.1~0-o__J_s_.__~_, 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehii.use 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lease = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 40 V, tease = 150 °c 
UcE=30V 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB= 5V 

RthJC 

Icso 
/CEO 

Ip---

Min. Typ. Max. 

2,08 °C/W 

mA 
mA 

mA 
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BD 201 · BD 203 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ic = 3A,18 = 300 mA 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 2 V, le= 3 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 2 V, le= 2 A BD 203 

UcE = 2 V, le= 3 A BD 201 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcB = 3 V, le= 300 mA, f = 1 MHz 

t 
u 
CEsat1---+-++++++++--+-+++1++-H--+-++H+H1 

fcase = 25 °C 

5 0 0 +----+--+-++++++l IC BA 

5A 

3A 

10 100 

Ip 
') T - 0,01, Ip - 0,3 ms 

44 

f-.1 
Fig. 4 

1000 mA 

le-

Min. Typ. Max. 

UcEsat ') v 

UBE') 1,5 v 

hFE ') 30 

hFE 'l 30 

fr 3 MHz 

t 
UBE sat 1---l---1-l-+-1--1-H+----+-+--+--+-l-+++I 

1, 6 -l----1---1---1-l-+-l-+++--+-+-+-+-+-+-l+I 
v 

'case= 25 °C 

1,2+---l---l---l-l-+-l-+++--+-+-+-+-+-+-l~ 

./1 0,8+--+--+-+-++t~"---t--+-+-t-+-1-++1 

i..-H-'I 

0,4+---1---1--+-+--H-+++--+-t-t-+-+-+-l+I 

Fig. 5 
O-J--...l.--'-...1.-11--LIU-'"~--'~.1..-J""-~~ 

0,1 0,5 



BD 201 · BD 203 

77 2204 

ti - +100 °C 

!---' ~ ffi +2~ ,~ ~ 100 
!ll 

25 °C 1" 

llV 

~ ~ v UCE = 2 V 

1, 2 _,__,_+--+-1-1-++++---+-+--+-++++++---+-+-+-+ttttl 

50 

10 

5 
0' 4 _,_--+-+--+-++++++---+--+-+-+++i++---+---r-t-Tttt11 

I 
Fig. 7 

1 0+--'-"'-'-.......... "'t---'-~~"'t---'-~~ 
Fig. 6 

0,01 0,1 0,01 0,1 

45 





BD 202 · BD 204 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 60 W 

e BD 202, BD 204 sind 
komplementiir zu BD 201, BD 203 

Features: 

• High peak power 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 60 W 

e BO 202, BO 204 are 
complementary to BO 201, BO 203 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

' :~5 4L,B~j-'-.L-'-_,.__..__._ ___ _..__L-_______ ~2,65 ! ",_35~,~--+-~--1---~--i . 

I 

Zubehor 
Accessories 

~---1 

I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ _J 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2.655/1077A1 

Best. Nr. 513242 

---·----- c 
2,54 

B 

0,85 

Kollektor mit 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

14A3DIN41869 
JEDEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 202 · BD 204 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

t 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:=:; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

77 2199 

1tot1--1--1--1---1-+-+-+-+-+-+--+--+-+-+--1 

80+-l---1-+-+-+-+-+-f--+-+-++-+-t--1 
w 

RthJC = 2,08 "C/W f--+--t--1 

so-1-.;....i-..-J-t-+-.--,,---,--,--r-1-t-+--i 

20+-+-+-+--+-+-+--+-+-+-r~'ll--+-+-+-~ 
t\. 

Fig. 1 

0 40 80 120 °C 
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BO 202 BO 204 

-Ucso 60 

-UCEO 45 60 

-UEBO 5 

-Jc 8 

-/CM 12 

60 

150 

-55 ... +150 

l---+--1-1--W-U-U--+->-I-._, 1ca:se = 25 °C 

l---+--1-1--W-U-U--+->-l-!+m * = 0, 01 

tp=100 µs 

200 µs 

~:t:ti:tl:~~t':'tjft\tl'rtl 500 µs 

v 

v 

v 

A 

A 

w 

oc 

oc 

5-l-...J..-+-J....l..j.++!A~~~~~-Y-l>.~<--+-+--l-+-1-l~ 

l---+--l-l--W-U-U-.-"'\j_...,'-'-'~UW-U-U/1ms H 
\\ 10 ms 

1---+-+-+-+4 B D 2 02 -+--..H+e~-+-+++H.+;< 

BD 204 
Fig. 2 

0, 1 ~-+..J.....1...W..-4--.......J....W.'-1..Lll---'--'---_J 
1 10 100 v 

-UcE---



BD 202 · BD 204 

t 
zthp'-_J_-'---'-'_J_-+--+-+-LI----1-----1~++----1~+-+-++~+---+-H--'--+---+--+-+-+--+--+--+-+-+--+~>--+-H 

"--·-1 I== '; o. 5 1-1.- J.-1 

°C/Wt::=t=:t:Jjj:=±=:jjj±:::j::=~tt:tt;;"J"~~;~;~t=:t=±::tit==!==~tt=t=t::ttt=:t=±::ttJ 
0, 5 1--l-- 0. 2 I-~ µ;---_,.._ r-"'1 

- ~ ~"'.l7 

0,05+1---++--~+o-.0~2+--+,~--;;;;.=+-+-+-l---+--+-+++---+--+-+-H--+----l-+++----1~+-+-++~+--+-H--+--+--+--++-l 
0.01"17 

f:.3 
o,01_L-__J_--1.-LJ140 ___ 6L___J_LL1ol--_~5~L....L.~1+0---4L-_J_L1Yo~--3_J__J__L,L1+0--~2~_j_J~1~0---1L___J_LL10l--O~s--'--~--l 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 40 v, tamb = 1 so 0 c 
-UcE=30V 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V 

-Icso 
-/CEO 

-/EBO 

Ip-

Min. Typ. Max. 

2,08 °C/W 

mA 
mA 

mA 
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BO 202 · BO 204 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-Jc= 3 A, -Is= 300 mA 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2 V, -le= 3 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2 V, -le= 2 A BD 204 
-UcE = 2 V, -le= 3 A BD 202 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 3 V, -Jc= 300 mA, f = 1 MHz 

t 
77 2 2 07 

-uCEsat1---+-++++++++----1--+-+++++++---+-+++++ffi 

50 

1 
v 

tease= 25 °C 

1 
t----+-+--+-++++++-~~=8AH+---+--+-++4-+++< 

0, 5 -+----+--+-l-++t+tt--t-T~.-H---+--+-+-Hi+H 

5 A 

3A~.,...f..j.j.+l-!j.-
2~ 

0,1 t-+-1 1 A 

0,05-+----+--+-l-+++-H+--+-+-+++++H---+--+-++H+H 

Fig. 4 

0,01 0,1 

1 Ip 
) T - 0,01, Ip - 0,3 ms 

-UcEsat 1l 

-UBE 1l 

hFE 1l 
hFE 1l 

fr 

t 
-u 

BEsa t 

1,6 
v 

1,2 

0,8 

0,4 

i--

0 
0,1 

Min. 

30 
30 

3 

~ 

0,5 

Typ. Max. 

v 

1,5 v 

MHz 

77 2208 

lease= 25 °C 

hFE = 10 

V1 
l"1 

J.1 
./1 

Fig. 5 

5A 
-1c---



BD 202 · BD 204 

t 
77 2 210 

h F E 1---+-+-++1-l-l-ll---1---1--1-1-1-l-1-!+--+---+-++-l-l-lll 

-L-be=2V 

1, 2 ~-1-1-++++H-+-+++++Ht---+-+-t-+++f'I 

I I ~~ 
10a~=mE3mEa=ta1'1 

0,4 I 
5+--+-t-++++H~+-+~'++++tt--~1-+++™ 

i I 
ill 

Fig. 6 
O~...J......J'-'-1..1.J..1."<~L.......LJ....U. ........... ---L._,___. 1 ~-'---'--'-'-LI.J4~L.......LJ...U..Wj----L.....L..-F~ig . .-J7 

0,01 0,1 0,01 0,1 
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BD 233 · BD 235 · BD 237 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen 
Applications: Audio driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 25 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 233, BD 235, BD 237 sind komple­
mentiir zu BD 234, BD 236, BD 238 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.422/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 25 W 

• Matched pairs available 

• BO 233, BO 235, BO 237 are comple­
mentary to BO 234, BO 236, BO 238 

Uc so 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BD 233 BD 235 BD 237 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BO 233 • 80235 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

• 80237 

le 

lcM 

ls 

Ptot 

lj 

1stg 

MA1) 

7182 7 Tlk 

BD 233 

Gi ~ BO 235 

\ \ BD237 

~ .\ 

t----i 'case= 25 °C 

54 

0,1 

0,05 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

5 10 

3,2 DIN 125A 

50 v 
UCE--

2 A 

6 A 

1 A 

25 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



80233 • 80235 • 80237 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 °C/W 

Sperrschicht-Gehii.use RthJC 5 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 45V BD 233 1cso 100 µA 
Ucs = 6ov BD 235 Icso 100 ~A 
Ucs = 80V BD 237 Icso 100 µA 

Emitterreststrom I Emitter cut-off current 
UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

Ic = 100µA BO 233 U(BR)CBO 45 v 
BD 235 U(BR)CBO 60 v 
BD 237 U(BR)CBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 1oomA BD 233 U(BR)CE0 1l 45 v 
BD 235 U(BR)CE0 1l 60 v 
BD 237 U(BR)CE0 1l 80 v 

Kollektor-Sii.ttigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1A, 18 = 1oomA UcEsat 1l 600 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 2 V, le = 1 A UBE1) 1,3 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 2 V, Ic = 150 mA hFEt) 40 
UcE = 2V, le= 1A hFEt) 25 

Fur Paare gilt das hFE-Verhii.ltnis 
hFE matched pair ratio 

UcE = 2 V, le= 150 mAt) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 10V, Ic = 250mA, f= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 1} T ~ 0,01, tp ~ 0,3 ms 
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BD 233 · BD 235 · BD 237 

56 

100 

10 

1 
0,01 

UCE = 2 V 

'• r=o.01 
tp = 0,3 ms 

'amb = 25 °C 

0,1 

l~ 
I \ 

1A 

71 8 2 8 Tfk 



BD 234 · BD 236 · BD 238 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen 
Applications: Audio driver and output stages 

8esondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 25 W 

• Gepaart lieferbar 

·e BD 234, BD 236, BD 238 sind komple­
mentar zu BD 233, BD 235, BD 237 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

JJ3,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.423/0477 A2 

2 L,3,S 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 25 W 

• Matched pairs available 

• BO 234, BO 236, BO 238 are comple­
mentary to BO 233, BO 235, BO 237 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80234 80236 80238 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BD 234 . BD 236 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

'case s 25cc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 
-le 

1 
A 

0,5 

• BD 238 

-re 

-ICM 

-Is 

Ptot 

t j 

1stg 

MA1) 

7 1 8 29 m 

==:I__] 
60234 

~ C-L-

~ i[\:~238 

1" 
I--- 'case = 25 °C 

58 

0,1 

0,05 

0,01 
1 

1) mil M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

5 10 

3,2 DIN 125A 

N 

50 v 
-UCE ---

2 A 

6 A 

1 A 

25 w 
150 cc 

-55 ... +150 cc 

70 Nern 



BD234·BD236·BD238 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 °C/W 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 5 oc/W 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

- Ucs = 45V - 1cso 100 µA 
-Ucs = 60V -Icso 100 µA 
-uc8 = 80V -Icso 100 µA 

Emitterreststrom I Emitter cut-off current 
-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-le= 100µA BD 234 -U(BR)CBO 45 v 
BD 236 -U(BR)CBO 60 v 
BD 238 -U(BR)CBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 1oomA BD 234 - U(BR)CE0 1l 45 v 
BD 236 - U(BR)CEO 1l 60 v 
BD 238 - U(BR)CEO 1l 80 v 

Kollektor-Siittigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 1A, -18 = 1oomA - UcEsa1 1l 600 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V,-/c = 1A -UBE1) 1,3 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA hFE1l 40 
-UcE = 2V, -le= 1A hFE1) 25 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 1ov, -le= 250mA, f= !MHz IT 3 MHz 

Ip 1) T = 0,01, tp = 0,3 ms 
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BO 234 · BO 236 · BO 238 

60 

100 

10 

1 
0,01 

11 I 

-uCE = 2 V 

~ '• r= 0.01 

t 11 = 0,3 m• 
'•mb = 25 °C 

0,1 

7183 0 Tlk 

u 



BO 433 · BO 435 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 
• Niedrige Betriebsspannungen -

speziell tor Autoradiobetrieb 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

• BD 433, BD 435 sind komplementiir 
zu BD 434, BD 436 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

sa,1+0.1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.424/0477 A2 

Features: 

• Low supply voltage -
especially for automobil radio 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BD 433, BD 435 are complementary to 
BD 434, BD 436 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BD 433 BD 435 

22 32 v 

22 32 v 

5 v 
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BO 433 • 80435 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip :o;: 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease :o;: 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731323 -

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

' ~ 
~ 
l\. 

50 

-1sJ 
~ 
~ 

~ 
cs: 
~ 

~ 
100 °C 

1case ---
Warmewiderstande 
Thermal resistances 

62 

Sperrsehieht-Umgebung 
Junction ambient 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

Ic 

1CM 

19 

Plot 

t j 

1stg 

MAt) 

10 
A 

5 

0,5 

RthJA 

4 

7 

1 

36 

150 

-55 ... +150 

70 

tease = 2!5 °C 

I\. 

~ 

5 10 

Min. Typ. 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

Nern 

731043 Tfk 

~D 433 

_j__j_J_ 

BO 435 

-x J. 

50 v 
UcE-­

Max. 

100 °C/W 



BD 433 · BD 435 

Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,5 0 e1w 

mit lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 RthJe 8 0 e1w 
with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste 
with isolating washer and paste 

RthJe 4 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

ue8 = 22v 80433 1eso 100 µA 
Ues = 32v 80435 1eso 100 µA 

I lamb = 150 °e, Ues = 22v 80433 Ieso 3 mA 
Ues = 32v 80 435 Ieso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 10omA 80433 U(BR)eE0 1l 22 v 
80435 U(BR)eE0 1l 32 v 

le= 100 µA 80433 U(BR)eES 22 v 
80 435 U(BR)eES 32 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E = 1 mA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ie = 2A, 18 = 2oomA UeEsat 1l 0,5 v 

Basis-Emitterspannung 
Base emitter voltage 

UeE = 1V,/e = 2A UsE1l 1,1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5V,/e = 10mA hFE 40 
UeE = 1 V,/e = 500mA hFE1l 85 475 
UeE = 1V,/e = 2A hFE1l 50 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2V, le= 500mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250mA, f= lMHz h 3 MHz 

Ip 1) T ~ 0,01, Ip~ 0,3 ms 
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BD 433 · BD 435 

t 

t 

1 
v 

0,5 

0,1 

0,05 

0,01 

64 

l==1 UBE sat 

~ UCEsat 
< 

"""' 
,.....,.., 

751584 Tlk 

lamb= 2!5 °C 

1 
hFE 10 

hFE = 2~ 

~-
uP-

7 y 
J;7 

v 

0,1 1 A 

100 

50 

10 

5 

1 
O,Q1 

+-

0,1 

t 751582Tfk 

UBE 1---+-+++H+ll-~1--+-++++1-11--+-~~~ 

UCE = 1 V 

'amb = 25 °C 

0, 0 5 -t--r+-t-+HH-H---1--+++f-l+Jjl----+-t-+H+™ 

0.01 0,1 1 A 

751583Tfk 

=tffiH 
UCE = 1 V 

lamb= 25 °C 

I-

~ 

~ 

1 A 



BD 434 · BD 436 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: 

• Niedrige Betriebsspannung -
speziell !Ur Autoradiobetrieb 

• Hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

• BD 434, BD 436 sind komplementar 
zu BD 433, BD 435 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

113,1+0.1 

lsolierscheibe 
Isolating washer Best. Nr. 119880 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.425/0477 A2 

Features: 

• Low supply voltage -
especially for automobil radio 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BO 434, BO 436 are complementary to 
BO 433, BO 435 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. O,Sg 

80434 80436 

22 32 v 

22 32 v 

5 v 
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80434 • 80436 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip ;;::; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ;;::; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731321 ft 

ftot 

40 
w 

30 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
20 ~ 

10 

0 50 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

~ 
rs.: 

l'l... 

' ~ 
Ill.. 

:.:si 
100 °c 

1case --

-le 

-lcM 

-Is 

Ptot 

I j 

1stg 

MAt) 

10 
A 

5 

0,5 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 
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4 

7 

1 

36 

150 

-55 ... +150 

70 

tease - 25 "C 

\ 
\ 

5 10 

Min. Typ. 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

N cm 

7 J 1 04 .. "' 

BO 434 

CI 
BO 438 

50 v 
-UCE--

Max. 

100 °C/W 



BD 434 · BD 436 

Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 3,5 cc;w 

mit lsolierscheibe Best. Nr. 119880 RthJC 8 cc;w 
with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste 
with isolating washer and paste 

RthJC 4 cc;w 

KenngroBen 
Characteristics 

t amb = 25 cc. falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

- Ucs = 22v 80 434 -Icso 100 µA 
- Ucs = 32v 80 436 - 1cso 100 µA 

lamb = 150 cc. -uc8 = 22v 80434 -Icso 3 mA 
-uc8 = 32v 80 436 -Icso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-lc=lOOmA 80434 - U(BR)CEO ') 22 v 
80 436 - U(BR)CEO ') 32 v 

-le= 100 µA 80434 -U(BR)CES 22 v 
80 436 -U(BR)CES 32 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-IE= 1 mA - U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA - UcEsat'l 0,5 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 1V, -le= 2A - UsE') 1,1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 5V, -le= 10mA hFE 40 
- UcE = 1 V, -le = 500 mA hFE 1) 85 475 

-UcE = 1V, -le= 2A hFE') 50 

Fur Paa re gilt das h FE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -le= 500mA 1 ) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = lOV, -le= 250mA, f= 1 MHz fT 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BO 434 · BO 436 

t 751 5 87 Tfl< 

- UBE sat 1---t-+++++ttt--+--t--H-+++++--+-t-++++fjj 

-UeEsatr--r-+-+-+++t++-~---t-~""++--+-<-+++++« 
lamb= 25 "C 

0,5+---t--+-t-+H+tt----+-+++1-++H-+-+-+-f+l+l1 

.Y 
0·1EJMs~~oo1 l=l---+-f-+-l-+t+lt----1 hFE 20 

0, 0 5-t----r-~~----+~--"'°+c~,,,7,;, 1----+-f--++++Hl 

~ -UCEut l-""" kd 
...., VI 

0,01 0,1 1 A 

-le -

t 

t 75H18!5Tfk 

-UBE1---t-++++tittt--+-+-t-++++++--+-+++t+H1 

-UCE = 1 V 

'amb = 25 oc 

~~mmmam 
0, 5 +---t--+-+-+H+tt----t-++H-+++t-l--+-+++H~ 

0.1 t==l=i=l=l:tmt=:j::::j:=j:::j:j+l#==l=+mm 

0,0 5 +----+-+-+-+H+tt---+-++H-+++t-+-f-+-1-+++H 

0,01 

751588 Tfk 

0,1 1 A 
-1e-

-UCE = 1 V 
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BD 437 · BD 439 · BD 441 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

8esondere Merkmale: 
• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 437, BD 439, BD 441 sind komple­
mentiir zu BD 438, BD 440, BD 442 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

163.1+0.1 

2 L13,5 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.426/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BO 437, BO 439, BO 441 are comple­
mentary to BO 438, BO 440, BO 442 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht Weight 
max. 0,8g 

80437 80439 80441 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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80437 • 80439 • 80441 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp < 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease ~ 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731323 ,.. 

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

' [SJ 
~ 

~ 

50 

~ 
~ 

' [SJ 

~ 
~ 
~ 

::SJ 
100 °C 

1case ---

70 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

Ic 4 A 

IcM 7 A 

!9 1 A 

Ptot 36 w 

tj 150 oc 

1stg -55 ... +150 oc 

MAt) 70 Nern 

731226 Tfk 

5+-~-+--t--+-+-+-++tt-~-t----t--+--+--H--H1 

'1 BD 437 
\ -, BO 439 

~_j_ BO 441 

0,1 ~-~-·-~->---~~~-~ 1 5 10 50 v 
UcE-



BD 437 · BD 439 · BD 441 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause RthJe 3,5 0 e1w 
Junction case 

mit lsolierscheibe 
Best. Nr. 119880 RthJe 8 0 e1w 

with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste RthJe 4 0 e1w 
with isolating washer and paste 

KenngroBen 
Characteristics 

t amb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

I Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BO 437 leso 100 µA 
Ues = eov BO 439 leso 100 µA 
Ues = 80V BO 441 Ieso 100 µA 

lamb = 150 °e, Ues = 45 v BO 437 leso 3 mA 

Ues = 60V BO 439 leso 3 mA 

Ues = 80V BO 441 leso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 1oomA BO 437 U(BR)eE0 1) 45 v 
B0439 U(BR)eE0 1) 60 v 
BO 441 U(BR)eE0 1) 80 v 

le= 100µA BO 437 U(BR)eES 45 v 
B0439 U(BR)eES 60 v 
BD 441 U(BR)eES 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E = 1 mA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

I e = 2 A, I B = 200 mA BO 437 UeEsat 1l 0,6 v 
BO 439, BO 441 UeEsat 1l 0,8 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 1 V, le = 2 A BO 437 U9E1) 1,2 v 

BO 439, BO 441 U9E1) 1,5 v 

Ip 1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BD 437 · BD 439 · BD 441 

Min. Typ. Max. 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5 V, le = 10 mA 80437 hFE 30 
80439 hfE 20 
BO 441 hfE 15 

UeE = 1 V, le = 500 mA hfE1) 40 236 

ueE = 1 v, le= 2A 80437 hFE1) 40 
80439 hfE1) 25 
80441 hfE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 1 V, le= 500 mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250mA, f= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BO 438 · BO 440 · BO 442 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

8esondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 438, BD 440, BD 442 sind komple­
mentar zu BD 437, BD 439, BD 441 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

163.1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 427 /04 77 A 2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BD 438, BD 440, BD 442 are comple­
mentary to BD 437, BD 439, BD 441 

-Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41896 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80438 80440 80442 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BD 438 · BD 440 · 80442 

Kollektorstrom -le 4 A 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp < 10ms -lcM 7 A 

Basisstrom -ls 1 A 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 25oc Ptot 36 w 
Sperrsehiehttemperatur tj 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -55 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA1) 70 Nern 
Tightening torque 

t 731121 - t 
731227 Tik 

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

K 
!\ 

!'\ 
l'\ 

50 

r'ii 
K 
~ 

1' 

"' "\ 
f\: 

!\. 

"""\ 
100 ·c 

1case --

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and washer 
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BD 438 · BD 440 · BD 442 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 0 e1w 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 3,5 0 e1w 

mil lsolierscheibe 
Best. Nr. 119880 with isolating washer 

RthJe 8 0 e1w 

mil lsolierscheibe und Paste RthJe 4 0 e1w 
with isolating washer and paste 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

I Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ues = 45V B0438 - 1eso 100 µA 
-Ues = 60V B0440 -Jeso 100 µA 
-Ues = 80V BO 442 -leso 100 µA 

lamb = 150 °e, -Ues = 45V B0438 -leso 3 mA 
-ue8 = 60V B0440 -Jeso 3 mA 
-Ues = aov B0442 -reso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= lOOmA BO 438 - U(BR)eEO 1l 45 v 
B0440 - U(BR)eEO 1) 60 v 
BO 442 - U(BR)eEO 1l 80 v 

-le= 100 µA B0438 -U(BR)eES 45 v 
B0440 -U(BR)eES 60 v 
B0442 -U(BR)eES 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = lmA -U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA B0438 - UeEsat 1l 0,6 v 
BO 440, BO 442 - UeEsa1 1l 0,8 v 

Basis-Emitterspannung 
Base-emitter voltage 

- UeE = 1 V, - le = 2 A BO 438 - UsE1l 1,2 v 
BO 440, BO 442 - UsE1) 1,5 v 

Ip 1) T = 0,01, Ip= 0,3 ms 
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80438 • 80 440 · 80442 

Min. Typ. Max. 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

- UeE = 5 V, - le = 10 mA 80438 hFE 30 
80440 hFE 20 
80442 hFE 15 

-UeE = 1 V, -le= 500mA hFE1) 40 236 

- UeE = 1 V, - le = 2A 80438 hFE1) 40 
80440 hFE1) 25 
80442 hFE1) 15 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

- UeE = 1 V, -le= 500 mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth 

-UeE = 10V, -le= 250mA, /= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-Output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 62,5 W 

• Glaspassivierung 
e BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 sind 

komplementar zu 
BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 

Features: 

• High reverse voltage 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 62,5 W 

• Glass passivation 

e BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 are 
complementary to 
BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specffications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

----, 
I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ _J 

·-·-----·-

·-·- - -·- - -· 

4,7 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2.653/1077A1 

Best. Nr. 513 242 

c 

0,85 

Kollektor mit 
Montageflache verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehause 
Case 

14 A 3 DIN 41869 
JEDECTO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5g 
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BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

80 
w 

60 
I-I-n 

BD 643 

Ucso 60 

UcEO 45 

UEBO 

Ic 

1CM 

19 

77 2231 

ts 
ts 

ts 
40 

20 

0 40 

78 

ts 
!SJ 

!SJ 
~ 

!SJ 

80 

]SJ 
ts rs; 

is; 
120 ·c 

'case ----

BD 645 BD 647 

80 100 

60 80 

5 

8 

12 

150 

62,5 

150 

-55 ... +150 

BD 649 

120 v 

100 v 

v 

A 

A 

mA 

w 

oc 

oc 



BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

S pe rrsch i cht-Ge ha use 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lease= 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs= 45 v 80 643 

Ucs= 60V 80 645 

Ucs= 80 v 80 647 

Ucs= 1oov 80 649 

lease= 100°c, Ucs = 30 v 80 643 
Ucs = 40 v 80645 
Ucs= 5ov 80647 
Ucs = 6ov 80 649 

UcE = 25 V 80643 
UcE = 30V 80645 
UcE=40V 80 647 

UcE=50V 80649 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 100 mA 80643 
80645 
80 647 
80649 

Kol lekto r-Sattig u ngsspan nu ng 
Collector saturation voltage 

le= 4 A, ls= 16 mA 80643 
Ic = 3 A,JB = 12 mA 

80 645, 80 647, 80 649 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 3 V, Ic = 4 A 80643 
Ic=3A 

80 645, 80 647, 80 649 

1) ~ -0,01; tp-0,1 ms 

Min. Typ. Max. 

RthJC 2 °C/W 

1cso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

IcEo 500 µA 

IcEo 500 µA 

1cEo 500 µA 

1cEo 500 µA 

1EBO 5 mA 

U(BR)CE01) 45 v 

U(BR)CE01) 60 v 

U(BR)CE01) 80 v 

U(BR)CE01) 100 v 

UcEsat 2 v 

UcEsat 2 v 

UBE 2,5 v 

UBE 2,5 v 
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BO 643 ·BO 645 ·BO 647 ·BO 649 

Min. Typ. Max. 

DurchlaBspannung der Schutzdiode 
Forward voltage of the protection diode 

1F=3A UF 1,2 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 3 V, le= 4A 80643 hFE 750 
lc=3A 

BO 645, BD 647, BD 649 hFE 750 

hte -G renzfrequenz 
hfe-cut-off frequency 

UcE = 3 V, le= 4 A, BD 643 fhte 100 kHz 
lc=3A 

BD 645, BD 647, BD 649 fhte 100 kHz 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

Ucs = 3 V, le= 3 A, f = 1 MHz fr 7 MHz 
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·~ BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-Output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 62,5 W 

• Glaspassivierung 

e BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sind 
komplementar zu 
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 

Features: 

• High reverse voltage 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 62.5 W 

• Glass passivation 

e BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 are 
complementary to 
BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

t :
0

·

5 
•. a I 

,__l -'"T'~3-'.5-_.._~1.:-::..:-::.=-:::::::::::::::::.:-:::::L_ _______ ~2, 65 

t 

Zubehor 
Accessories 

----1 
I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ ...) 

------·-

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2. 652/1077 A 1 

Best. Nr. 513 242 

2,54 

0,85 

c 

B 

Kollektor mit 
Montageflache verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehause 
Case 

14 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BD 644 

82 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 

-Ucso 45 

-UCEO 45 

-UEBO 

-Ic 

-IcM 

-Is 

7'?2231 

ptot 1--+-j--jl--l--t--t--+-+-+-+-+--+--+--+--; 

8 0 -1---1--+-+-j--jl--l--t--+--+-+-+-+--+--+-...j 

w 

40 +--f--+--jf--+-+--+--'l.rsJc--1rsJ--+-+--+--+-4-+-I 

rsJ 

20+-1-+-+-+-1-+-+-+-1-+'\_,._+---11-+~ 

~ 
0 40 80 120 °C 

1aase-

BD 646 BD 648 

60 80 

60 80 

5 

8 

12 

150 

62,5 

150 

-55 ... +150 

BD 650 

100 v 

100 v 

v 

mA 

mA 

mA 

mW 

oc 

oc 



BD 644 · BO 646 · BO 648 · BO 650 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

S pe rrsch i cht-G ehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kol I ekto rreststro m 
Collector cut-off current 

-Ucs= 45 v BO 644 
-Ucs= 60V 80646 
-UCE =· 80V 80648 
-UcE = 100V 80650 

tease= 100°c, -Ucs = 30 v 80644 
-Ucs = 40V 80646 
-Ucs = 5ov 80648 
-Ucs= 60V 80650 

-UcE = 25 V 80644 
-UcE=30V 80646 
-UcE=40V 80648 
-UCE = 50V 80650 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-Ie = 100 mA 80644 
80646 
80648 
80650 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 4 A, -18 = 16 mA 80644 
-le= 3 A, -18 = 12 mA 

BO 646, BO 648, BO 650 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 3 V, -Jc= 4 A 80644 
-Jc= 3 A 

BO 646, BO 648, BO 650 

1) ~-0,01;tp-0,1 ms 

Min. Typ. Max. 

RthJC 2 °C/W 

-1cso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-/CEO 500 µA 

-JcEO 500 µA 

-JcEo 500 µA 

-/CEO 500 µA 

-/EBO 5 mA 

-U(BR)eE01) 45 v 

-U(BR)eE01) 60 v 

-U(BR)CE01) 80 v 

-U(BR)CE01) 100 v 

-UcEsat 2 v 

-UcEsat 2 v 

-UBE 2,5 v 

-UBE 2,5 v 
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BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Min. Typ. Max. 

DurchlaBspannung der Schutzdiode 
Forward voltage of the protection diode 

-lF= 3 A -UF 1,2 v 
Kol lektor-Basis-G lei chstro mverhii.ltn is 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 3 V, -le= 4 A 80644 hFE 750 
-le= 3 A 

80 646, 80 648, 80 650 hFE 750 

hte-Grenzfrequenz 
hfe-cutt-off frequency 

-UcE = 3 V, -le= 4 A 80644 fhfe 100 kHz 
-le= 3 A 

80 646, 80 648, 80 650 fhte 100 kHz 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 3 V, -Jc= 3 A, f = 1 MHz fr 7 MHz 
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BD 675 · BD 677 · BD 679 · BD 681 

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 40 W 

Features: 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 40 W 

e BD 675, BD 677, BD 679, BD 681 sind komple­
mentar zu BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 

• B0675,B0677,B0679,B0681arecomple­
mentary to BO 676, BO 678, BO 680, BO 682 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

B3.1+0.1 

2 L,3,5 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V. 2. 432/04 77 A 2 

!~o.s 
1,25 

---~ 

- --- 16 ----- c 
--tT 2,a O,BT E 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80675 80677 80679 80681 

Uc so 45 60 80 100 v 

45 60 80 100 v 

5 v 
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80675. 80677. 80679. 80681 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip'."'. 10ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease'."'. 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

40 
w 

30 

20 

10 

~ 

" ll 
~ 

!"'\ 

" ~ 
~ 

0 50 100 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

l 

Sperrsehieht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschieht-Gehiiuse 
Junction case 

721230 Tfk 

~ 
..., 

150 °C 
1case -

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

86 

Ptot 

tj 

1stg 

AfAt) 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

4 

7 

100 

40 

150 

A 

A 

mA 

w 
oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 

7312 31 Tfk 

~ 
~ 

'case :s 25 cc 

~ 
I\. 

~ 

BD 675 
BO 677 
BD 679 
BO 681, N 

5 10 50 v 
UCE-

Min. Typ. Max. 

100 °C/W 

3,12 °C/W 



BD 675 · BD 677 · BD 679 · BD 681 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

lamb= 25oe, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 45V 80 675 1eso 0,2 mA 

Ues = 60V 80677 Ieso 0,2 mA 

Ues = 80V 80679 Icso 0,2 mA 

Ues = 10ov BD 681 Ieso 0,2 mA 

tamb = 100 oe, Ues = 45V BD 675 1eso 2 mA 

Ues = 60V 80 677 Ieso 2 mA 

Ues = 80V 80 679 Ieso 2 mA 

Ues = 10ov 80 681 Ieso 2 mA 

UeE = 20V 80 675 1ern 0,5 mA 

UeE = 30V BO 677 fern 0,5 mA 

I UeE = 40V 80679 IeEO 0,5 mA 

UeE = 50V BD 681 IeEO 0,5 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V !EBO 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 50mA 80 675 U(BR)eEo 1l 45 v 
80 677 U(BR)eE0 1l 60 v 
BD 679 °tBR)ern 1l 80 v 
BD 681 U(BR)eE0 1l 100 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1,5A, ! 8 = 30mA UeEsat 1l 2,5 v 
Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 3V, Ic = 1,5A UsE1) 2,5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 3V, le= 1,5A hFE1) 750 

Kleinsignal-Stromverstarkung 
Small-signal current gain 

UeE = 3 V,le = 1,5 A, f = 1 MHz hte 1 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 
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BD 676 · BD 678 · BD 680 · BD 682 

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: Features: 

• Sehr hohe Stromverstii.rkung 

• Verlustleistung 40 W 

e BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 sind komple­
mentii.r zu BD 675, BD 677, BD 679, BD 681 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 40 W 

e BO 676, BO 678, BO 680, BO 682 are comple­
mentary to BO 675, BO 677, BO 679, BO 681 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

.0'3,1+0,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
lsolat1on washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-Emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.433/0477 A2 

1:=:-10.5 
1,25 

----~ 

-Ucso 

~: 
Kollektor mit metallischer 

Montageflache verbunden 
Collector connected with 

metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

80676 80678 80680 80682 

45 60 80 100 v 

45 60 80 100 v 

5 v 

89 

I 



BO 676 · BO 678 · BO 680 · BO 682 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp::;; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease::;; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

40 
w 

30 

20 

10 

., 
I\ 

~ 

' 
~ 

1\ 
~ 

' 
0 50 100 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

~ 

721230 Tfk 

rs 
~ 
150 ·c 
lease-

-Ic 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

I 

0,011 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 

90 

4 

7 

100 

40 

150 

A 

A 

mA 

w 
oc 

-55 ... +150 oc 

'case :s 25 oc 

5 

Min. 

70 Nern 

7312 3 2 "' 

~ 
~ 

10 

Typ. 

f'h 

~· 

BO 676 
BO 678 
BO 680 
BO 682.._ 

N 

50 v 
-UCE-­

Max. 

100 •c1w 

3,12 °C/W 



BD 676 · BD 678 · BD 680 · BD 682 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ucs = 45V 80 676 - 1cso 0,2 mA 

-Ucs = 60V 80 678 -Icso 0,2 mA 

-Ucs = 80V 80 680 -Icso 0,2 mA 
-uc8 = 10ov 80 682 - 1cso 0,2 mA 

tamb = 100 oc, - Ucs = 45V 80 676 - 1cso 2 mA 

-Ucs = 60V 80 678 -Icso 2 mA 

-Ucs = 80V 80 680 -Icso 2 mA 
-Ucs = 10ov 80682 - 1cso 2 mA 

-UcE = 20V 80 676 -/CEO 0,5 mA 

-UcE = 30V 80 678 -/CEO 0,5 mA 

I -UcE = 40V 80680 -/CEO 0,5 mA 

-UcE = 50V 80682 -/CEO 0,5 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 50mA 80676 - U(BR)CEO 1) 45 v 
80 678 - U(BR)CEO 1) 60 v 
80680 - U(BR)CEO 1) 80 v 
80 682 - U(BR)CEO 1l 100 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

- IC = 1,5 A, - I B = 30 mA -UcEsat 1l 2,5 v 

Basis-Emitterspannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 3V, -le= 1,5A - UsE1) 2,5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 3V, -le= 1,5A hFE1) 750 

Kleinsignal-Stromverstarkung 
Small-signal current gain 

-UcE = 3V, -le= 1,5A, f= !MHz hte 1 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 
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• BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeriite 
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannungen 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Kurze Schaltzeiten 

• Verlustleistung 60 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

Features: 

• High reverse voltages 

• High current gain 

• Short switching times 

• Power dissipation 60 W 

Jf1 

9 11,5 

Kollektor mil 
Gehiiuse verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BOY 42 BOY 43 BOY 44 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is= 0 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.436/0477A2 

Ucso 400 

250 

400 

600 

300 

600 

7 

750 

350 

750 

v 

v 

v 
v 
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BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 
Ip~ !Oms 

Basisstrom 
Base current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

UcE ~ 30V, lease~ 25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
80 
w 

60 

40 

N 

~ 
'\. 

r-i.I 
~ 
N 

l'lil 

77 2222 

20 
t'l.J 

~ 
Flg.1 N 

0 40 80 120 160 °C 
1case-

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

94 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

10 
A 

0,1 

1----'-1 
0, 011 

Fig. 2 

5 

10 

3 

4 

60 

175 

-65 ... +175 

77 1580 

'case = 25 °C 

'P r= 0.01 

lpLO µs 

1 
~ 

=3J ~ tffi JS:~ 
I\ 

10 

Min. 

100µ• 

i!I 

31 

N l trnm 
~\_ I 

'" 
10 ms 

BOY 42 

BOY 43 

BOY 44 --j 

100 v 
UcE-

Typ. Max. 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

2,5 °C/W 



BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

772223 

0,05 1---+- 0.01 I 
I _G 3 

0,01J-....J......_J__j_L.J__J_~_J_.J....L~'---'-''--U~-'---'--'-'--'---'-_,_--'-W--'----'-'-.J....L---'~-'--"--U~-'--'-~--' 

10-6 10- 5 10-4 10-3 10- 2 10-1 10° s 

Ip----

Statische KenngroBen Min. Typ. Max. 
DC characteristics 

t case ~ 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

UeES 1eES 200 µA 
lease= 15ooe, UeES 1eES 2 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector base breakdown voltage 
le~ 1 mA BOY 42 U(BR)CBO 400 v 

BOY 43 U(BR)eBO 600 v 
BOY 44 U(BR)eBO 750 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector emitter breakdown voltage 
le~ 2oomA BOY 42 U(BR)eEO 250 v 

BOY 43 U(BR)eEO 300 v 
BOY 44 U(BR)CEO 350 v 
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BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Emitter-8asis-Durehbruehspannung 
Emitter base breakdown voltage 

lE = 2 mA 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 5A, 19 = 1,5A 

8asis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

le= 5A, 18 = 1,5A 

Kollektor-8asis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2 V, le = 1 A 
UeE = 2 V, re = 5 A 

Dynamische KenngroBen 
AC characteristics 

lease= 25oe 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 500mA, f= 10MHz 

Kollektor-8asis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10 V, f = 1 MHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

U(8R)E80 

UeEsat 

U8Esat 

hFE 
hFE 

fr 

Ce00 

le= 2,5A,191 = -192 0,5 A, tease= 25°e, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Einsehaltzeit 
Turn-on time 

1on 

Abtallzeit 
Fa// time 

ft 

Aussehaltzeit 1ott 
Turn-off time 

96 

Min. Typ. Max. 

7 v 

1,5 v 

2 v 

20 
5 

10 12 MHz 

90 pF 

0,5 µs 

µs 

4 µs 



BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

-sv 125 v Oszilloskop: 
Oscilloscope: 

Ip r; 0.01 

fp:20µs 

71 2224 

Fig. 4 MeBschaltung fi.ir: 
Test circuit tor: ton· tf. toff 

t 
UBE 

1,6 
v 

1, 2 

0,8 

0,4 

0 
10 

~ 
ucE=2 v 

1case = 25 °C 

11---1'""' 

100 

77 2 225 

i}' 
y 

~ 

Fig. 5 

1000 mA 

le---

I 

I I 

F"'"°" -10 "C ~ 
i I ~ ! 
I -l--H-l-l-1+1-~~l'·+++H~I 

1 +---L....LLW..Wj---'-_;_JJ.J..l..U.j----'--'-Ll-[___J, Fig. 6 

10 100 1000 mA 
Ie--
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BOY 42 • BOY 43 • BOY 44 

10 1--"' 

-jL ~10~A..j....l-~-l-:t~j'.::!::::j::::1 
Fig. 7 

0 8 16 24 v 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate 
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannungen • High reverse voltages 

• Hohe Stromverstarkung • High current gain 

• Kurze Schaltzeiten • Short switching times 

• Verlustleistung 95 W • Power dissipation 95 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515 390 
Isolating washers Best. N r. 562 897 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is ~ 0 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.437/0477 A2 

9 11,5 

Ucso 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

BOY 45 BOY 46 BOY 47 

400 

250 

400 

600 

300 

600 

7 

750 

350 

750 

v 

v 

v 
v 
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BDY45 • BOY 46 · 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

UcE '.S: 20 v, tease :s; 45 cc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
80 
w 

60 

40 

20 

' l'1 
\ 

Fig. 1 

' [)._ 

' l 
I\ 

\ 

\ 
\ 

" 

7 7 14 91 

\ 

0 40 80 120 160 °C 

BDY47 

Ic 

IcM 

Is 

1BM 
-IBM 

Ptot 

tj 

tstg 

0,011 

1case-

100 

l 
10 

15 A 

17 A 

5 A 

7 A 
7 A 

95 w 
175 cc 

-65 ... +175 cc 

1 ms 

B DY 45 ---...J-H+++++!j 
BOY 46 -....-.,...H<+-f+l+H 
BOY 47--.__ 

illlli 
100 v 

UcE-



BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

t 
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Fig. 4 

0 200 400 600 800 v 
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Ip ----
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BDY45·BDY46·BDY47 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrsehieht-Gehause 
Junction case 

RthJC 1,37 °C/W 

Statische KenngroBen 
DC characteristics 

lease = 25°C, falls nieht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

Uc Es 1CES 200 µA 
lease= 150 oc, UcES 1CES 2,5 mA 

Kollektor-Sasis-Durehbruehspannung 
Collector base breakdown voltage 

Ic = 1mA BOY 45 U(SR)CSO 400 v 
BOY 46 U(SR)CSO 600 v 
BOY47 U(SR)CSO 750 v 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Collector emitter breakdown voltage 

le= 200mA BOY 45 U(SR)CEO 250 v 
BOY 46 U(SR)CEO 300 v 
BOY 47 U(SR)CEO 350 v 

Emitter-Sasis-Durehbruehspannung 
Emitter base breakdown voltage 

IE= 2 mA U(BR)EBO 7 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le = 15 A, Is = 5 A UcEsat 1,5 v 
Sasis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

le = 15 A, Is = 5 A UsEsat 2 v 
Kollektor-Sasis-Gleiehstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

VcE=2V,lc= 2A hFE 20 
VCE = 2 V, Jc = 10 A hFE 5 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

VcE = 10V, Tc= 500mA, f= 10MHz fr 10 13 MHz 

Kollektor-Sasis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Vcs = 10V, f= 1MHz Cc so 200 pF 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

le= 5A,181 ""-182 =1 A, tease= 25°C, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 

Ip r = 0,01 

Ip = 20 µs 

77 2232 

o:n_ 
__j Ip L 

Fig. 6 MeBschaltung flir: 
Test circuit for: 1on· 1f• 1off 

1on 

It 

1off 

125 v 

Min. Typ. Max. 

0,5 µs 

µs 

3,5 µs 

Oszilloskop: 
Oscilloscope: 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

t 77 2233 
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BOY 45 • BOY 46 · BOY 47 

77 2 23 7 t 
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BF469 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern 

Applications: Video-8-class power stages in TV receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Komplementar zu BF 470 • Complementary to BF 470 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

B 2/V.2. 580/0477 A3 

s3,1+0 .1 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12A3DIN41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF469 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

108 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ;;;:; 11 O oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ucso 250 v 

UcEO 250 v 

UEBO 5 v 

Ic 20 mA 

1CM 100 mA 

Ptot 2 w 

lj 150 oc 

1stg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3.2 DIN 125A 



BF469 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

!= 4 mm, 

Kupferkuhlflache ?10x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area ?10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 2oov 1cso 10 nA 
UeE = 2oov,R8E = 10 kQ, ti= 150°e 1ern 10 µA I Emitterreststrom 

Emitter cut-off current 
UEB = 5V 1EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

le= 1 µA U(BR)eBO 250 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 1 mA U(BR)eEO 250 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 20 V, le = 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

Ues = 1 o V, le = 1 o mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ues = 30 V, f = 0,5 MHz Ce so 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

Ues = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'btl Ctic 90 ps 

Kollektor-HF-Sattigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

Ie = 25 mA, ti= 150°e UeEsat HF 20 v 
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BF470 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfiingern 

Applications: Video-B-c/ass power stages in TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Komplementar zu BF 469 • Complementary to BF 469 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

f.3,75...j 
~11,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125 A 
Washer ' 

B 2/V.2.581/0477A3 

JJ3,1+0,1 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12A3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF470 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

112 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector base voltage 

Kol I ektor-Emitte r-S perrspan nu ng 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

'case;;;; 11ooc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

-Uc so 250 v 

-UcEO 250 v 

-UEBO 5 v 

-Ic 20 mA 

-/CM 100 mA 

Ptot 2 w 

'i 150 oc 

1stg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3,2 DIN 125A 



BF470 

Warmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, 

Kupferklihlfliiche ;:o:1ox 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area ;;o,10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehiiuse RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ucs = 200 V -lcso 10 nA 
-UcE = 200 V, RsE = 10 kO, tj = 150°C - 1crn 10 µA I Emitterreststrom 

Emitter cut-off current 
-UEB = 5 V -/EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-le= 1 µA -U(BR)CBO 250 v 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 1 mA -U(BR)CEO 250 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 20 V, -le= 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 10 v, -Jc= 10 mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitiit 
Collector-base capacitance 

-Ucs = 30 V, f = 0,5 MHz Ccso 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

-Ucs = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'bocb'c 90 ps 

Kollektor-HF-Siittigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

-le= 25 mA, tj = 150°C UcEsat HF 20 v 
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BF471 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfiingern 

Applications: Video-8-c/ass power stages in TV receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Komplementar zu BF 472 • Complementary to BF 472 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

' 

'" 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

B 2/V.2. 626/1177 A2 

t 8 

2.3 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF471 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

116 

Ko\\ektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Ko\ lekto r-Emitter-S perrspan nu ng 
Collector-emitter voltage 

RsE :5 2,7 kQ 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtver\ustleistung 
Total power dissipation 

tease :5 11 0 oc 
Sperrsch i chttem pe ratu r 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ucso 300 v 

Uc ER 300 v 

UEBO 5 v 

Ic 30 mA 

1CM 100 mA 

Ptot 2 w 

tj 150 oc 

lstg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3,2 DIN 125A 



BF471 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, 

Kupferkl.ihlflache 210x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area 21 Ox 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 

I Collector cut-off current 
Ucs = 2oov Icso 10 nA 

UcE = 250 V, RsE = 2,7 kQ, 1CER 50 nA 

UcE = 250 v, RsE = 2,7 kO, ti= 150°c 1crn 10 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5 V 1EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

le= 10 µA U(BR)CBO 300 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ic = 1 µA, RsE = 2,7 kO U(BR)CER 300 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 10 µA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 20V, le= 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE= 10V,Ic= 10mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ucs = 30 V, f = 1 MHz Cc so 1,8 pF 

RUckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

Ucs = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'bb Coe 90 ps 

Kol lektor-H F-Sattig u ngsspan nun g 
Collector saturation RF voltage 

le= 25 mA, ti= 150°c UcEsat HF 20 v 
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BF472 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern 

Applications: Video 8-class power stages in TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Komplementiir zu BF 471 • Complementary to BF 471 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

B 2/V.2.627/1177 A2 

!~o,s 
1,25 -------, 

Kollektor mit metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12A3DIN41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF472 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 300 v 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

RBE s 2,7 kO -UCER 300 v 
Emitter-Basis-Sperrspannung -UEBO 5 v 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom -Ic 30 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom -/CM 100 mA 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 110oc Ptot 2 w 
Sperrschichttemperatur lj 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA') 70 Nern 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 
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Bf 472 

Warmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

/= 4 mm, 

Kupferkuhlflache 2'10x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area 2::10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 

I Collector cut-off current 
-Ucs = 200 v - 1cso 10 nA 
-UcE = 250 V, RsE = 2,7 kQ, -/cER 50 nA 

-UcE = 250 v, RsE = 2,7 kQ, 1j = 150°c -/CER 10 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V -/EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-Ic=10µA -u(BR)CBO 300 v 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-Ic = 1 µA. RsE = 2,7 kO -U(BR)CER 300 v 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = 10 µA -U(BR)EBO 5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 20 V, -Jc = 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 10 V, -le= 10 mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

-Ucs = 30 V, f = 1 MHz Cesa 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

-Ucs = 20 V, /E = 10 mA, f = 10,7 MHz rbb Coe 90 ps 

Kollektor-HF-Sattigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

-le= 25 mA. tj = 150°C -UcEsat HF 20 v 
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Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate 

Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

BU126 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik 

e Hohe Sperrspannung 

• In Tripple Diffusion Mesa Technique 

e High reverse voltage 

• Kurze Schaltzeit 

Abmessungen in mm 
Dimension in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

B 2/V.2.322/0474A 1 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

• Short switching time 

I 
11,5 ---.i 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41 872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
20 g 

123 

I 



BU126 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is= 0 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip,,; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 
Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease= 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

77 2240 

0, 5 +----1---l---Hll>f-+'.lll+H--~'H--+-++++-+TI 

~ 

1---
0,05 +--­

I---

k::_1ms 

* =0,01 
1case = 25 °C l+----1~--'~'l+-t-+t-t+ 

Fig.1 
0,01,l.-~'--..._'-+ ...... '-'+-~-'--'-...l--I----' 

10 50 100 500 v 
UCE ----

124 

300 

750 

3 

6 

2 

1,5 

40 

125 

-65 ... +125 

v 

v 
A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

Getakteter Netzteilbetrieb wahrend des 
Einschaltens 
Switched-mode operation during turn-on 

Ip,,; 0,06 µs, RsE ,,; 100 Q 

Periodischer lmpulsbetrieb wahrend des 
Abschaltens 
Repetitive pulse operation during turn-off 

u8E,,; 0, tp,,; 2 ms 



BU126 

t 
77 2 2 41 

2 thp >--+--+--+-t-+--+---+-+-+-+---+-+-+--++-+--+-+-+-+--+---+--+-j-+---+---+-+--++--+-+-1-+->---+----+--+-+-< 

0,1 !-""1'-

o.os r-
Jl l-'.'.:_..r--

0,1 f---t- 0,02 

f---1- 0, 01 """-+---t--+-t-+---+---+--+-++--+-+-+-++-+--+-+++--+--+-+-1+--+-f-+++-+---+-1-+-1 
0,05+----+--+~,+--+-f-+++-+---+-t-++---+--+-++-+--+--+--t-++-+-+-t-++-+---+-+++---+--+-+-I~ 

~2 
0,01 

10-6 10-5 10-4 10-J 10-2 10-1 10° s 
Ip---

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause RthJC 2,5 °C/W 
Junction case 

Statische KenngroBen 
DC characteristics 

lease= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE = 750V IcEs 500 µA 

UcE = 750 V, lamb= 125 °C ICES 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ic= 100 mA U(gR)CEO 300 v 
Emitter-gasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 mA U(gR)Ego 6 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 2,5 A, lg= 250 mA UcEsat 10 v 
le= 4,0 A, lg= 1 A UcEsat 5 v 
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BU126 

Basis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

Ie = 4 A, Is = 1 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5 V, le = 1 A 

Dynamische KenngroBen 
AC characteristics 

tease = 25oe 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10 V, le = 200 mA, f = 1 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10 V, f = 0,5 MHz 

Emitter-Basis-Kapazitat 
Emitter-base capacitance 

UEB = 2 V, /= 0,5 MHz 

Abfallzeit 
Fall time 

le= 2,5A, ls= 0,25A 

t m ffi 3 A 

lc=5 A 

1 
v 

t 

0,5 

0, 1 

0,05 

1 A 

ill 
2,5 A 

2A 

~ N lo... 

~ 
f'N t-

lease= 2 s·c 

772242 

Fig. 3 
0,01 

10 100 1000 mA 
Is-

126 

Min. Typ. Max. 

UsEsat 1,5 v 

15 

10 MHz 

Ce so 75 pF 

1 nF 

0,2 µs 

t 77 2243 

UBE 
l--+-++++++H----1--t-++l+ttlf--+-++H+tli 

1, 6 -l----+--l--l-++-1+++--l--l--+-i-+l-ljcl------l--l--1-lll-l~ 

v 

UcE = 2 V 

150°~ 
o. 4 t-::±:±m~9-Htttttt----titttiijj .....-

100 

Fig.4 

1000 mA 
le-



I' 

Fig.5 
1+-~ ................... 'l---.....__....._ ........ 1--..__.. .................. 

10 100 1000 mA 

IC ----

BU 126 

f 
77 2245 

h FE 1-+--+--+-+-1 'c = 1 A H-++-+-l-+---1 

v 
40+-l----l--+4y~-+-+-l--+--+--l--l----I-~ 

I/ 

20 [7 

1......-

0 8 16 

--
Fig. 6 

24 v 
ucE--
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

Silizium·NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendung: 
Application: 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern 
Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 10 W 

• High peak power 

•Power dissipation 10 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Absolute Grenzdaten 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

'" 

11,5 

UcEO 

UCESM ') 

1 ) StoBspitzenspg. bei Bildr6hren-Oberschlagen BU 204 max. 1430 V 
Flash-over voltage, non-repetitive BU 205 max. 1650 V 

BU 206 max. 1800 V 

B 2/V.2.439/0477A2 

BU 204 

600 

1300 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

BU 205 BU206 

700 800 v 
1500 1700 v 
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

1 
A 

0,1 

0,01 

Kollektorstrom, Mittelwert 
Collector current, average 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Negativer Basisstrom, Mittelwert 
Negative base current, average 

tav :<: 20ms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:<: gooc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

i= ~ BU 204/BU 205 I-

73 1417 "' 
tease~ 90."C 

~ H :'J ~r1 ~' '• T = 0.01 

\ \ \ ~' VP= 5 µ• 

10 µa 

~ ::x 
v50 µs 

~ )] ~~ ~ r\, ~ 
100 µs 

N ! 
~ I 1ma !--:-:'. 

~ 

~ I! 

l'.1 I RBE:51000 

'• r::so.2s 
fp ::s 20µ• 

I 

1 
0,001 

1 10 100 1000 v 
UcE-

2) StoBspitzenstr. bei Bildr6hren-Oberschlagen 
Flash-over current, non-repetitive 
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max. 5A 

BU 204 

IcAV 

Ic~ll 

lsM 

-IBM 

fstg 

BU 205 

2,5 

3,0 

2,5 

1,5 

0,1 

10 

115 

-65 ... +115 

t ~I-· ::t::t::1 BU 206 

BU206 

A 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

731 4 1 8 Tl~ 

>--+-+-+-++--+-+--H-+---+--J r case :5 9 0 "C 

~ 
' 

ls: 

'• r=o.01 

_Lm• 
;;;[ 
'i 

['.J I RBE :5100 Q 

!f ::s 0,25 

Ip ::S 20 µa 

!71 
..i 

10 100 1000 v 
0, 001 +--'--'-u.+---J.---J.-'-'+-..._-'-+-4-....U..---'-..J-U 

1 

UCE-



BU 204 · BU 205 · BU 206 

t 73 t4HI Tfk 

RthJCt--t--t-ti+--t-----t--H+-+-+-r-++---t~f-+t+---+--+-++t-+-+-1-++-+---+-+1+--J---+--~ 

r------r- 0,5 

t--+-- 0,2 

F+-- 0,1 

0,1 i::+-- 0,05 

....... 

0,001 0,01 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

0,01 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

0,1 

tease= 25oc 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le - 1 mA BU 204 
BU205 
BU206 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 100 mA 

Dynamische Restspannung Fig. 1 
Collector-emitter saturation voltage 

le= 2A; 18 = 0,8A 

Basis-Emitter-Sattigungsspannung 
Base-emitter saturation voltage 

Ic= 2 A, lg= 1 A, BU 204, BU 205 
Ic= 2A,/9= 1,1 A, BU 206 

3 tp ) T =0,01, tp= 0,3 ms 

10 100 1000 ms 
Ip-

Min. Typ. Max. 

RthJC 2,5 °C/W 

U{BR)CES 1300 v 
U{BR)CES 1500 v 
U{BR)CES 1700 v 

U{BR)EBO 5 v 

URest dyn 7,5 v 

UsEsat 3) 1,5 v 
UsEsat 3) 1,5 v 
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

UCESM• UBE= 0 V 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 5 V, Ic = 100 mA 
f = 5 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ucs = 10 V, f = 1 MHz 

Abfallzeit 
Fall time 

Ic = 2 A, Is= 1 A 1) 

Fig. 1 Definition von URest dyn 
Definition from URest dyn 

Min. 

Ccso 

t 
Ic 

t ~------1--1-~~-US 
uce 

50V 

f:ca90%fcM 

Typ. Max. 

7,5 

80 

0,75 

U.S +--+-----:::.1''---++----,_..L Dyn. R••t•pannung 
L,__.i,_..,::=:__4---#--....---...-.;.;Saturation voltage 

~ 2µ• 

77 2085 1-

mA 

MHz 

pF 

µs 

1) Die lnduktivitat im Basiskreis und die rechteckformige Ansteuerspannung sind so zu wahlen, daB sich eine 
Speicherzeit ts= 10 µs ergibt. 
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The inductance in base circuit and rectangular drive voltage pulse should be so selected that a storage time 
ts is approximately 1 O µs. 



BU204·BU205·BU206 

UcE = 5 V 

ti= 25 °C 

30 

i--
i.-- ~ 10 

3 

0,3 
0,03 0,1 0,3 

731420Tlk 

~ 

""' 

1Al c-
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BU 207 · BU 208 · BU 209 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendung: 
Application: 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfiingern 
Horizontal deflection circuits in colour TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 12,5 W 

• High peak power 

•Power dissipation 12,5 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

9 11.5 

Kollektor mil 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BU 207 BU 208 BU 209 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Ucrn 
UcESM ') 

600 

1300 

1 ) StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Oberschliigen BU 207 max. 1430 V 
Flash-over voltage, non-repetitive BU 208 max. 1650 V 

BU 209 max. 1800 V 

B 2/V.2.44010477A2 

700 

500 

800 

1700 
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BU 207 · BU 208 · BU 209 

Kollektorstrom, Mittelwert 
Collector current, average 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Negativer Basisstrom, Mittelwert 
Negative base current, average 

lav ~ 20 ms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 95oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

731421 Tfk 

BU 207/BU 208 I 

tp :S 20 µs 

J_ li 

1CAV 

fcM2) 

1BM 

-/BM 

BU 207 BU 208 BU 209 

5 5 

7,5 

4,0 

2,5 

0,1 

12,5 

115 

-65 ... +115 

4 A 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

731422 Tlk 

BU 209 ---j 'TT I II 
tease::! 95 °C 

Ip r= 0.01 

~ -& k"oo µs 

I ill 0, 001 +-..i--'-'u+--'---'--'-'+-....._.._.....,.........___._......., 
1 10 100 1000 v 

0,001+----........ .__.__._u+__._ ................... l-L'"--'-'-'-' 

1 10 100 1000 v 

2) StoBspitzenstr. bei Bildr6hren-Oberschlagen BU 207 max. 10 A 
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Flash-over current, non repetitive BU 208 max. 10 A 
BU 209 max. 9 A 



BU 207 · BU 208 · BU 209 

t 
R th JC i--+-+-+-++-+--+--r++---+----t-1-++---+---+-++< 

0,75 

1:-c-' 0 5 

J1T 0,01-1-A'"'---'-'-4---'---'-...J....1.+-"--..L...J..J..4--_J.__J._.J....1.J 
0,001 OP1 0,1 1 ms 

Ip-
Wiirmewiderstand 
Thermal resistance Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease= 25oc 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le = 1 mA BU 207 
BU 208 
BU 209 

Emitter-Sasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E=100mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Collector-emitter saturation voltage 

le= 4,5 A, Is= 2 A BU 207, BU 208 
le= 3 A, Is= 1,3 A BU 209 

Sasis-Emitter-Sattigungsspannung 
Base-emitter saturation voltage 

Ic = 4,5 A, Is= 2 A BU 207, BU 208 
Ic=3A,ls=1,3A BU209 

3 Ip 
) -r=0,01,tp=0,3ms 

RthJC 1,6 °C/W 

U(SR)CES 1300 v 
U(SR)CES 1500 v 
U(SR)CES 1700 v 

U(SR)ESO 5 v 

UcEsat 5 v 
UcEsat 5 v 

UsEsat 3) 1.5 v 
UsEsat 3) 1,5 v 
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BU 207 · BU 208 · BU 209 

Kollektor-Sasis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5V, le= 4,5A BU 207, BU 208 
UeE = 5V, le= 3A BU 209 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 5V, le= 100mA,f= 5MHz 

Kollektor-Sasis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10V,f= lMHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Speicherzeit 
Storage time 

le= 4,5 A, ls= 1,8 A, Ls= 10 µH 
BU 207, BU 208 

le= 3 A, ls= 1,5 A, Ls= 10 µH 
BU 209 

Abfallzeit 
Fall time 

t 

le= 4,5 A, ls= 1,8 A, Ls= 10 µH 
BU 207, BU 208 

le= 3 A, ls = 1,5 A, Ls = 10 µH 
BU 209 

72472 Tfk 

UBEsat1------1----1---1---+-1-.+++J-------1----1--+1Zf++Hj 
UcEsat1---1--+-+-++++++----+---+-+-+-+--+++1 

j 
1+---+-+-11-+1-++++--+-,~7"+-t-+-lf-tt1 
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Vl---1---+-+-++++++----+-~~<l---'---'-++-W 

l------'f--+--+--HH-+++---z--1VueEsat H 

o,e+----e-1--+-+-,i..+.i--~l'F----t---+--t-t-+-1++1 

0,6 f------ hFE = 2 

1---- tease= 25 °C 

'• I--- r=o.01 
I---- tp = 0,3 ms 

0,4 I 

IJ 

0,2 I ~ 
1---1---+-+-++++++--L_-"V UcEut 1--1 

00,1 0,5 5A 
le-

hFE 
hFE 

fr 

Cesa 

t 
11 FE 

10 
i,...--

5 

0,5 

Min. Typ. Max. 

2,25 
2,25 

7 MHz 

125 pF 

10 µs 

10 µs 

0,7 µs 

0,7 µs 

731322 Tftt 

~ 
+--

I N 
UCE = 5 V 1': 

'J = 2s ·c 

I ~ 

0,1 1A 



BU 226 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehgeraten 

Application: Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers 

Besondere Merkmale: 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik 

• Hohe Sperrspannung 

• Kurze Schaltzeit 

• Verlustleistung 32 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515390 
Isolating washers Best. Nr. 562897 

B 2/V.2. 633/0177 A 2 

Features: 

• In triple diffusion mesa technique 

• High reverse voltage 

• Short switching time 

• Power dissipation 32 W 

'" ( 

11.5 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41 872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20 g 
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BU 226 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kol lekto r-Sasis-Sperrspan nu ng UcsoM 1> 2000 v 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 800 v 
Collector-emitter voltage 

Kollektor-Emitter-Spannung 
Collector-emitter voltage 

RsE s: 100 Q UcERM 2000 v 
Kollektorspitzenstrom lcM2) 2 A 
Collector peak current 

Kollektorstrom, Mittelwert lcAV 1,5 A 
Collector current, average 

Sasisstrom lsM 1,5 A 
Base current -IsM 1,2 A 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease s: 25 oc Ptot 32 w 
Sperrschichttemperatur lj 105 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +105 oc 
Storage temperature range 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrsch i cht-G e ha use RthJC 2,5 °CIW 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25 °C 
Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE = 2000V le ES mA 
Emitter-Sasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 100 mA U(SR)ESO 5 v 
Dynamische Restspannung Fig. 1 
Collector-emitter saturation voltage 

Ic = 1 A; Is = 0,4 A URest dyn 10 v 
Abfallzeit 
Fall time 

Ic = 1 A, Is = 0.4 A If 0,7 µs 

') StoBspitzenspannung bei Bildrohreni.iberschlagen 2200 V 
Flash over voltage, non repetitive 2200 V 

') StoBspitzenstrom bei Bildriihreni.iberschlagen.; 3 A 
Flash over current, non repetitive<; 3 A 
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t 
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t -w----------.r-+-\-+--- Us 
UcE 

50V 

=ca 90%/cM 

US +-t----::::;;ol!"--t-t----~ Oyn. R••t•pannung 
L...-4..-=;;._-+---l+--....----,~Saturalion voltage 

Fig. 1 Definition von URest dyn 
Definition from URest dyn 

t UBEI = 3 V 

JB '•;:;: 8 •.. 12 ua 

1,0 ['SJ 

A ~ 

77 2085 

77 2083 t 
LB 

50 

T 
µH 

~ 12 
0, 6 +-+-+-~-+---+--1lZl----f"J.2lJt....~rsll-+-+-t-+-+30 

I 
0, 4 -t-+-t-i7!L~+-t--t-t-t-t--t-+-t-~--t-20 

% 

0,2+--+-r--+-+---+--+-+-+-1,..-t-+--+--+-+-+10 

0 
0,8 1,0 1,2 

Flg.2 O 

1,4 A 
Ic-

~2µa 

1---

Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf: 
Is = konstant fUr die Zeit IH _ ts 

Optimal er Betriebsbereich bei: 
le= 1 ... 1,2 A 

Control diagram is specified for: 
la = constant for the time IH - t5 

Optimum operating range 
Ic=1 ... 1,2A 
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772084 
Us 

UcE 

le 
I I 

t 
le 

f Us 
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) 
B 

t 
UBE 

u t 
Trafo 1-

Fig. 3 Funktionsschaltung zur Messung des Schaltverhaltens und deren lmpulsverlauf 
Test circuit for switching characteristics and its pulse diagram 
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BU526 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendung: Getaktete Netzgerate 

Application: Switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik • Jn triple diffusion mesa technique 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Kurze Schaltzeit • Short switching time 

• Verlustleistung 86 W • Power dissipation 86 W 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515 390 
Isolating washers Best. Nr. 562 897 

S B/V.2. 644/0777 A 1 

., 

11,5 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20 g 
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Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kol lektor-Emitter-Sperrspan n ung UcEO 
Collector-emitter voltage 

UcES 
RsE,,;1000 Fig. 4 Uc ER 

Kollektorspitzenstrom Fig. 2 IcM 
Collector peak current 

Kollektorstrom Fig. 2 Ic 
Collector current 

Basisstrom IBM 
Base current -IBM 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,; 25oc Fig. 1, 2, 3 Ptot 

Sperrschichttemperatur lj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

t 
77 2177 

~ot H-+--H-+--H-+--H--+-H--+-+-+-+-1-+~ 

100+->-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--l--l-+-+--<-< 

w 

60~'-+-+--+-+-~~~~+-+-!-+-+-+-+-+-+-+-+-l 

~ 
0,1 

40-1--l-+-+-+-++-1-++-1~+-1-++-+H-+--H 

0,01 

0 
0,001 

1 
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Fig. 2 

400 v 
900 v 
900 v 

10 A 

8 A 

4 A 
4 A 

86 w 

175 oc 

-65 ... +175 oc 

77 218 2 

'case= 25 °C 

'• T = 0,01 

'l.J ~ ~ ~ 'rp= 1 µs 

~\I ~ 
~ 
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1ii_ ~ 
~ 

'\ 
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tV ~ 
.:.0 

"\] 

10 100 

100 µs 

1 m• 
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u8 E= o '-' 
RBE'.!:100 0: 

_j Ip~ 2 ms 

I I 
1000 v 
UcE-
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BU526 

7 7 21 6 8 
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Fig. 4 
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~ 
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Fig. 5 
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Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause RthJC 1,75 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease = 25 oc, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE=900V Fig. 6 ICES mA 
1i = 150°C, UcE = 900 v Fig. 6 1CES 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

t 
le= 100 mA, Le= 25 mH, Jl.>001 U(BR)CEO 400 v r- , 
Ic = 0,5 mA. RsE :s: 100 o U(BR)CER 900 v 

Emitter-Basis-Durch bru ch span nu ng 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 mA U(BR)EBO 6 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 8 A, Is= 3 A Fig. 7 Uc Es at 5 v 

Basis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

Ic=6A,Is=1,25A UBEsat 2 v 
Kollekto r-Basis-G le ichstromverhaltn is 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 5 V, le= 1 A Fig. 10 hFE 15 45 
le= 4A hFE 6 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 10V, le= 500mA,f=1 MHz fr 10 MHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Ic = 4 A, Is1 = -Is2 = 1,25 A, Ip= 20 µs 

Abfallzeit 
Fall time 

It 1) µs 

Ausschaltzeit 1off 4 µs 
Turn-off time 

1) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Ruckschlagkondensators. 
By using retrace capacitor at switching-off inductive load 
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lease= 25 °C 

le= 1 A 
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2 N 3055 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendungen: Schalter hoher Leistung und NF-Endstufen 
Applications: High power switching and AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 115 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 009004 
lsolatmg washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

R9E = 1000 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Basisstrom 
Base current 

B 2/V.2.442/0475A 1 

Features: 

• High reverse voltage 

• High peak power 

• Power dissipation 115 W 

111 

11,4 11 

Uc so 

UcEO 

Uc ER 

UEBO 

le 

/9 

Kollektor mit 
Gehiiuse verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehiiuse 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

100 v 

60 v 

70 v 
7 v 

15 A 

7 A 
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Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ~ 25 oe Ptot 115 w 
Sperrsehiehttemperatur t j 200 oe 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -65 ... +200 oe 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschieht-Gehause 
Junction case 

RthJe 1,5 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °e, falls nieht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UeE = 100 V, UEB = 1,5 V IeEv*l 5 mA 

UeE = 60 V, UEB = 1,5 V, lease = 150 °e 1eEV **) 10 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 7V 1EBO 5 mA 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 2oomA U(BR)eEO *) 1l 60 v 
le= 200 mA, RsE = 1000 U(BR)eER *) 1) 70 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 4A, ls= 400mA UeEsat *l 1l 1,1 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 4 V, Ie = 4 A UsE*)1) 1,8 v 

Kollektor-Basis-Gleiehstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 4 V, le = 4 A hFE *) 1) 20 70 

UeE = 4 V, le = 10 A hFE 1) 5 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 1 mA, f= 0,1 MHz fr 800 kHz 

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5% 
Ip 

1) T = 0,01, Ip = 0,5 ms 
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Schaltzeiten Min. Typ. Max. 
Switching characteristics 

Ic = 4A, 181 = -182 = 400mA, tamb = 25oc 

Verzogerungszeit td 0,2 µs 
Delay time 

Anstiegszeit tr 2,6 µs 
Rise time 

Speicherzeit ts 2,7 µs 
Storage time 

Abfallzeit t f 6 µs 
Fall time 

I 
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Anschriften Addresses I 



AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Geschaftsbereich Halbleiter 
Vertrieb 
Postfach 11 09 
7100 Heilbronn 
Tel.: (0 7131) 88 21 · Telex 07-28 746 

Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteilen: 

AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Vertriebsniederlassung 
Vertrieb Bauelemente 

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 152 
Tel. (0 30) 82 92-3 62 bis 3 65, 
Telex 183697 

2000 Hamburg 36, StadthausbrUcke 9 
Tel. (0 40) 34 98-317, Telex 211 609 

3000 Hannover 1, AlemannstraBe 17 
Tel. (0511) 16 78-8 41, Telex 921 318 

5000 Koln 30, Oskar-Jager-StraBe 125-143 
Tel. (02 21) 5491-6 74, Telex 882 928 

6000 Frankfurt 1, Mainzer LandstraBe 23 
Tel. (0611) 267-337, Telex 411164 

7030 Boblingen-Hulb, DornierstraBe 7 
Tel. (07031) 6668-651, Telex 7265565 

7730 VS-Villingen, LuisenstraBe 9 
Tel. (07721) 23065, Telex 7921512 

8000 Miinchen 19, ArnulfstraBe 205 
Tel. (089) 1305-466, Telex 523168 

8500 Niirnberg 1, ZollhausstraBe 95 
Tel. (09 11) 80 04-5 25, Telex 622 571 
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Distributoren: 

Distron 
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b 

Tel. (030) 8243061/65, Telex 185478 

ALFRED NEYE­
ENATECHNIK GmbH 
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14 

Tel. (04106) 612-1, Telex 213590 

RTG E. SPRINGORUM KG 
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7 

Tel. (0231) 5495-1, Telex 822534 

BERGER-ELEKTRONIK GmbH 
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14 

Tel. (06 11) 49 03 11, Telex 412 649 

elecdis - Ruggaber KG 
7250 Leonberg, HertichstraBe 41 

Tel. (07152) 4 7081, Telex 724192 

POSITRON 
Bauelemente-Vertriebs-GmbH 
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64 

Tel. (O 77 21) 5 90 84, Telex 7921 515 

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH 
8000 MUnchen 80, Neumarkter StraBe 75 

Tel. (0 89) 43 40 61, Telex 522 561 



AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Geschaftsbereich Halbleiter 
Export 
P.O.B. 1109 
D-7100 Heilbronn 
Tel.: 8821 · Telex: 07-28 746 

Europa 

Belgien 

Societe Anonyme beige 
AEG-TELEFUNKEN 
40, Rue Souveraine 
B-1050 Bruxelles 
Tel.: 5 12 79 40 

513 39 70 
Telex: 21359 

Bulgarien 

E. van Hazebrouck KG 
Savigny-Str. 37 
6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Diinemark 

AEG DANSK 
Electriciteits Aktieselskab 
Roskildevej 8-1 O 
DK-2620 Albertslund 
Tel.: 648522 
Telex: 33122 

Finnland 

Sahkiiliikkeiden OY 
P.O.B. 88 
SF-01301 Vantaa 30 
Tel.: 8381 
Telex: 12431 

Frankreich 

AEG-TELEFUNKEN 
FRANCE SA 
Department Composants 
Electroniques 
6, Blvd. du General Leclerc 
Bureau 612 
92115 Clichy 
Tel.: 7393310 
Telex: 620827 

Griechenland 

Telefex AG 
101 Thessalonikis Street 
Moschaton (58)-Athens 
Tel.: 4 819346 

4 81 79 46/7 /8 
Telex: 2 13 487 

GroBbritannien 

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd. 
Bath Road 
Slough SL 1 4AW 
Berkshire 
Tel.: 87 21 01 
Telex: 847541 

ltalien 

AEG-TELEFUNKEN Societa 
ltaliana per Azioni 
UTECO 310 
Viale Brianza, 20 
Casella Postale 47 
20092 Cinisello Balsamo/ 
Milano 
Tel.: 92798 
Telex: 31473 

Jugoslawien 

lnterexport 
Trg Republike 5/Vlll 
P.P. 789 
YU-11001 Beograd 
Tel.: 620055 
Telex: 11240 

Luxemburg 

AEG-TELEFUNKEN 
Luxembourg S.A.R.L. 
8, Rue 1900, Postfach 2004 
Luxembourg 
Tel.: 488041 
Telex: 2513 

Holland 

N.V. Electriciteits Maatschappij 
AEG Amsterdam 
Aletta Jacobslaan 7 
Amsterdam-Slotervaart 
Tel.: 511 6333 Telex: 11234 

Norwegen 

AEG-TELEFUNKEN Norge A.S. 
Dag Hammerskj0lds vei 47 
Postboks 187, 0kern 
N--Oslo 5 
Tel.: 156590 
Telex: 19961 

Osterreich 

bsterreichische 
AEG -TELEFUNKEN G.m.b.H. 
Brunner Str. 52 
A-1211 Wien 
Tel.:3801364 
Telex: 74889 

Polen 

THM EXIMPOL S.A. 
ul. Stawki 2/Etage 28 
P.O.B. 810 
PL-00-950 Warszawa 
Tel.: 259962 
Telex: 814640 

Portugal 

AEG-TELEFUNKEN 
Portuguesa S.A.R.L. 
Rua Joao Saraiva, 4/6 
Apartado 5149 
Lissabon 5 
Tel.: <!911 71 
Telex: 12173 

Rumiinien 

E. van Hazebrouck KG 
Savigny-Str. 37 
6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Schweden 

SATTCO AB 
Dalvagen 10 
S-17136 Solna 
Tel.: 830280 
Telex: 11588 
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Schweiz 

Elektron AG 
Riedhofstrasse 11 
CH-8804 Au ZH 
Tel.:751722 
Telex: 75755 

Spanien 

AEG lberica de 
Electricidad, S.A. 
General Mola 112-114 
Apartado 235 
Madrid 2 
Tel.: 2627600 
Telex: 27635 

Tiirkei 

Server Ataman 
lstiklal Caddesi 378/4 
PK Beyoglu 366 
lstanbul-Beyoglu 
Tel.:442168 

Ungarn 

MERCATOR S.A.R.L. 
Thbkbly ut 156 
P.O.B. 77 
1441 Budapest XIV 
Tel.: 833177,8331 63 
Telex: 225046 

Afrika: 

Angola und S. Tome 

Sociedade Luso-Alema Lda. 
Caixa Postal 1222 
Luanda 
Tel.: 7 39 60/61 /62 
Telex: 3137 

Marokko 

ElectRa S.A. 
4, Rue Canizares 
Casablanca 
Tel.: 62861/62 
Telex: 22933 

Siidafrika 

lmpectron (Pty) Ltd. 
P.O.B. 10262 
Johannesburg, 2001 
Tel.: 7 25 33 50 
Telex: 80174 
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Mittel- u. Si.idamerika 

Brasilien 

AEG-TELEFUNKEN 
do Brasil S.A. 
Rua Tabare 551 
Campo Grande 
Santo Amaro 
Caixa Postal 2020 u. 8557 
Sao Paulo 
Tel.: 247-01 22 
Telex: 1123558 

Mexiko 

TELEFUNKEN Mexicana 
S.A. de C.V. 
Poniente 146 No. 730 
Aptdto. Postal 75-158 
Mexico 16, D.F. 
Tel.: 5679233 
Telex: 1775681 

Venezuela 

AEG-TELEFUNKEN 
VENEZOLANA S.A. 
Boleita Norte 
Calle Vargas 
Apartado de Altamira 68912 
Caracas 106 
Tel.: 36 14 11 
Telex: 25342 

Nordamerika 

Kanada 

Bayly Engineering Ltd. 
167; Hunt Street 
Ajax Ontario, L 1 S1 P6 
Tel.: 8 39-11 01-11 04 
Telex: 06981293 

USA 

AEG-TELEFUNKEN 
Corporation 
570, Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs/ 
New Jersey 07632 
Tel.: 568-8570 
Telex: 135497 

Asien 

Hongkong 

Jackson Mercantile 
Trading Co. Ltd. 
57, Ta Chuen Ping Street 

2nd Floor 
Kwai Chung 
N.T., Hong Kong 
P.O.B. 2904 
Tel.: 12-2441 21-8 
Telex: hx 74774 

lndien 

NGEF Ltd. 
Bank of Baroda 
Building 
16, Parliament Street 
P.O.Box 633 
New Delhi 110001 

Iran 
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Bauelemente 
fur Elektronik und 
Nachrichtentechnik 

Components 
for Electronics and 
Telecommunication Systems 

Geschaftsbereich Rohren und Baugruppen 
1. Rohren: Postfach 4309 · 7900 Ulm · "J." (07 31) 1911 ~ 712601 

Bildri:ihren fiir Schwarz/WeiB- und 
Farbfernsehgerate 
Ablenkmittel fiir Fernsehbildri:ihren 
Bauteile fi.ir Farbfernsehen 
Mikrowellenri:ihren, Mikrowellen-Si-Dioden 
Elektronenstrahlri:ihren fiir Oszillographen 
Monitorri:ihren, Radarri:ihren 
Bildabtastri:ihren 
Bildwandlerri:ihren 
Bi ldve rstarkerri:i h re n 
Bildaufnahmeri:ihren, Fotozellen 
Stabilisatoren, Thyratrons, Kaltkathodenri:ihren 
Gasentladungs-Anzeigeelemente 
Bildschirm-Module 
Emptanger- und Verstarkerri:ihren 
Spezialverstarkerri:ihren 
Senderi:ihren, Ri:intgenri:ihren 

Picture Tubes for Monochrome and 
Colour TV Sets 
Deflecting Units for TV Picture Tubes 
Components for Colo ur TV Sets 
Microwave Tubes, Microwave Silicon Diodes 
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes 
Monitor Tubes, Radar Tubes 
Flying Spot Tubes 
Image Converter Tubes 
Image Intensifier Tubes 
Camera Tubes, Photocells 
Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode Tubes 
Gas Discharge Display Elements 
Display Modules 
Receiving and Amplifying Tubes 
Special-purpose Amplifying Tubes 
Diodes, Transmitting Tubes, X-ray Tubes 

2. Baugruppen : Postfach 144 · 8070 lngolstadt 2 · "J." (08 41) 8 201119 ~ 055 875 

Schaltdioden-Tuner 
Digitale und elektronische Programmspeicher 
Potentiometertasten 
Leiterplatten 
Schicht-Regelwiderstande und Schalter 

Geschaftsbereich Halbleiter 

Switch Diode Tuner 
Digital and Electronic Programme Memory 
Potentiometer Switching Units 
Printed Circuits 
Potentiometers Carbon Composition and Switches 

Postfach 11 09 · 71 00 Heilbronn · "J." (0 71 31) 88 21 ~ 7 28 7 46 

Digitale integrierte Schaltungen Digital Integrated Circuits 
Lineare integrierte Schaltungen Linear Integrated Circuits 
Kundenspezifizierte Schaltungen in MOS-Technik Custom designed MOS-Circuits 
Transistoren und Dioden fi.ir Transistors and Diodes for 
lndustrie- und Konsumanwendungen Industrial and Consumer Applications 
Optoelektronische Bauelemente Optoelectronic Devices 

Geschaftsbereich Passive Bauelemente 
1. Vertrieb Kondensatoren und Schichtschaltungen 
Postfach · 8500 Nurnberg 107 · "J." (0911) 27 71 ~ 06 22 551 

Al -Elektrolytkondensatoren 
Tantal -Konde11satoren 
Ku nststoff-F ol ien kondensatoreri 
Dickschichtschaltungen 

2. Vertrieb Starkstromkondensatoren 

AL Electrolytic Capacitors 
Tantalum Capacitors 
Plastic foil Capacitors 
Thick film Circuits 

Drontheimerstr. 28-34 · 1000 Berlin 65 · "J." (0 30) 4910 61 ~ 01 81 787 

Funk-Entsti:irmittel 
MP-Kondensatoren fi.ir Gleichspannung 
Motor-Kondensatoren 
Kondensatoren fiir Entladungslampen 
Glattungskondensatoren ab 1 kV 
Leistungs-Kondensatoren. 
Anlagenschutz-Kondensatoren 
Elektroprintpapier 

AEG-TELEFUNKEN 

Noise suppressors 
Metallised paper (MP) capacitors d. c. applications 
Motor capacitors 
Capacitors for fluorescent lamps 
Smoothing capacitors, ratings from 1 kV 
Power capacitors 
Protection Capacitors 
Electroprint Paper 




